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symboles utilisés 

: capacité collecteur 

: vitesse de décroissance du courant de base à l'ouverture du transistor 

: énergie de claquage inverse 

: fréquence d'utilisation du transistor 

: fréquence de coupure en émetteur commun 

: fréquence de transition 

gain en courant continu (rapport IdIS) 

courant base (continu) 

courant base inverse (continu ou moyen sur une période de 20 ms) 

courant base en fin de conduction, avant l'ouverture 

courant base (valeur crête) 

courant base inverse durant la période d'ouverture 

courant base direct avant l'ouverture 

courant collecteur (continu) 

courant résiduel collecteur-base, émetteur hors circuit (lE = 0 ; VCS spécifié) 

courant collecteur (valeur crête) 

courant collecteur du transistor en conduction 

courant émetteur-base résiduel, collecteur hors circuit (lC = 0 ; VES spécifié) 

inductance du circuit base 

inductance de balayage 

puissance totale dissipée 

résistance base-émetteur 

résistance thermique jonction-air ambiant 

résistance thermique fond de boîtier-radiateur 

durée totale d'une période 

température ambiante 
: temps de retard à la décroissance du courant 

: temps de décroissance du courant 

: température de jonction 

: température de fond de boîtier 
temps total de désaturation 

temps total d'établissement du courant 

durée d'une impulsion 

temps de croissance du courant 

temps de retard à la décroissance du courant 

température de stockage 

: tension base-émetteur (continu) 

: tension de saturation base-émetteur 

: tension continue collecteur-base (émetteur hors circuit) 

: tension continue collecteur-émetteur (base hors circuit) 

: tension continue collecteur-émetteur de maintien 

: tension continue collecteur-émetteur avec RSE spécifiée 

: VCER de maintien 

tension continue collecteur-émetteur de saturation 

tension collecteur-émetteur (valeur crête) avec R SE = 0 
tension de commande de base 

tension continue émetteur-base (collecteur hors circuit) 

t 
: rapport cyclique ( li = -f- ) 
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introduction 

transistor de puissance 
au silicium 

NPN 

Transistor NPN, planar épitaxial, au silicium, en boîtier plastique TO 126. 

BD 131 

Avec son complémentaire PNP, BD 132, il est destiné aux applications générales d'amplification et de commutation. 

caractéristiques principales 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ..................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................................... . 
Courant collecteur (crête) .................................................. . 

Puissance dissipée totale (T mb <; 60 OC) ...................................... . 

Température de jonction ................................................... . 

Gain en courant continu: 
IC = 0,5 A ; VCE = 12 V 

F~quencedetffin~tlon: 

IC= 0,25 A; VCE= 5 V 

données mécaniques 
(dimensions en mm) 

hoitier 10-126 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56326 : rondelle métallique. 
56333 : rondelle + mica + canon isolant. 

L:n::-:n:-:nr_ ] ~. 
- N 

i~ 

1.2 

1 1 

1 1 
e c b 

a.ecU.... 229 

VCBO max 70 V 

VCEO max 45 V 

ICM max 6 A 

Ptot max 15 W 

T-J max 150 oC 

min 40 

min 60 MHz 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ...................................... . VCBO 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................................... . VCEO 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ...................................... . VEBO 

courants 
Courant collecteur (continu) ................................................. . IC 
Courant collecteur (crête) ................................................... . ICM 
Courant base (crête) ....................................................... . IBM 
Courant base inverse (crête) -IBM 

puissance 
Puissance dissipée totale (T mb ~ 60 OC) 

températures 
Température de stockage ................................................... . 

Température de jonction ................................................... . 

résistance thermique 

Jonction-fond de boîtier .................................................... . 

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-base 

IE=0;VCB=50V .................................................. . 

lE = 0 ; VCB = 50 V ; Tj = 150 oC ....................................... . 

courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; VEB = 5 V ................................................... . 

tensions de saturation 
IC= 0,5 A; lB = 50 mA 

IC = 2 A; lB = 200 mA 

gains en courant continu 
IC = 0,5 A ; VCE = 12 V .............................................. . 

IC = 2 A; VCE = 1 V ............................................... . 

capacité collecteur (1 = 1 MHz) 
lE = le = 0 ; VCB = 5 V ................................................ . 

fréquence de transition (1 = 35 MHz) 
IC= 0,25 A; VCE= 5 V; Tamb = 25 oC 

·iiFa--

Ptot 

Tstg 

Tj 

Rth j-mb 

ICBO 

ICBO 

IEBO 

VCE sat 

VBE sat 
VCE sat 

VBE sat 

hFE 

hFE 

Cc 
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max 70 V 
max 45 V 
max 6 V 

max 3 A 

max 6 A 

max 0,5A 

max 0,5A 

max 15 \/If 

- 65 à + 150°C 

max 150 oC 

6 °C/W 

max 5 fl t, 
max 500 flt, 

max 5 flt, 

max 0,3 V 

max 1,2 V 
max 0,7 V 

max 1,5 V 

min 40 

min 20 

max 60 pF 

min 60 MHz 



introduction 

transistor de puissance 
au silicium 

PNP 

Transistor PNP, planar épitaxial, au silicium, en boîtier plastique TO 126. 

BD 132 

Avec son complémentaire N PN, BD 131, il est destiné aux applications générales d'amplification et de commutation. 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................................... . 

Courant collecteur (crête) ................................................. . 

Puissance dissipée totale (T mb:( 60 OC) ..................................... . 

Température de jonction .................................................. . 

Gain en courant continu: 
- IC = 0,5 A; - VCE = 12 V 

Fréquence de transition: 
- IC = 0,25 A ; - VCE = 5 V 

données mécaniques 
(dimensions en mm) 

boitier TO 126 

Collecteur relié au boîtier. 

Accessoires: 

56326 : rondelle métallique. 
56333 : rondelle + mica + canon isolant. 

St:-::n::-:nc-l1 ~ 
N 

2.8 m<" 7.8 ma' 
!.~! I~---- ---'1 

1 

1.~ 

-VCBO max 45 V 

-VCEO max 45 V 

-ICM max 6 A 

Ptot max 15 W 

T' J max 150 oC 

hFE min 40 

fT min 60 MHz 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ...................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................................... . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ...................................... . 

courants 

Courant collecteur (continu) 

Courant collecteur (crête) ................................................... . 

Courant base (crête) ....................................................... . 

Courant base inverse (crête) 

puissance 

Puissance dissipée totale (T mb < 60 OC) 

températures 

Température de stockage ................................................... . 

Température de jonction ................................................... . 

résistance thermique 
Jonction-fond de boîtier .................................................... . 

caractéristiques (Tj = 250 C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-base 

lE = 0 ; - VCB = 50 V ................................................ . 

lE = 0 ; - VCB = 50 V; Tj = 150°C ...................................... . 

courant résiduel émetteur-base 

IC = 0 ; - VEB = 5 V .................................................. . 

tensions de saturation 

IC = 0,5 A; -lB = 50 mA 

IC= 2A; -IB= 200 mA 

gains en courant continu 

IC = 0,5 A ; - VCE = 12 V 

- IC = 2 A; - VCE = 1 V 

capacité collecteur (f = 1 MHz) 

lE = le = 0; - VCB = 5 V .............................................. . 

fréquence de transition (f = 35 MHz) 

-IC=0,25A;-VCE=5V;Tamb=25°C ................................. . 

-·Fi--

-VCBO 

-VCEO 

-VEBO 

-IC 

-ICM 

-IBM 

+ IBM 

Ptot 

Tstg 

T' J 

Rth j-mb 

-ICBO 

-ICBO 

-IEBO 

- VBE sat 

- VBE sat 

- VCE sat 

- VBE sat 

hFE 

hFE 
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max 45 V 

max 45 V 

max 4 V 

max 3 A 
max 6 A 

max 0,5A 

max 0,5A 

max 15 W 

- 65 à + 150 oC 

max 150 oC 

6 oC/W 

max 5 fl A 

max 500 [J. A 

max 

max 0,3 V 
max 1,2 V 

max 0.7 V 
max 1,5 V 

min 40 

min 20 

max 60 pF 

min 60 MHz 



transistors de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BD 135 
BD 137 
BD 139 

Les transistors NPN au silicium BD 135, BD 137 et BD 139 sont des transistors de puissance en boîtier plastique TO-126. 

Avec leurs complémentaires les BD 136, BD 138 et BD 140, ils sont particulièrement bien adaptés à la commande des étages 
de sortie de grande puissance et aux circuits de télévision. 

Caractéristiques principales 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ............... VCBOmax 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .............. VCEOmax 
Tension collecteur-émetteur (RBE = 1 kn) ............. VCER max 
Courant collecteur-crête .......................... ICM max 

Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 70 OC) .......... Ptot max 

Température de jonction ......................... T· 
J 

max 

Gain en courant continu (lc = 150 mA; VCE = 2 V) hFE min 
...... 

hFE max 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

IC = 50 mA ; VCE = 5 V ......................... fT typ 

Brochage 
Boîtier TO-126 (dimensions en mm) 

Collecteur relié au boîtier 
Accessoires fournis sur demande: 

56333 pour montage isolé 
56326 pour montage non isolé 

Lnr--Tr-t,--J.--;: ~ 
- -N 

i.4.58 .. i 

BD 135 

45 

45 

45 

1,5 

8 

150 

40 
250 

250 

2.8""" 
il 

1.2 

BD 137 BD 139 

60 100 V 

60 80 V 

60 100 V 

1,5 1,5 A 

8 8 W 

150 150 oC 

40 40 
250 250 

250 250 MHz 

~! :ffi-~. c 
E 

1 ~ 

1 

i 1 
c 
Ë 

1 1 

C"'"l 

!D 
e c b 

.8er::.U __ 1_ cm o 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

.·Fi __ BD 135/BD 137/BD 139 - Page 2/6 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ............. ' ... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............... . 

Tension collecteur-émetteur (RBE = 1 kil) ............... . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 

Courant collecteur (continu) ........................ . 

Courant collecteur (crête) .......................... . 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 70 OC) ........... . 

Températures 

Température de stockage ........................... . 

Température de jonction ........................... . 

Résistances thermiques 

De la jonction à l'ambiante, à l'air libre ................. . 

De la jonction au fond de boîtier ..................... . 

Du fond de boîtier au radiateur (avec accessoire 56333) ..... . 

Du fond de boîtier au radiateur (avec accessoire 56326) ..... . 

Caractéristiques 
(Tj = 25 Oc sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; VCB = 30 V ............................. . 

1 E = 0 ; V CB = 30 V ; Tj = 125 Oc ................... . 

Courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; VEB = 5 V .............................. . 

Tension base-émetteur 

IC = 500 mA ; VCE = 2 V ......................... . 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IC = 500 mA ; lB = 50 mA ........................ . 

Gain en courant continu 

IC = 5 mA; VCE = 2 V 

IC = 150 mA ; VCE = 2 V 

IC = 500 mA ; V CE = 2 V 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

VCBO max 

VCEO max 

VCER max 

VEBO max 

IC max 

ICM max 

Ptot max 

Tstg 
T· J max 

Rthj-a 

Rth j-mb 

Rth mb-r 

Rth mb-r 

ICBO max 

ICBO max 

IEBO max 

VBE max 

VCEsat max 

hFE min 

hFE min 

hFE max 

hFE min 

IC = 50 mA ; VCE = 5 V ............................. fT typ 

Rapport des gains en courant des transistors appariés 
BD 135/BD 136 ; BD 137/BD 138 ; BD 139/BD 140 

typ IICI = 150 mA; IVCEI= 2 V ..................... hFE1/hFE2 
max 

BD 135 

45 

45 

45 

5 

BD 137 

60 

60 

60 

5 

BD 139 

100 

80 

100 

5 

1,5 1,5 
\~--------~~--------~ V 

1,5 
1 

8 

- 55 à 150 

150 

100 

10 

6 

100 

10 

10 

0,5 

25 

40 

250 

25 

250 

1,3 
1,6 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

Oc 

Oc 

°C/W 

°C/W 

°C/W 

°C/W 

nA 

p.A 

p.A 

V 

V 

MHz 



Courbes caractéristiques 

10 80135 
80137 

IC 
(A) T m b"70 oc 

ICMmax 
li = O,O! 

ICmax ~\\ 1\ Il 
t p 

Ptot max 20fls 

"'~ '\. \, 
\. ~\I\. 1 

<'0 \,~ \ Sb (\~~ -j 

\~~ 100 

1 '?" 1\ 2riJ 
~ 500 -- 1 ms 

01) r--

'" ~ 
al al 

10 VCE (V) 

Aire de fonctionnement de sécurité 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en 

impulsions. 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à V CEO max (45V) i- BD 135 

10 

0,05 0~~-0,Ol 
0,10 

f--0,20 

f--0,33 

0,50 - ~ 
0,75 r-- t-;;:: 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à V CEO max!&'n i- BDI39 

MSB(V) 
~ -u 

1-

0,02 6=0 ,01 

~ t-
0,10 1::", la 

0,20 

0,33 r-
0,50 ~ 
0,75 ~ ~ 

10- 3 t p (s) 

•. Fi-- BD 135/BD 137/BD 139 - Page 3/6 

10 

IC 

(A) 

ICMmax 

ICmax 

1 

~\\ 
Ptot max 

"' '\. \,\ 
\. 

80139 

T mb"70 Oc 

li = o,bl 

!\ 
Il 

\, 
t\. \1\ tp 
l~'f\ 1\. Il' 00~~ï\ [\ 

flS 

"'-:>,.. :\ 1\[\ 50 'Cil <'~~ Il 
~I\ 100 

~(mA) '?" 
-- 200 

~ 4 1 1';'1'<; 
500 

1- lm 
1- 2 ! 
l-
I- 0 III 

60 80 100 
l-

I rUTI 1 

'" '" 
~ 

10- 2 
1 10 VCE (V) 

Aire de fonctionnement de sécurité 

- Région admise pour le fonctionnemem en continu 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en 

impulsions 
III - Fonctionnement en impulsions permis si RBE';:;; 1 kn. 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à V CEO max (60V) 

MSB(V) 

la 0,10 

1-0,20 

1 

10- 6 

0,33 

0,50 

0,75 

300 
VCE =5V 

0,05 0,Q2,,-0,01 

-t--

f=35MHz 
fT 

(MHz 
TJ=25oe 
h-~ --
f-----

200 

f--~ 

1-----

100 

0 1 

'-1- -

10 

~ 
t-

10- 3 t p (s) 

typ 

100 le (mA) 

BDI37 

LU 
li 
, , 

1000 
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6 

VeEsat 
(V) 

4 

2 

o o 

600 

le 
(mA ) 

400 

200 

0 
o 

i,..o' 

~ ~ 
1 

Tj=25°C 
valeurs 

typiques 

IL 

,.. 
.... 

typ 1-

lJ 

Il 

le 1lB=20 
Il 

1 
Il 

J 
l 

!/ 

1/ 

v 10 
l' 

i' 5 

le (A) 2 

VcE =2V t-I-
1j = 25°C I-t-

~ax VSE 

VBE (V) 2 

_.Fi __ 80135/80 137/80 139 - Page 4/6 

1.5 

VBEsat 
(V) 

0.5 

100 

Ptot max 
(%) 

75 

50 

25 

o 

~i"" 
I...ol ~i' 

~I:'" 

o 

-.l~ Il 
1 1 1 

1] =25°C 

le /I B=5-
.... 10 .... ~ ........ i-" 20 

~;... .... i,..o' .... 

~~ .... 
~ 

le (A) 2 

~ 

\ 

1\ , 
~ 
\ 

1\ , 
1\ 
\ 

1\ , 
1\ 
\ 

1\ 

50 100 150 
Tmb (oC) 



.·Fa. BD 135/BO 137/BO 139 - Page 5/6 

10, 

MSB(I) 

Facteur multiplicateur de la tension de seconù claquage à le max 
-mb JLJL 
/W) 

~J 
t p 

0=-

102 
T 

- --

' = la 

D,OS 0,0 26=0,01 

0,10 
10 

1== ;n 
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transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BD 136 
BD 138 
BD 140 

Les transistors PNP au silicium BD 136, BD 138 et BD 140 sont des transistors de puissance en boitier plastique TO-126. 

Avec leurs complémentaires les BD 135, BD 137 et BD 139, ils sont particulièrement bien adaptés à la commande des étages 
de sortie de grande puissance et aux circuits de télévision. 

Caractéristiques 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ............. 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............ 

Tension collecteur-émetteur (RBE = 1 kQ) ........... 

Courant collecteur-crête ......................... 

Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 70 OC) ........ 

Température de jonction ........................ 

Gain en courant continu (- IC = 150 mA ; - V CE = 2 V) ... 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

-IC = 50 mA ; - VCE = 5 V ........ 

Brochage 

Boîtier TO-126 (dimensions en mm) 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoires fournis sur demande: 

56 333 pour montage isolé 
56 326 pour montage non isolé 

. . . . . . . . . . . . 

-

-

-

-

principales 

BD 136 

VCBOmax 45 

VCEOmax 45 

VCER max 45 

ICM max 1,5 

Ptot max 8 

T ) max 150 

hFE min 40 

hFE max 250 

fT typ 75 

BD 138 BD 140 

60 100 V 

60 80 V 

60 100 V 

1,5 1,5 A 

8 8 W 

150 150 oC 

40 40 

250 250 

75 75 MHz 

~ ---rh ~! 
6...~ 

1 

1 

-k 
1 1 

1 1 
e c b 

.88mo,U m ----o 

17 



Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

.·Fi'" BD 136/80 138/80 140 - Page 2/6 

Tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .............. . - VCBO max 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............. . - VCEO max 

Tension collecteur-émetteur (RBE = 1 kil) ............. . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) 

Courants 
Courant collecteur (continu) ...................... . 

Courant collecteur (crête) ........................ . 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 70 OC) ......... . 

Températures 
Température de stockage ......................... . 

Température de jonction ......................... . 

Résistances thermiques 

De la jonction à l'ambiante, à l'air libre ............... . 

De la jonction au fond de boîtier ................... . 

Du fond de boîtier au radiateur (avec accessoire 56333) 

Du fond de boîtier au radiateur (avec accessoire 56326) .... 

Caractéristiques 
(Tj = 25 Oc sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 
lE = 0; - VCB = 30 V ......................... . 

1 E = 0 ; - V CB = 30 V ; Tj = 125 Oc ................ . 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; - VEB = 5 V .......................... . 

Tension base-émetteur 
-IC = 500 mA ; - VCE = 2 V .................... . 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
-IC = 500 mA ; -lB = 50 mA .................... . 

Gain en courant continu 
IC = 5 mA ; - VCE = 2 V ...................... . 

IC = 150 mA; - VCE = 2 V ...................... . 

le = 500 mA ; - VCE = 2 V ...................... . 

Fréquence de transition à f = 35 MHz 

- IC = 50 mA ; - V CE = 5 V ....................... . 

Rapport des gains en courant des transistors appariés 
BD 135/BD 136 ; BD 137/BD 138; BD 139/BD 140 

IICI = 150 mA; IVCEI = 2 V .................. . 

VCER 

VE80 

Rth j-a 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

Rth j-mb 

Rth mb-r 

Rth mb-r 

ICBO max 

ICBO max 

IEBO max 

VBE max 

VCEsat max 

hFE min 

hFE min 

hFE max 

hFE min 

fT typ 

BD 136 

45 

45 

45 

5 

1,5 

BD 138 

60 

60 

60 

5 

1,5 

V 
8 

- 55 à + 150 

150 

100 

10 

6 

100 

10 

10 

0,5 

25 

40 

250 

25 

75 

1,3 
1,6 

BD 140 

100 

80 

100 

5 

1,5 
1 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

Oc: 

oc: 

°C/W 

°C/W 

°C/W 

°C/W 

nA 

p.A 

V 

V 

MHz 



Courbes caractéristiques 
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MSB(V) 
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-IC 
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-lCMmax 
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Facteur multiplicateur du courant de second claquage à ,~V CEG max (45 V) 
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10 
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10- 2 
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-ICmax ~ ~ 
Ptot max 
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6 

-VCEsat 
(V) 

4 

2 

600 

-IC 
ImA ) 

400 

200 

o 

... ~ 

o 

1 1 
1 1 

lj =25°C 
valeurs 

typiques 

~ 
/ ,-

~ --

typ 

; 
li 

J 
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1 

1 

1 

J 
'1 

J 
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/ 
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./ 

V 
~ ~5 
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Facteur multiplicateur de la tension de ~econd claquage à Je max 
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transistors de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BD 201 
BD 203 

Les BD 201, BD 203 sont des transistors de puissance 
NPN, à base épitaxiale en boîtier plastique TO-220. 

Avec leurs complémentaires, les BD 202, BD 204, 
ces transistors sont destinés aux applications générales 
d'amplification linéaire et de commutation. 

Ces transistors sont également disponibles sous forme de 
paires NPN.PNP pour les applications en audiofréquence. 

Les paires BD 201.202 et BD 203.204 sont plus particu­
lièrement destinées aux amplificateurs de haute fidélité de 
15 à 25 W sur des charges de 4 à 8 u. 

Caractéristiques principales 
B0201 ! B0203 

VCBO ...................... max 60 60 V 

VCEO ...................... max 45 60 V 

IC ......................... max 8 8 A 

Ptot (T mb < 25°C) ........... max 60 60 W 
Tj ......................... max 1 50 1 50 oC 

hFE (VCE = 2 V, IC = 3 A) ...... min 30 

hFE (VCE = 2 V, IC = 2 A) ...... min 30 

VCE sat (lc = 3 A, 
lB = 0,3 A) ................ max 1 V 

fhfe (VCE = 3 V, IC = 0,3 A) .... min 25 25 kHz 

(Dimensions en mm) 

Boitier TO-220 

., 
2.8 

5.1 
max 

• 12.7 
1,3" - min 

4.5 
max 

5.9 f min 

--. 15.8 

mr 

b c eltl---___ 1 
.... O,9max -1. 0.6 

• 2,~ 
2,54 2,54 

,: :; 1 

\ 1 
Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) B0201 B0203 

VCBO ...... , ................ max 60 60 V 

VCEO ( IC = 0,2 A) ........ , .. max 45 60 V 

VEBO ........ , .............. max 

IC .......................... max 

ICM ........................ max 

ICS (t = 2ms) ... , ............. max 

Tstg .... , ................... . 

Tj ............................ max 

Ptot (T mb < 25°C) ....... , ...... max 

5 5 V 
----s- A 

12 A 

25 A 
-65à+ 150°C 

150 oC 

60 W 

RESISTANCE THERMIQUE 
Rth j-mb ., ........ , .......... . 2,08 °C/W 

Caractéristiques (Tj 

ICEG (VCE = 30 V, lB = 0) 

ICBO (VCB= 40V, 

Sauf spécifications contraires 
max 1 mA 

lE = 0, Tj = 150°C) , .. , .. , 

IEBO (VEB = 5 V, IC = 0) , .. 

max 

max 

1 

5 

i B0201; B0203 i 

VBR(CEO) (lC = 0,2 A, 
lB = 0) .............•.. min 

hFE (VCE = 2 V, 
IC = 3 A) (1) , ........ , .. min 

hFE (VCE = 2 V, 

IC= 2 A) (1) ............ min 

hFE (VCE = 2 V, 
IC = 1 A) (1) .. , , . , , . , . , , min 

VCEsat(lC=3A, 
lB = 0,3 A) (1) .,., ... , .. max 

VCEK (lC = 3 A, lB : 
valeur pour laquelle 

IC = 3,3 A, VCE = 2 V) (1) . typ 

VBE (VCE = 2 V, 

Cl = 3 A) (1) ..... " .. ,. max 

fhfe (VCE = 3 V, IC = 0,3 A) min 

fT (VCB = 3 V, lE = 0,3 A. 
f= 1 MHz)"." ........ min 

NOTE(1) 
Mesuré sous les conditions d'impulsions 

avec t p = 300 p.s.et 0 = 2 %. 

45 60 

30 

30 

30 30 

1 ,5 

25 

3 
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6=0.01 100", 
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1 
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f-+ 
H 
[1 

BD201 .. 

~ 
BD 203 

J l ! 1 

10 -VCE (V) 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

mA 

mA 

V 

A 

V 

V 

kHz 

MHz 

1. Région admise pour le fonctionnement en continu. 
2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. ~ 

2, 



Courbes caractéristiques (suite) 

Facteur Multiplicateur du second claquage à IC max 

10 
KOrol 

~p.02 
~?05 
f-- 0 ,1 ...... ,-==-0.2 -t-. ~ 

o!s ~ ~ ~ ..... f=: ~I!! r-. 
1 
10-5 tp (s) 

Facteur Multiplicateur du Second claquage à VCEO max 

MSB(V) 
- B0201 ....... 6r:.tr - r-I-- t--.h.62 

U? ~ ttt "-10 

0.2 

1 1 r-
bJ ~ 

Il 
....... 

'" t--. 
tp (s) 

Facteur Multiplicateur du Second claqua ge 

6 -o.oi"" 
àVCEomax~ 

80203 

- 0.02 
) 

Tt '" 0.05 

~ ~ 0!1 10 

0.2 

1 

0~5 ~ 

1 

..... t---... 

+ l 
tp (s) 

10 102 
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lcao 
(~AI 

10 3 

10 2 

10 ' 

la 

10 -1 

VCE 
max 
(V) 
100 

80 

60 

40 

20 
101 

150 

100 

50 

o 
10-2 

10 
t-----
~-

IC 
(A) 

0 2 

VCE -2V 

Tj 25 Oc 

typ 

IC (A) 10 
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VCE 2V 
Tj 25 oc 

.L 
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100 
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25 
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-100 

1.5 

VCEsat 
(V) 

0.5 

o 

-
-

1--

o 

./ 

,/ 

Lk: 

10 102 lB (mA) 

VCB=IlV t-I--

typ- t:::P ~-IE=3A 

.~ 
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1"'" 
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lC 
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/ 
/ 

typV 
L 

1 
V 
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L 
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3 

VBEsat 
(V) 

15 

IC 
(A) 

10 

5 

o 
o 

o 
o 

le 
-=10 
lB 
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le (A) 10 

VCE =2V 
T j =25 oc 
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transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BD 202 
BD 204 

Les BD 202, BD 204 sont des transistors de puissance 
PNP, à base épitaxiale en boîtier plastique TO-220. 

Avec leurs complémentaires, les BD 201, BD 203, ces 
transistors sont destinés aux applications générales d'ampli­
fication linéaire et de commutation. 

Ces transistors sont également disponibles sous forme de 
paires NPN.PNP pour les applications en audiofréquence. 

Les paires BD 201.202 et BD 203.204 sont plus particu­
lièrement destinées aux amplificateurs de haute fidélité de 
15 à 25 W sur des charges de 4 à 8Q. 

Caractéristiques principales 
BD202 BD204 

-VCBO .................... max 60 60 V 

-VCEO .................... max 45 60 V 

-IC ....................... max 8 8 A 

Ptot (T mb ~ 25°C) ........... max 60 60 W 

Tj ......................... max 

hFE (- VCE = 2 V, -IC = 3 A) .. min 

hFE (- VCE = 2 V, -IC = 2 A) .. min 

- VCEsat (- IC = 3 A, 

- 1 B = 0,3 Al .............. max 

fhfe (- VCE = 3 V, - IC = 0,3/\). min 

150 150 oC 

30 

30 

1 V 

25 25 kHz 

Brochage (Dimensions en mm) 

Boitier TO-220 
__ 10.3__________. 

max 

1,3 ... 

2.8 

max 

1,3'" -

b c e 

4,5

1

_ 

max . . 
• 

5.9 
min 

1 • 
1 

1 

~ 

f 
15 .8 

ax m 

l 

1 . .. O,9mo)( . . 1· • 0,6 

2.4 
2,54 2.54 

\ 1 ~ )1 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) BD202 BD204 

- VCBO ....................... max 60 60 V 

- VCEO (- IC = 0,2 A) ........... max 45 60 V 

- VEBO ....................... max 5 5 V 
~ 

-IC .......................... max 8 A 

-ICM ........................ max 12 A 

- ICS (t = 2ms) ................. max 25 A 

Tstg ........................ . -65à+ 150°C 

Tj ............................ max 150 oC 

Ptot (T mb ~ 25°C) .............. max 60 W 

RESISTANCE THERMIQUE 
Rth j-mb ..................... . 2,08 °C/W 

Caractéristiques (Tj 
Sauf spécifications contraires 

- ICEO (- VCE = 30 V, lB = 0) max 1 mA 

-lesO (- VCB = 40 V, 

lE = 0, Tj = 150°C) . . . . . .. max 1 mA 

-IEBO (- VEB = 5 V, IC = 0) max 5 mA 

BD202 BD204 

- VBR(CEO) (-IC = 0,2 A, 

lB = 0) ................ min 

hFE (- VCE = 2 V, 

-IC=3A)(1) .......... min 

hFE (- VCE = 2 V, 

-IC = 2 A) (1) .......... min 

hFE (- VCE = 2 V, 

-IC = 1 A) (1) .......... min 

- VCEsat (- IC = 3 A, 

- lB = 0,3 A) (1) ........ max 

- VCEK (- IC = 3 A, - lB : 

valeur pour laquelle 
- IC = 3,3A, - VCE = 2V) (1) typ 

VBE (- VCE = 2 V, 

-IC = 3 A) (1) .......... max 

fhfe (- VCE = 3 V, - IC = 0,3 A) min 

fT (- Ves = 3 V, - lE = 0,3 A, 

f = 1 MHz) . . . . . . . . . . . .. min 

NOTE(l) 
Mesuré sous les conditions d'impulsions 
avec tp = 300 p.s et i; = 2 %. 
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30 
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25 
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30 
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AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1. Région admise pour le fonctionnement en continu. 

V 

A 

V 

V 

kHz 

MHz 

2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 
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Courbes caractéristiques (suite) 

~ Facteur Multiplicateur du second claquage à -le m ax. 

MSB(I) 
t--- ---- _. 

1---- -

1 

JO 
!--Z=0.01 

~?02 
t---=?os 
1----- 0 .1 
F==.o,2 

r-f 
1 
lO- S 

l--. -

,....... 

t-::-~ 

-

-

! 

1 
.... -:= r:-. 

~ ~ ~ - t.::::: t::t::: +- t:!""",--

tp (8) 

Facteur Multiplicateur du Second claquage à - VCEO ma x 

........ 

MSB(V) -
JO 

1 
IO-S 

........ 

l-
. 6~tr. 
I--~02 

Ut 
Itf 

0,2 

Il 
U 

Il 

E"'::-= +++ 
~ 

MSB(V) "--

10 

1 
IO- S 

6 =oo~r. 
0,02 

Tt 
o,os 

0!1 

0,2 

1 

ols 

1 

T,lT 

BD202 

~ 
~ ~ 

1-- J 1 ~l 
~ , 1 1 

~~I l' 1 

1 H-4 
t p (s) JO-2 

Facteur Multiplicateur du Second claquage 
-_. à - VCEO max ~ 

BD204 

"" ~ ~ 
~ 

...... 1:'-.. 
r- ~ 

10- 4 10- 3 t p (8) 

t (secondes) 

.·Fi-- BD 202/204 - Page 2/4 

°OL~~~5LO~LL~lLOO~LL~15LO~Tm-bL(~'~e) 

'IC 
(A dt 

1 

o 
o 

..., 

.j. 

- -

-

Vol~urs typiqur:s 

'i-~ +. 
t 

.. --

-II 
.tj Ir 

-le 
(A) 

Valr:urs typiques 

1 

OB 

0,6 

0,4 

0,2 

t~{~~"'rrm: .\\l~ i-'" . 
' ~ 

~ 10I:E 
~r" 

·t+ -

-r 
-18= 100':::' 

-la= SOmA 

lB = 60mA 

L+-4 
18= 'OrnA 
-j t1::t 
.l~ =1 20'mA 

. 

,VCE (V) 

~ 
'~A-_18=Bm,:,;... 

1~='6mA-

1~=LmAL 

la=2m':-



10
3 
__ _ 

i 1 1 1 mox rrt-t-tttttH+t+I 

10
2 
__ _ 

TI 1 r-t 

typ 

10
1 
__ 

, 1111, 1 
10 - VCB dOV 

~ fi 
10 -1 1 !'I 

10- 2 

+=~:- 1+ 
1 il" ,,' 

50 100 150 Tj (OC) 

f=. -+it-trltt--- I 

60f--

100 

50 

o 
10-2 

typ 

1 ::.:, 
l'Ii;: 

-le (A) 

+ • <- <t-h 

!SO 204:: 
, .,. 'l' 

i ::!Ti' 

10 

10 

-le 
(A) 

10-1 

- -VeE-2V 
- Tj =25 oc 

/ 

/ 
1 

1.5 

-VeEsat 
(V) 

~ 

-

0.5 

o 
a 
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-...... 

...... 1-" 

/t:' 

10 -!B(mA) 

1 

le 
-~ 10 

1f--
--

lB 
f---T j =25 oc il -[--

--1 - f--! 
1 typ 

_. __ .. ~ 

/ 
/ 

/ 
V 

-le (A) la 
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-VSE sat 

(v) 

1, 

0, 

15 

-IC 
(A) 

5 

1 

5 

0 

10 

5 

o 
o 

Jol~urls 1 tylpi~U.; 

IC_. 10 
lE: 
Tj : 25 oC 

-le (A) 

-VCE=2V 
T j =25 0 C 

-VBE (V) 2 

20 

fT 

(MHz) 

15 

10 

o 
o 

-·ha--

r-.... 
,... 

typ 

1---
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1 1 

-VCB =3V 
Tj=25 oc 

1"'-
...... 

lE (A) 6 



transistors de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

télévision - amplificateurs HI-FI 

Transistors NPN au silicium planar épitaxial en boîtier plas­
tique TO-126 principalement destinés aux circuits de télévi­
sion et amplificateurs audiofréquences. Ils sont complémen­
taires des transistors PNP BD 227, BD 229 et BD 231. 

Caractéristiques principales 

VCBO ........................ .... ... ... . . . .. ... . ... .. . . max 

VCEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 

VCER(RBE=lkl.1) .............................................. max 

ICM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 

Ptot (T mb <; 62 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 

Tj . . . . . . .. .. ... ...... .. . . . . .......... . . . .. . .. . .. ..... max 

hFE(VCE=2V;IC=150mA) ............... .......... jmm 
max 

hFE (VCE = 2 V ; IC = 1 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 

fT (VCE = 5 V ; IC = 50 mA; f = 35 MHz) ............................ typ 

BD 226 BD 228 

45 60 

45 60 

45 60 

3 3 

12.5 12,5 

150 150 
40 40 

250 160 
25 25 

125 125 

BD 226 
BD 228 
BD 230 

BD 230 

100 

80 

100 

3 

12,5 

150 
40 

160 
25 

125 

V 

V 

V 

A 

W 
oC 

MHz 

Brochage 
Boîtier plastique JEDEC TO-126. 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

Collecteur relié à la partie métallique de la surface de 
montage. 

Couple cle serrage: min 5 cm.kg ; max 6 cm.kg. 

Accessoires 56333 pour montage isolé; 56326 pour 
montage non isolé. 

, 458 . 
i.-=-'---- --'1 

2.8""" 7.8 mo ' 1--' ,-... ---- "'1 

.,:.0.5 

lf1+ -. --è "01. 
;,'- -~ : • ! 

- ~ 1 

1 ~, 

~ 
f 
1 

s i 
E i 

i ~I_' 
e c b t 

088mo.:~L 1 • .12.29 

VCBO ............ max 

VCEO (1 C = 30 mA) .. max 

VCER (RBE = 1 kW .. max 

VEBO· . . . . . mJX 

IC ............ . 

ICM········ . 
Ptot (T mb <; 62 OC) 

BD 226 BD 228 

45 60 

45 60 

45 60 

5 5 

_ ... max 

...... max 

..... max 

BD 230 

100 V 

80 V 

100 V 

5 V 

1,5 A 

3 A 

12,5 W 

Tstg ......... . -55à+125 oC 

Tj .......... . ...... max 150 oC 

RESISTANCES THERMIQUES 

Rthj-a ...... . .................. 100 

Rth j-mb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Rth mb h (avec rondelle mica). . . . . . . . . . . . . . 6 

Rth mb h (ilVE'C rondelle mica et graisse) ..... 3 

Rth mb h (sar1S rUlleJ"lle mica) ............. . 

°C!W 
°C;W 

°C;W 

°C;W 

°C;W 
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Caractéristiques (Tj = 25 0 C) (sauf spécifications contrairl~s) 

ICBa (VCB = 30 V; lE = 0) ."""", ... "",.""""""""., ....... , .. 

ICBa (VCB = 30 V; lE = 0: Tj = 125 oC) ... ,., .... , .. " ...... , .. , ... " ... ",. 

IEBa (VEB = 5 V; IC = 0) .. , .............. , .... , . , . , .. , , ................. . 

VBE (VCE = 2 V ; IC = 1 A) (1) ..... , .... , , , , , . . . . . . . . . . .. , . , .. 

VCE sat (lC = 1 A: lB = 0,1 A) ......... . 

hFE (VCE = 2 V; IC = 5 mA), , , , .. , .. , .. 

hFE(VCE=2V:IC=150mA) '" 

hFE (VCE = 2 V: IC = 1 A) ...... . 

fT(VCE = 5 V: IC= 50 mA: f= 35 MHz) 
Rapport d'appariement pour une paire complémentaire: 

min 

min 

max 
min 

BD 226 

25 

40 
250 

25 

max 

max 

max 

max 

max 

BD 228 

25 

40 
160 

25 

typ 

100 nA 

10 :J A 

10 / A 
1,3 'j 

0,8 Il 

BD 230 

25 

40 
160 

25 

125 MHz 

BD 226/BD 227 : BD 228/BD 229 ; BD 230/BD 231 
hFE 1 /hFE2 OVCE 1 = 2 V : Ilc 1 = 150 mA]. . , , ...... , ......... , . , ....... , .. , , , , . , ... , , , , { ~~x .. 3 

16 

(1) Lorsque la température augmente VB E diminue d'environ 2,3 mV joC. 

Courbes caractéristiques 

10 

IC 

lA) 

c----=::-+--+- . t--
--~:::-I;;r~±tf 

t=1--~ -~r:-~ i,; 1 

f-:--- - o~O,Ol' ,',t 
lCMmax i 1 P 

-,,-4-111-
1 

i~ ~ \''\ "" ~ \. 
ICmax 1 

Pt~t'max~ ;~ \, 
i 
1 

,\\" 

i -''''''0 ~\\ \ , ___ 0., ~\\\ 
1 \~,~ \ 

--

1 
1 ~)~ 

1 
.\ 

'19,,~ 

1 1 

1 

1 

~ ~~ 
1 

1 

, ,~ 
-t-. 

l 1 

-1-- r-T 
1 li 1 

1 
, 

Il 1 

l- ~ 00 
N 

1 ~ '" Cl 
co 

10 VCE (V) 

Aire de fonctionnement (transistor polarisé 
en sens direct). 
Zone 1 : région de fonctionnement en 

continu, 
Zone Il : extension permise pour un fonc­

tionnement en impulsions répétitives. 

10 11 
'1 

20 

Il 
1 

,- 50 

Il 
. l'O~ 

11 11 
'200 i 500 

-- - lm 

+ 2 ~ .LS 
10 
d.c. 

1 il 

s 

10 

IC 

(A) 

10- 2 

BD230 

T m b:5 62 Oc 
, 

(, ~o,ol -
ICMmax 1 

II ~ ~\" \~ "l',' 
ICmax 

/~ ~\ \ 1\ 
1 

Ptot ma x \ 

'\\\ \ \' 

1--- 1 - r-- ",\\\\\\ , 
"o,~\'\:l\ \ -0 

l''\~~\I\ 
r ~<>~~l\ 

2:=Fn -r' - -J.-H = IC 

1 :9,,~~~ 
1 ~ ~ 

- t 

- (mA) -1 1 

- --
- 1 

1 

r--
r-- i--_. 

f 
I- I 

t-- --
L r--

60 80 100 
VCE (V) 

10 VCE (V) 

Aire de fonctionnement (transistor polarisé 
en sens direct). 
Zone 1 région de fonctionnement en 

continu. 
Zone Il : extension permise pour un fonc· 

tionnement en impulsions répétitives. 
Zone III : le fonctionnement dans cette 

région est autorisé en impulsions à 
condition que RBE":; 1 ku. 

, 

: 
1 

1 
1 

1 

1 

, 
1 

20 

50 

1 00 

200 
500 
1 ms 
2 
5 
10 
d,co 



10' 

ZthJ-mb 

(OC/W) 

10 ,1 

~ 
'.13-

~-
0.1 

f:.-
0.05 
0.02 
0.01 

Facteur multiplicateur (second claquage) 
pour IC max. 

MSB Il 

10' 

6=0.01 

r-::::-... K V~02 0.05 

10 

r--: R ~2t 
0.1 

0.2 

0:33 -... """,r" 
o.~ ~ 
0.75 ~ L:::-

11 

Facteur multiplicateur (sec0nd claquage) 
pour VCEO = 80 V. 

MS B IV 

10' 

6=0.01 

-...::: ~ v2:g~ 

10 
--r...:: r--l ~ 

0.2 

0.33 ~ ~ 

i"'-
0.5 - t--.. ~ 
0.75 

-3 
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JUL 
t~-l 6=~ T 

10 10' t p (ms) 103 

JUL 
·1~I;j 6=~ 

T 

Il 

~ 
t p Ims) 10 

JUL ·Itpl- 1 --T- 6=~ 
T 

~ ~ 

t p (ms, 10 
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Courbes caractéristiques (suite) 
1.5 

le 
(AI 

0.5 

o 
600 

6 

VCEsat 

(V) 

4 

1.2 

VBEsat 

(VI 

0.8 

0.6 
o 

VcE" 2V 
Tj =2S0 C 

typ--' 

800 VBE (mVI 1000 

III 111111 1 

Valeurs typiques 
Tj = 25 oC 

le = 250mA 
500 
750 

1000 

20 lB [mAI 40 

Valeurs typiques 
Tj = 25 oC 

I e =1000mA 

750 

500 

2~0 

100 le [mAI 200 

le 
[mAI 

10 

150 

100 

50 

-_._-

-- --
---

-
f--------

l' 

t---- .-r--

,-

typ ----
f--f--

VeE =2 V 
TJ =25°: 

max lB 

10 

VCE = 2 V 
TJ = 25°C 

, 

....... 

" 

" " " " 

o 
10 lc (mA) 

~====~=+==~=++~~====~===t=+=+=t++:~===-=-- +--- f=35MHz 
I---+---t----t---t--H--hr-t-------t---t---+-+--t--H-H----+---- Ve E = 5 '1 
1---+---t----t---t--H-t-1r-t---·--+---j----t---t--+--t-t-t+------ t---- T J = 2 5 a C 

I---~~-+--+--r+,,-t-----t---+---t---t--t--~~~~typ ....... 
I--~r__+~~-+~-H---_+--t-_+-+.~~~-----~---~----~I'.+~f-~~ 

-----1-' 

-- --, -+- - f------- --= -~-l!-+-+ 
...... --- --j--- ~ -- - +- + 

I---_---±.-F--+--I--+-++++---__ I-_--=-t+-+----+-+n-+: H- 1- =:+=~i___t-_:f 
0 1 10 10' le [mAI 10 3 

-·Si--
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transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

télévision - amplificateurs HI-FI 

Transistors PNP au silicium planar épitaxial, en boîtier 
plastique TO-126 principalement destinés aux circuits de 
télévision et amplificateurs audiofréquences, Ils sont complé­
mentaires des transistors NPN : BD 226, BD 228 et BD 230, 

Caractéristiques principales 

-VCBO ", .................................................... . max 

- VCEO ........................................................ max 

-VCER(RBE=lkn) .............................................. max 

-ICM .......................................................... max 

Ptot (T mb <: 62 OC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

Tj ............ , ................................................ max 

hFE (- VCE = 2 V ; IC = 150 mA) ................................ , \ min 
1 max 

hFE (- VCE = 2 V; - IC = 1 A) ...................................... min 

fTI-VCE=5V;-lc=50mA;f=35MHz) .......................... typ 

BD 227 BD 229 

45 60 

45 60 

45 60 

3 3 

12,5 12,5 

150 150 

40 40 
250 160 

25 25 

50 50 

BD 227 
BD 229 
BD 231 

BD 231 

100 

80 

100 

3 

12,5 

150 

40 
160 
25 

50 

V 

V 

V 

A 

W 
oC 

MHz 

Brochage 
Boîtier plastique JEDEC TO-126. 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

Collecteur relié à la partie métallique de la surface de 
montage. 

Couple de serrage: min 5 cm.kg ; max 6 cm.kg. 

Accessoires: 56333 pour montage isolé; 56326 pour 
montage non isolé. 

I~I l'· 0.5 - ___ H...---

BD 227 BD 229 BD 231 

-VCBO ............ max 45 

- VCEO (-IC = 30 mA)max 45 

-VCER(RBE=l kU) .. max 45 

-VEBO ............ max 5 

-IC ........................ , max 

-ICM ....................... , max 

Ptot (T mb <: 62 OC) .............. max 

Tstg ........................ . 

Tj ........................... max 

RESISTANCES THERMIQUES 

60 100 V 

60 80 V 

60 100 V 

5 5 V 

1,5 A 

3 A 

12,5W 

- 55 à + 125 oC 

150 oC 

Rth j-a ................................. 100 °C/W 

Rth j-mb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 °C/I!V 

Rth mb-h (avec rondelle mica) . . . . . . . . . . . . . . 6 °C/W 

Rth mb-h (avec rondelle mica et graisse) . . . . . . 3 °C/W 

Rth mb-h (sans rondelle mica) ........ : . . . . . °C/W 

35 
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Caractéristiques (Tj 
(sauf spécifications contraires) 

-ICBO (-VCB= 30V; lE = 0) ...................................................... . max 100 nA 

-ICBO(-VCB=30V;IE=0;Tj= 125°C) ........................................... . max 10 :'A 
- IEBO (- VEB = 5 V ; IC = 0) ....................................................... . max 10 l,A 

-VBE(-VCE=2V;-IC=lA)(1) ................................................. . max 1,3 \1 

-VCEsat(-IC= 1 A;-IB=O,l A) ................................................. . max 0,8 \1 

BD 227 BD 229 BD 231 

hFE(-VCE=2V;-IC=5mA) .......................................... min 25 

hFE(~VCE=2V;-lc=150mA) ....................................... \min 40 
/ max 250 

hFE (- VCE = 2 V ; - IC = 1 A) ..... , .................................... . min 25 

25 25 

40 40 
160 160 
25 25 

fT (- VCE = 5 V ; - IC = 50 mA ; f = 35 MHz) .......................................... typ 50 MHz 
Rapport d'appariement pour une paire complémentaire: 

BD 226/BD 227; BD 228/BD 229; BD 230/BD 231 
hFE1/hFE2 [lvcEI =2V;llcl=150mAJ ...................................... ~ typ 

/ max 
1,3 
1,6 

(1) Lorsque la température augmente - VBE diminue d'environ 2,3 mVj°c. 

Courbes caractéristiques 

1 1 =t=' r- 1 .1 ----L-I-----f- + - -- -- 1 -r--t-I, C+l-+-+-, +-! H, 

t-I--~i-r~ll-+L" t f--:--t 
Il! il 

t----+-~~_+_+_~~---~~~-r'v-~t~ 

1 1 Iii i 1 ~ ~ i li 10-2 L-__ ~ __ -L-L-L~LLLL ____ ~~ __ ~-L~~ 

1 10 -VCE (V) 

Aire de fonctionnement (transistor polarisé 
en sens direct). 
Zone 1 : région de fonctionnement en 

continu. 
Zone Il : extension permise pour un fonc­

tionnement en impulsions, 

10 

-IC 

(A) 

10- 2 

-+--+ '+-i B0231 
1 

1 ~ 04-Tmb s: 62 C , 

i o ~o,o; 1 1 l, : 
-ICMmax i : 1 1 

I? ir--::~ ~\'\~ ~~ 
-ICmax 1 ' , 

~~\\,\ ! !\ i 
1 i 1 

1 
1 ! 

\ 1 j 
Ptot max 

-1 
\:-0,\\' \ 
"' \\\\ \\ '\ \ -

1 "0o,~,\~\! \ 
!-:>\~I\ 

2 -L%o~ = -IC 

~ (mA)_l 
~ 

-k 

'" --t----+- I:i-r-
I ,'. 1 r-

I 1 -- -l =r 1 

1 1 1 
--1-HII '1 i 

r-
i i __ ~ _L_J -HI f--

60 80 100 , 
-VCE (V) 

, 
1 

1 

1 

10 -VCE (V) 

Aire de fonctionnement (transistor polarisé 
en sens direct). 
Zone 1 région de fonctionnement en 

continu, 
Zone Il : extension permise pour un fonc, 

tionnement en impulsions, 
Zone III le fonctionnement dans cette 

ré9ion est autorisé à condition que 
RBE~_lkO, 

1 

, 
1 

1 1 

20 

50 

100 

200 
500 
Ims 
2 
5 
10 
d.c. 



Courbes caractéristiques (suite) 

ZthJ-mb 

(OC/Wl 

10 6=1 

0.75 ~ 0.5 
0.33 

23-~ 

0.1 

;;...--- 0.05 
0.02 
0.01 

1 

2 

Facteur multiplicateur (second claquage) 
pour - IC ma~ 1 

MSB (I) 

6=0.01 

r-:::: ~ V O.02 r-.. 0.05 

r--r--:: ~~ ~ la 

0.2 

0.33 - ....... 

0.5 --- ~ 
0.75 -Il 

Facteur multiplicateur (second claquage), 
pour - VCEO = 80 V. .l 

M SB (VI 

la' 
t-

-
... 

f--. . - .-

t---

~!:gg; 
--- - - - _. 

~ 
t--- -- . -

~ t::>< 0.05 _. _. 

f::: 
0.1 

~ 
... 

- _ .. 
r-' r-.. .- --

la 

10 

.-

1---
.- .. 

-
---

0.2 '-f---t-.. 1 ~- 'S 
---_. -

0.33 

0.5[ -::r-. ~ 
~ 0.75 = -'E;i: 

Il F 1 
la 3 
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SLfL 
~f--J t p 

T 6= T 

102 t p (msl 103 

SLfL 
-Itpl- 1 t p --T-- Ô=T 

~ 

t p (msl 10 

SLfL 
-It p l- 1 t p --T-- Ô=T 

... __ . 

~-r-

. 

--
-. 

- -1-- - -

----

t p Imsl la 
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Courbes caractéristiques (suite) 

1.5 

-lc 
(Al 

0.5 

a 
600 

6 

-VCEsot 

(VI 

1.2 

-VBESQt 

IVI 

0.8 

0.6 
a 

-VCE = 2V 
TJ =25°C 

typ~ 

800 -VBE (mVI 1000 

Valeurs typiques 
Tj = 25 oC. 

-lc=250mA 
500 
750 

1000 

20 -lB (mAl 40 

Valeurs typiques 
Tj =25 oC. 

-I e =1000mA 

7~ 

-500 

250 

100 -lB (mAl 200 

-lC 
(mAl 

10' 

10 

150 

100 

50 

a 
10 

150 

fT 
MHzl 

100 

50 

a 
1 

-

--
·.Fa--

V 

typ 

-

..... 
.....-.,.. -

10 
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-VCE =2V 
Tj = 25°C 

max lB 

10 102 -1 8 (mAl 10' 

-VeE = 2V 
Tj=25°C 

L .... 

'" " " 
1" 

" 
10' -le (mAl 

f=35MHz 
-V CE = 5 V 
Tj=25°C 

--t;.. t ..... 

-lC (mAl 10 



transistor de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN BD 232 

Le BD 232 est un transistor de puissance à triple diffusion, NPN, en boîtier plastique SOT -32, principalement des­
tiné aux récepteurs de télévision. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

VCESM (VBE == 0) ............................................................................................. . 

VCEO ............................................................................................................... . 

IC ..................................................................................................................... . 

ICM (avec tp < 1 ms) ......................................................................................... . 

P tot (T mb <62 OC) ........................................................................................... . 

Tj ..................................................................................................................... . 

hFE (VCE == 5 V ; IC == 150 mA) ..................................................................... . 

fT (VCE == 10 V ; IC == 50 mA ; f == 5 MHz) ..................................................... . 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier plastique TO-126 

- Collecteur relié au boîtier 

- Accessoi res : 56333 montage i sol é 
56326 montage non i sol é 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

'-:rc-:n:-"""":J"T"' l ~ 
-~N 

:~ 

VCESM (V BE == 0) ......................................................................................................... . 

VCERM ....................................................................................................................... . 

VCEO ........................................................................................................................... . 

VEBO ........................................................................................................................... . 

IC .................................................................................................................................. . 

ICM (avec tp < l ms) ..................................................................................................... . 

lB .................................................................................................................................. . 

P tot (Tmb < 57,5 oC) .................................................................................................... . 

T stg ............................................................................................................................. . 

Tj .................................................................................................................................. . 

max 500 V 

max 300 V 

max 0,25 A 

max A 

max 15 W 

max 125 oC 

min 20 

typ 20 MHz 

max 500 V 

max 500 V 

max 300 V 

max 5 V 

max 0,25 A 

max 1 A 

max 0,25 A 

max 15 W 

- 65 à + 125 oC 

max 125 oC 
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RESISTANCES THERMIQUES 
-.F'+ BD 232 - Page 214 

::~ Ï_: b .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rth mb-h (accessoi re 56333 pour montage isolé) ............................................................................ .. 
Rth mb-h (accessoi re 56333 et grai sse) .......................................................................................... .. 
Rth mb-h (accessoire 56326 pour montage non isolé) ...................................................................... .. 

4,5 °c:/W 
100 °c:/W 

6 °C/W 
3 °c:/W 
1 °c:/W 

CARACTERISTIQUES (Tj = 25 OC) sauf spécifications contraires 

ICES (VCE = 500 V ; V BE = 0) ............................................................................................ max 0, 1 mA 

'CES (VCE = 500 V ; V BE = 0; Tj = 125 OC) .................................................................... max mA 

hFE (VCE = 5 V ; IC = 50 mA) ...................................... _..................................................... 25 à 150 

hFE (VCE = 5 V ; 'C = 150 mA) .......................................................................................... min 20 

VBE(VCE=5V;IC=15OmA) .......................................................................................... max V 

VCEsat(lC=15OmA;'B=15mA) .................................................................................... max 1 V 

VCEOsust(lC=100mA;'B=0;L=25mH) .................................................................. min 300 V 

fT (VCE =10V;I C =5OmA;f=5MHz) .......................................................................... typ 20 MHz 

Circuit de mesure du YCEO sust 

COURBES CARACTERISTIQUES 

10 

le 
(A) 

10- 1 

10- 2 

10- 3 
10 

"" 

1 

5=0.01 

"' "' "' " ""-" '\. 
\,,"-

\~\I~ 
o?o-

'* "'", .\\ 
<::-., \.' ~\. q, 

~ ~ 

t p = 

5 liS 

10 

20 

5b 
1 

100 

1 1 
200 

500 

~ "1s 

5 1 

d.c. 

III IV 

I~ 1 

(1) Indépendant de la température 

T mb';;; 57.5 °e 

250 r-----_~ 
200 
Ic 

(mA) 

100 

QL..-_______ .,q._ 

VCEO (V) 300V 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admise pour le fonctionnement en cClnti­
nu. 

Il Extension permise en impulsions. 

III Aire de fonctionnement permise en impulsions 
répétitives pendant le temps d'établissement 
dans les converti sseurs si : 

RBE " 1 kQ 

tp " 0,3 I-l s 

IV Utilisation possible en impulsions avec: 
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Facteur multiplicateur du courant de second claquage à V CEO max 

) 1 

1 

0=0 

~ 0,01 
kO,02 

/' 1'.. ...... 
~ 

1--- O,O~ ~ 
1 

1--- 0,10 

10 
"fr-. 

=-- 0,20 

1- c--0,33 

1 
10- 3 

0,50 

0,75 

11 
1 

~1'1 

~ 

.'-

"" r--.. ~ 
r-I- f::~ 

" 

Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à le max 

0=0 
0,01 
0,02 

10 
~ 

0,05 

0,10 

0,20 

0,33 

0,50 

0,75 

1 
10- 3 

~ 

..... 

1 1 

l' 

t- ~ 

.:' ~ 
r--. t::: j:::~~ r--

1 

r- SLfL 
-Itpl- 1 

tp 
ù=-

--T- T 
10 

t= r=b 1 

F 0,75 

~ 0,50 

~ P" 0,33 
1-

Ë= 0,20 

~ 0,10 

-::::;.:: 1i),05 

~ 

l~ ~O~ 0,01 

~ a 

la 

la 

la 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

6 

VCEsat 
(V) 

4 

2 

H 

1 

0 
;.... 

o 
o 

lC 

(mA) 

10 

1 

° 

1 

f-
0 \~I-o _ 

ï,vl ,V' 

"-
1\. 

i 

0,5 

Réf" 4538- 11/77 

75 

~Valeurs typo 

T i =250C 

...- typ ..-50 

1--- ------ -:.7 

1----
t-

~ 

0 
25 

" 0 
\1' 4 '7 , 

N 
N 

100 lB (mA) 200 

-
VCE SV r-

r-
Ti =25 Oc r-" 

1 

tYf 

VBE (V) 1,5 

o 

40 

fT 
(MHz) 

30 

20 

10 

o 

V 
1/ 

V 
V 

/"" 
~ 

-·Si--

10 

..... typ r-. 

10 
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l 

VCE=5V 
Ti =25 Oc 

::...... 
"' '\ 

1 \ 

\ 

\. 

lC (mA) 

1 

Ti ~25 Oc 
VCE = lOV 

1'\ 
~ 

'\ 

'\ 

IC (mA) 



transistors de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BD 233 
BD 235 
BD 237 

télévision - amplification audio-fréquence 

Transistors NPN à base épitaxiale, en boîtier plastique 
TO-126, particulièrement destinés aux circuits de télévision 
et d'amplification audiofréquence soumis à de fortes impul­
sions de puissance, Ces transistors sont complémentaires 
des BD 234, 236, 238, 

Caractéristiques principales 
BD 233 BD 235 BD 237 

VCBO ............................................................ max 45 

VCEO ............................................................ max 45 

VCER(RBE=lKO) ................................................. max 45 

ICM ...................................................................... , max 

Ptot (T mb < 25 oC) ........................................................... . max 

Tj ...................................................................... , .. max 

hFE (VCE = 2 V ; IC = 1 A) ..................................................... . min 

60 

60 

60 

100 

80 

100 

6 

25 

150 

25 

A 

W 
oC 

v 
V 

V 

fT (VCE = 10V;lc=250mA;f= 1 MHz) ....................................... ,. min 3 MHz 

Brochage 

Boîtier JEDEC TO-126. 

Collecteur relié à la partie métallique de la surface de 
montage. 

Couple de serrage: min. 5 cm.kg ; max. 6 cm.kg. 

Accessoires: 56333 pour montage isolé; 56326 pour 
montage non isolé. 

2.8""" 
ri 

i Q~ 1.2 
-

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

1 BD 233 BD 235 BD 237 

VCBO···· ........ max 45 60 100 

VCEO ............ max 40 60 80 
VEBO ............ max 5 5 5 
VCER(RBE= 1 KU). max 1 45 60 100 

'IC···· ... ···········,······ . max 2 
ICM··· ..................... . max 6 
Ptot (T mb < 25 oC) ............ . max 25 
Tj ......................... . max 150 
Tstg ....................... . - 55 à + 150 

RESISTANCES THERMIQUES 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 
oC 
oC 

N 

i 1 

Rth j-a ................................. 100 °C/IN 
c 
E 

1 1 

M 

\!:! 
e c b 

~-

i .4.58. i -~~ Q88",a,U 2.29 ----
Rth j-mb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 °C/IN 

Rth mb-h (avec 56333 pour montage isolé). . . . 6 °C/IN 

Rth mb-h (avec 56333 et graisse au silicone!. . . 3 °C/IN 

Rth mb-h (avec 56326 pour montage non isolé) °C/IN 

43 



Caractéristiques (Tj 

.-Fa+ BD 233/235/237 - Page :2/4 

sauf spécifications contraires 

ICBO (VCB = VCBOmax, lE = 0) ....................................................... max 

'CBO (VCB = VCBOmax, 1 E = 0; Tj = 150 OC) ............................................ max 

IEBO(VEB=5V;IC=0) ............................................................ max 

VEB (VCE = 2 V; IC = 1 A) ........................................................... max 

VCEsat(IC=lA;IB=O,lA) ....................................................... max 

100 [.L A 

3 mA 

mA 

1.3 V 

0,6 V 

BD 233 BD 237 
BD 235 

hFE (VCE = 2 V; IC = 150 mA) .................................................. . 

hFE (VCE = 2 V; IC = 1 A) ...................................................... . 

fT (VCE = 10V; IC= 250 mA; f= 1 MHz) ......................................... . 
temps de commutation 
ton (1 C = 1 A; 1 B 1 = - 1 B2 = 0,1 A) 

toff(IC= fA; IB1 = -IB2 = 0,1 A) 

Montage de mesure 

,-------6.4" 

40 à 250 40 à 1 60 

min 25 25 

min 3 MHz 

typ 

typ 

0.3 

1.1 

IB1 

lB 
90% Circuit de mesure 

- +20,3V 

+16~-n 

-1 V =-:f--t:-

t 
Ol---'f-=..:.-=------+t-~".......-

le 

t o f-+--'-+----+---'-=~f"--

Courbes caractéristiques 
AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu. 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

10 = en impulsions répétitives 
ILMmax-T 

le 
(A) 

le max 

'" '\. '\. 
'\. ,,'\.. 

Il f' ~~ 

~ 
Ptot max (d.C.)~ 

1 

T mb"25 Oc 

1 1 Il 

'\. 

~ 

~ 

~ 

() = 0,01} 
tp 

'\. o.a 
f' t'\ 
i", ['\. 0.0 

"" 
f', f' 0.1 

~ ~ 
O} 

.'\. ~~~ 0.5 , l\ 
~~i". ij f\R 

20 

'" <f) r-

'" '" '" N N N 
Cl Cl 

Impulsions d'entrée: tr= tf = 15 ns 

t p = 10:" s 

T = 500 l"S 

2ms 

5 



Facteur multiplicateur du ::"ccond claquage à le max. 

MSB(I) 

10 

~f'0l 0,05 
0,10 
~ 

:::;-'-- ......... 
~20 ~ :::". 
-0,33 -...;;; -~I-. - t:::---0,50 

~ ::::::::: "-0,75 

1 
10- 1 

MSB(V) 

10 

) w-

MSB(V) 

10 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEomax. 

0,20-1-0 10 
0,33 

6 = 0,01 
1-....' -.. 

0;;,;::: -....... ~ 0,50 :--.... 
~ -- -- -10;;: .... 

0,75 - -

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmax. 

0,20 
0,1~ 6 = 0,01 

....... 
r....... r--, 

1-- 0,33 

"" ~ r....... -1--0 ,50 -r- ---.::::: E::::: -- 1=::::::,... 
0,75 -

•. Fi __ BD 233/235/237 - Page 3/4 

10 tp (ms) 

B0233 

10 

B0235 

10 t p (ms) 

45 



BD 233/235/237 - Page <'1-/4 

Courbes caractéristiques (suite) 

Ic 
(A) 

1,5 

0,5 

o 

4 

VCEsat 
(V) 

a 

t-
t-

o 

a 

VCE =2V 
T j = 25 oc 

0,5 

J 

103 

Zth j-mb 

(OC/W) 

la 

1 

typ 

1 
Il 

~6 1 
F= 0,75 
~ 0,50 
1--- 0,33 
j...- 0,20 

1-:= a la 

~ 

1 VSE (V) 1,5 

.LLU 
Valeurs typiques 1-

VCE = 2 V 1-
Tj = 25 oC. t-

--
-. 0,05 

0,02 

8:f1 

SUL 
t7J tp 

6=-
T 

~ l!1!l 

~ii 

la 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmax. B02,7 

MSB(V) 

10 

'v' 
~ 

t:-" 
~,20 

1... 0,33 

f-O,50 

0,75 

1 
10-1 

200 

150 

6 0,01 
./ 0,05 
~O,lO 

:". 
~ 
r- ==--

-1-- .. ..... 
-.::::: !';;;: 

10 tp (ms) 

.IIITI_-c-L 
Valeurs typiques 

V CE =2V 
T J = 25 oC 

IC =O,5A 
lA 
2A 
3A 

1" 
1'--

1" 

100 

100 
-

~ t-.. 
f-

--- ..... l' 

k.....-: 
50 

200 300 a 
lB (mA) 

10 
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f-

.- t- -

......... 

'" 

le; (mA) 



transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BD 234 
BD 236 
BD 238 

télévision - amplification audio-fréquence 

Transistors PN P à base épitaxiale, en boîtier plastique 
TO-126, particulièrement destinés aux circuits de télévision 
et d'amplification audiofréquence soumis à de fortes impul­
sions de puissance. Ces transistors sont complémentaires 
des BD 233, 235, 237. 

Caractéristiques principales 
BD 234 BD 236 BD 2381 

- VCBO .......................................................... max 45 

45 

45 

60 

60 

60 

100 

80 

100 

v 
V 

V 

- VCEO .......................................................... max 

- VCER I,RBE= 1 KU) ............................................... max 

-ICM······ . max 6 A 

Ptot (Tmb ,; 250C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 25 W 

Tj ........ .................................................. max 150 oC 

hFE(-VCE=2V; - IC= 1 A)........................ . .......... min 25 

fT1-VCE=10V -IC=250mA;f=lMHz) .......... ". min 3 MHz 

Brochage 
Boîtier JEDEC TO-126. 
Collecteur relié à la partie métallique de la surface de 

montage. 

Couple de serrage: min 5 cm.kg ; max 6 cm.kg. 

Accessoires: 56333 pour montage isolé; 56326 pour 
montage non isolé. 

2.8 m'" 
il 

~ _J~ 1.2 -
N 

1 

c 
E 

1 1 

,.., 
~ 

e c b 

I-~ 110.5 088mo, U 2.29 --___.H.._- -----

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

BD 234 BD 236 BD 238 

- VCBO' .......... max 45 

- VCEO ........... max 45 

- VEBO' ....... ... max 5 

- VCER (RBE = 1 KI!) max 45 

- IC ........................ max 

-ICM ....................... max 

P tot (T mb <- 25 OC) ............. max 

Tj .......................... max 

~~ ....................... . 

RESISTANCES THERMIQUES 

60 100 V 

60 80 V 

5 5 V 

60 100 V 

2 A 

6 A 

25 W 
150 oc 

- 55 à + 150 oc 

Rth j-a ................................. 100 °C;VV 

Rth j-mb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 °C;VV 

Rth mb-h (avec 56333 pour montage isolé). . . . 6 °C;VV 

Rth mb-h (avec 56333 et graisse au silicone) .. 3 °C;VV 

Rth mb-h (avec 56326 pour montage non isolé) °C;VV 
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Caractéristiques (T· = 25 0 C) 
sauf spécifications contraires J 

BD 234/236/238 - Page :2/4 

- ICBO (- VCB = - VCBOmax, 1 E = 0) ......................................... . max 

- ICBO (- VCB = - VCBOmax, lE = 0, Tj = 150 oC) ......................... . max 

-IEBO (- VEB = 5 V; IC = 0) .............................................. . max 

VBE (- VCE = 2 V ; -IC = 1 A) .................................................. . max 

- VCE sat (- IC = 1 A; - lB = 0,1 A) ..... , , ............. , ........................... . max 

BD 234 
BD 236 

hFE{-VCE=2V;-IC= 150mA) .............................................. . 40 à 250 
hFE (- VCE = 2 V ; - IC = 1 A) ........... , ...................................... ,. min 25 

fT(-VCE= 10V;-lc=250mA;f= lIV1Hz) ........................................ min 

Temps de commutation 
ton{-IC=l A;-IBl =-IB2=0,1 A) ....... " ................................... typ 

toff{-IC=l A;-IB1=-IB2=0,lAI .......... , ..... , ........................... typ 

Montage de mesure 

100 :l A 
3 mA 

mA 

1,3 V 

0,6 V 

BD 238 

40 à "60 
25 

3 MHz 

0,3 fIS 

0,7 fI s 

.-------+6.4V 90% Circuit de mesure 

+1~=l--f-­

-16V-U 

-lB 
t 

- -20,3V 0 HF=------H:-~--

-le 
t o I--I---'-+-~---+-":"::"";=f'---

Courbes caractéristiques 

10 

-IC 
(A) 

:::: . en impulsions répétitives 
-ICMmax-li 

'\. " " '\. 
1" r"-""-

Il ~~" ~ 
-le max ~ 0-

Ptot max (d.C.)~ ~ 
"\. 

1 

Tmb525 Oc 

,o=O,Olj 
tp 

" 0.0 
:'\. ~ 

'\ 1'\. 0,0 

"" 
1'\. 0,1 

~ \ 
O'r 

\. 
,\. ,\1\ d ~ '\ l\ . 

~l\ ij ~~ 
~ 20 

.... -0 00 

"" "" "" N N N 

Cl Cl Cl 
co co co 

Impulsions d'entrée: tr = tf = 15 ns 

t p = 1 Of! s 
T= 500p.s 

2ms 

5 

la -VCE (V) 102 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1 - Région de fonctionnement en continu. 
Il - Extension permise en impulsion. 



Facteur multiplicateur du second claquage à le max. 

MSB(I) 

~:,01 0,05 
0,10 

10 

~ 

~ ="""" -2,:2U ~ ~ 
r-O,33 -r-- ...... 1"-
-0,50 ~ t--

0,75 
r--:: 

1 
10- 1 

Facteur fT'ultiplicateur du second claquage à VCEOmax 

MSB(V) 

10 

0,20-:: r-O,lO <5 =0,01 
0,33 r-. " r- -1""- ~ ~ 0,50 

r- -1- -::::- -..::::-~ 
0,75 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEomax. 

MSB(V) 

10 

0,20 
0,1~ <5 = 0,01 

....... ....... l'~ 
1--0,33 -... ~ ...... 1"-
_0,50 r---...... l- r-::: ~ ~ 

0,75 1--

•. 98+ BD 234/236/238 - Page 3/4 

10 tp (ms) 

B0234 

10 tp (ms) 

B0236 

10 tp (ms) 
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Courbes caractéristiques (suite) BD 234/236/238 - Page 4/4 

-IC 
(A) 

1,5 

0,5 

o 

4 

-VCEsat 
(V) 

o 

t--VCE=2V 
t- T j =25 Oc 

r-f- . 

/ 

o 0,5 

\ 

Xî-l~ =?'T~ 
l'... lA 

o 100 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmax. 80238 

MSB(V) 

10 
{, 0,01 

'-./ 
/,0,05 

~ 
,/010 

h"-' ~ _0,20 -"'= fl=., 
0,33 --r--

-0,50 

0,75 

typ 

1 
1 

1 1.5 
-VBE (V) 

\ typo values 
\Tj=250C 

\ 

1\ 

1\ 
3A 

l' 
r-.... 

..... ~ 
~ 

--:::::::: 

Zth j-mb 

(oC/W) 

10 

f::& 
= 
~ 
i'= -
= 

=-

1 

0,75 
D,50 
0,33 
0,20 
010 

i..-"': ..:::; 
~ 

200 

150 

100 

10 tp (ms) 

f-:::::::;; 

(J,OS 
0,02 gr 

10 

1 

valeurs 
-T 

-

-...... 
'""- ....... 

..... 
" 2A 

50 

i'. 
r.... 

200 300 

° -lB (mA) 
10 

-·Fi--
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BD 262 
BD 262 A 
BD 262 B 

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 262, BD 262 A et BD 262 B sont des transistors DAR LI NGTON en 
boîtier TO -126. 

Avec leurs complémentaires les BD 263, BD 263 A et BD 263 B, ces transistors de construction monolithique sont principa­
lement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs et aux applications industrielles de commutation. 

Caractéristiques principales 

- VCEO 

- VCBO 
- ICM 
Ptot (T mb = 25 OC). 

T· 
J 

hFE (-IC = 0,5 A 

hFE (-IC = 1,5 A 

fT (-IC = 1,5 A 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

Boîtier TO - 126 

; - VCE = 3 V) 

; - VCE = 3 V) 

; - VCE = 3 V) 

Collecteur relié à la partie métallique de la surface 
du boîtier 

Accesso ires 
56333 pour montage isolé 

56326 pour montage non isolé 

Couple de serrage 
min 0,5 mN 
max 0,6 mN 

BD 262 

max 60 

max 60 

max 6 

max 36 

max 150 

typ 1000 

min 750 

typ 7 

s-.::-:n~:-'_ -1 ~ 
N 

BD 262A BD 262B 

80 100 V 

80 100 V 

6 6 A 

36 36 W 

150 150 Oc 

1000 1000 

750 750 

7 7 MHz 

• (;)-
1 

1 

1 

12 I~ 1 

1 

1 
1 

1 
1 

e c b '_ 

Ba mo; ... m o 

51 



Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues selon publication IEC 134) 

BD 262/BD 262A/BD 262B - Page 2/4 

Tensions 

- vCBO 

- vCEO 

- VEBO 

Courants 

max 

max 

max 

- IC ...................................... max 

- ICM ...................................... max 

- lB ...................................... max 

Puissance dissipée 
Ptot (T mb = 25 OC) .......................... max 

Températures 
Tstg ....................................... . 

Tj ........................................ max 

RESISTANCE THERMIQUE 

BD 262 

60 

60 

5 

4 

6 

100 

36 

150 

BD 262A BD 2628 

80 100 

80 100 

5 5 

4 4 

6 6 

100 100 

36 36 

- 55 à + 150 

150 150 

V 

V 

V 

A 

A 

mA 

W 

Rth j-mb ................................................................. 3,5 °C/W 

Caractéristiques 

à Tj = 25 oC sauf indication contraire 

- ICBO 

- ICBO 

- ICEO 

- ICEO 

- ICEO 

-IEBO 

hFE 

hFE 

hFE 

- VBE 

- VCE sat 

fT 

fhfe 

W(SC) 

(lE = 0 ; - VCB = - VCBO max) ........................... . 

(1 E = 0 ; - V CB = - V CBO max ; T mb = 150 OC) . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

(lB = 0 ; - VCE = 30 V ; BD 262) .................................. . 

(lB =0; - VCE =40 V ; BD 262A) ................................ . 

(lB =0; - VCE =50 V; BD 262B) ................................ . 

(lC = 0 ; - VEB = 5 V .......................................... . 

(- IC =0,5 A; - VCE =3 V) (1) .................................. . 

(- IC = 1,5 A ; - VCE = 3 V) (1) .................................. . 

(-le=4A;-VeE=3V) (1) ................................... . 

(- le = 1,5 A; - VeE =3 V) ..................................... . 

(- le = 1,5 A ; - lB = 3 mA) ..................................... . 

(- le = 1,5 A ; - VCE = 3 V) ..................................... . 

(- le = 1,5 A ; -- VeE = 3 V) ..................................... . 

(lB < 0) voir fig. 2 page 3 ........................................ . 

(1) Mesuré en impulsions avec t p < 300 f..IS et ù < 2 %. 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

typo 

min 

typo 

max 

max 

typo 

typo 

min 

0,2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

5 

1000 

750 

750 

2,5 

2,5 

7 

60 

30 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

MHz 

kHz 

mJ 

SCHEMA DU CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DU SECOND CLAQUAGE 

PNP 

R 1 . . . . . . . . . . .. typo 30 kS1 

R2 ............ typo 150 S1 

r----------------l 
1 12V 1 10:1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ________________ ~ 

+E 
l,5mH 

le 
vertical scope 

0.10 

~.~EE3r-------~~-----L~E~Bi~c~----~ 
horizont;f 

scope 



Courbes caractéristiques (suite) 

-le 
lA 1 

-leMI: d' 

-1e,TI" ~~ 
l' 

l," '" 

n" 
uHlllnu 

f------

: 
~-- --~ ~--

1 b < 2 

6 0 l 

~ll 
\\ 

~l\ 
, 
5 

1 

60262 
BD262A 
6D262B 

(JU 

500 

1 

l 
d.~ . 

- \ CI- lVI 10' 

AIRE DE' FONCTI()NNE:MENT 
1 ~ RéQlon admlSf' pOlit le fonctionnement 

2 _ E x tension lJermlS€ pour le fonctionnement 

en ImpulSIOns 

100 

Ptot max 
(%) 

75 

50 

25 

o 
o 

'\ 

50 

1\ 

I\. 

1\ 

'\ 
100 150 

T mb (OC) 
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--° 10- 5 

lU 
6 1 

0,7 

0,5 

0,2 

~ 0,05 

° 

V - [...-

r'"" ~ 
h~ 
/'A 
~ 

~ 

=Ht 1 

- 1- il: v 
ID' 

L 
1 

1 

JUL 
~J 6 ='r 

T 

t p (s) 10 

Facteur multiplicateur du second claquage à - V CE 100 V 

MSB(V) 
1 

r---!,:0Ol 

~ 
t:::::0,05 10 
~O,l 

-0,2 

1 

~,5 

1 
10- 5 

1 

::::' 
~ 
~ 

~ 
-....... ~ ~~ 

l'il f:::::=". 
t-

t p (s) 10- 2 

102r----------------------------------~----------._nrn 
Facteur multiplicateur du second claquage à le max 
~ ~, - -~=-T '--' - - ---=" +=1=,_,1", 
-- --r-r-t -- - t 

----Tl- ft 
---t--t -H--+++++-----H-

MSB(l) 
t--- -- -- 1---+---+----+-

1--- +----l-l-+-+ 

6 = 001 

10 1-------+~-r1()O~~Ial~~~~EEË~m~~I-~-flIËI r-------- 0,05 
!-----., 0,1 

~~~ 
-:::::;::: 

0,2 

°1 
10- 5 10- 4 10-3 t p (s) 10- 2 
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Courbes caractéristiques (suite) BD 262/BO 26:zA/BO 262B - Page 4/4 

-- . 

-

_. -
-

-

-

--

10 

6 

-IC 

(A) 

o 

10 

" 

vCE 3V 
Tj = 25 oc 

, 
typ 

-r-

I 

o -VBE (V) 

typ 

\ 
\ 

··Fa--

3 

- V CEsat 

(V) 

o 

IC·I,SA 
-VCE 3V 
T j =2S 0 C 

100 r (kHz) ]06 

o 
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BD 263 
BD 263 A 
BD 263 B 

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 263, BD 263 A et BD 263 B sont des transistors DARLINGTON en 
boîtier TO - 126_ 

Avec leurs complémentaires les BD 262, BD 262 A et BD 262 B, ces transistors de construction monolithique sont principa­
lement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs et aux applications industrielles de commutation_ 

Caractéristiques principales 

VCEO 

VCBO 

ICM 
Ptot (T mb = 25 OC) _ 

T· 
J 

hFE (IC=0,5A 

hFE (IC = 1,5 A 

fT (IC = 1,5 A 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

Boîtier TO -126 

.. 
; VCE =3 V) 

; VCE =3 V) 

; VCE = 3 V) 

Collecteur relié à la partie métallique de la surface 
du boîtier. 

Accessoires: 
56333 pour montage isolé 
56 326 pour montage non isolé 

Couple de serragt:! : 
min 0,5 mN 
max 0,6 mN 

BD 263 

max 60 

max 80 

max 6 

max 36 

max 150 

typ 1000 

min 750 

typ 7 

L[n-)--rT--rT...J -Ct ~ 
- '" 

BD 263 A 

80 

100 

6 

36 

150 

1000 

750 

7 

1.2 

,10.5 .w .. 

BD 263 B 
1 

100 V 

120 V 

6 A 

36 W 

150 Oc 

1000 

750 

7 MHz 

LO+ • 
f'!\ - ~1. 1 

V 0 1 

1 ~i 

~I 
+ [ 1 

c 
E 
(') 

~I 

e c b 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues selon publication 1 EC 134) 

Tensions 
VCEO ...................................... max 

VCBO ...................................... max 

VEBO ...................................... max 

Courants 

........................................ max 

'CM·················· ..................... . max 

'B ....................................... . max 

Puissance dissipée 

Ptot (Tamb = 25 OC) .......................... . max 

Températures 

BD 263 

60 

80 

5 

4 

6 

100 

36 

BD 263 A 

80 

100 

5 

4 

6 

100 

36 

BD 263 B 

100 

120 

5 

4 

6 

100 

36 

V 

V 

V 

A 

A 

mA 

IN 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 55 à + 150 Oc 

Tj ........................................ max 150 150 150 Oc 

RESISTANCE THERMIQUE 
Rth j-mb .................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5 °C/W 

Caractéristiques 

à Tj = 25 oc sauf indications contraires 

'CBO ('E =0) (1) ............................................. _ .. . 

'CBO (' E = 0 ; T mb = 150 OC) (1) ........ _ ............................ . 

'CEO (lB =0; VCE =30 V : BD 263) .................................. . 

'CEO (lB = 0 ; VCE = 40 V : BD 263 A) ... _ ............................ . 

ICEO (lB =0; VCE =50 V; BD 263 B) ................................ . 

IEBO (IC = 0 ; VEB = 5 V) .......................................... . 

hFE (lc =0,5 A; VCE =3 V) (2) .................................... . 

hFE (IC = 1,5 A; VCE =3 V) (2) .................................... . 

hFE (lc =4 A; VCE =3 V) (2) ..................................... . 

VBE (lc = 1,5 A ; VCE = 3 V) ...................................... . 

VCEsat 

fT 

fhfe 

W(SC) 

(lc=1,5A;/B=3mA) ....................................... . 

(1 C = 1,5 A ; V CE = 3 V) ....................................... . 

(lC= 1,5 A; VCE =3 V) ....................................... . 

(lB < 0) voir fig. 2 page 3 ...................................... . 

(1) VCBO = 60 V pour BD 263, 80 V pour BD 263 A et 100 V pour BD 263 B. 

(2) Mesuré en impulsions avec tp ~ 300 ilS et 0 ~ 2 %. 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

typ 

min 

typ 

max 

max 

typ 

typ 

min 

0,2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

5 

1000 

750 

500 

2,5 

2,5 

7 

60 

30 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

MHz 

kHz 

mJ 

SCHEMA DU CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DU SECOND CLAQUAGE 

NPN ! ----------------------------------------1 c 

1 J 

i 1 ., l .2 

j i L _______________________________________ J 

Rl ............ typo 30 kn 

r----------------l 
1 12V 1 10n 
l , 
1 1 
1 1 
1 1 
, 1 
, 1 
, 1 

1 1 L ________________ ~ 

VCE E B C 

horizonta~·,A3-----c::::J---4=l=3--L 
scope y 

+E 

l,5mH 
le 

vertical scope 



Courbes caractéristiques 

'e , 

, 

100 

Ptot max 
(%) 

75 

50 

25 

o 

_. Tmb< 25<}c 

1 

1 

1 

1 : 

6 'OOltt 
ICMm x 

ICm.tx -

~ ~ "f\j Pn .. """-
1 .~ ,\\ 

OlIrant 

ontinu ~ 

i 

lO VCE (VI 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 
1 - Région admise pour le fonctionnement 

en continu. 
2 - Extension permIse pour le fonctionnement 

en Impu Isions. 

1\ 

.\ 

1\. 

1\. 

1'\ 

I\. 

~ 

, 
5 

80263 
BD26.1A 
BD263B 

1 00 

500 

1 
1 
d . ..:. 

o SO 100 ISO 
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-f-
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10-5 

6-1 

0,7 -
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0,2 
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~ 0,05 

0 
1 
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./ D 

"" 1-"" 
, 1 

h" 
~ 'il 

! 
III 

SLfL 
t!;J 'p 

6=-
T 

'p (5) ID 

Facteur multiplicateur du second claquage à V CE 100 V 

MSB(V) 

--!.=0.01 

~ 1===0.05 
~d,1 

10 

r--- 0 .2 

~,5 

1 
10- 5 

::::" 
~ 

~ --~ ~a.. ....... 
'p (5) 

Facteur multiplicateur du second claquage à IC max 

MSB(I) 

6 =0.01 
10 0,02 

0,05 
0.1 

:::-- ~ 
-~ 

0.2 ~ i'-... -r:= 1==== 
01 -

10- 5 10- 4 10- 3 'p (5) 

10- 2 

10-2 
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Courbes caractéristiques (suite) 

r-
10 

10 

6 

le 

(A) 

4 

o 
o 

VeE =3V 

Tj 25 De 

typ.1 

VBE (V) 

typ 

\ 

\ 

-=Fif4 

3 

Esat 
(V) 

o 
o 

IC 1.5A 
VCE 3V 
T j = 25 Oc 

105 f (kHz) 106 
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transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BD 266 
BD 266 A 
BD 266 B 

Page 1/4 

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 266, BD 266 A et BD 266 B sont des transistors DARLINGTON en boîtier 
T0.220. 

Avec leurs complémentaires, les BD 267, BD 267 A et BD 267 B, ces transistors de construction monolithique sont prin­
cipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs et aux applications industrielles de commutation. 

Caractéristiques principales 

VCEO ............................................... . 

VCBO ............................................... . 

ICM ............................................... . 

Ptot (T mb = 25 OC) ..................................... . 

hFE(lC=3A;VCE=3V) ............................... . 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

Boîtier T0.220 

-

3.5 max 
nOn elacT',E' 

f---l----,I---+--' 
2.8 

5,1 
max 

1 

1 .1 .. 0,9 mal( 

2.54t 25: 

. 

., 

BD 266 

max 60 

max 60 

max 12 

max 60 

min 750 

45 .. max 

1· , 
5.9 t min 

1 , 5.8 

J 
max 

1 

.1. 0.6 
.. 2,4 

BD 266 A BD 266 B 

80 100 V 

80 100 V 

12 12 A 

60 60 W 
750 750 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues selon publication IEC 134) 

Tensions 

VCEO ......... ..................................... . 

VCBO .......... . .................................... . 

VEBO .............. ' ................................. . 
Courants 
IC ..................................................... . 

lB ..................................................... . 

ICM··················· ........................... . 

Puissance dissipée 

Ptot (T,mb == 25 OC) ............................... . 

Températures 

~~ ..................................................... . 

~ .................................................. . 

Caractéristiques 
à Tj == 25°C sauf indications contraires 

V(BR)CEO (lC == 100 mA; 'B == 0) (1) .......................... . 

'CBO (lE==O;VCB== CO V) ............................. . 
'CBO (lC==O;VCB== 80 V) ............................. . 
'CBO (lE == 0; VCB == 100 V) ............................. . 

'CBO (lE==O;VCB== 60V;Tj== 100°C) .................. . 

'CBO (lE ==O;VCB== 80V;Tj== 100°C) ................. . 

'CBO (lE==O;VCB== 100V;Tj== 100°C) .................. . 

'EBO (lC==O;VBE== 5V) ....•......................... , 

'CEO (lB == 0; VCE = 30 V) .............................. . 

'CEO ('B==0;VCE=40V) .......... : .................... . 

'CEO (lB==0;VCE==50V) .. : ........................... . 

hfe(lC==3A;VCE=3V)(1) ................................ . 

hfe (lc == 8 A; VCE = 3 V) (1) ................................. . 

hfe(lC==0,5A;VCE=3V) (1) ................................ . 

VCEsat(lC==3A;'B=12mA) ............................... . 

VBE (lC = 3 A; VCE = 3 V) ................................... . 

tr (lC=3A;VCE=3V) ................................... . 

fhfe (lC == 3 A; VCE = 3 V) ................................... . 

E second claquage inverse ................................... . 
Rl ...................................................... . 

R2 ...................................................... . 

VF OF = 3 A) .............................................. . 

Résistances thermiques: 

max 

max 
max 
max 

max 

max 

max 

BD 266 

60 

60 

5 

8 
150 

12 

60 

150 

BD 266 

60 

0,2 

2 

max 5 

max 0.5 
max 

max 

min 750 

typ 750 

tYD 1500 

max 2 
max 2,5 

typ 7 

typ 60 

min 50 

typ 10 

typ 150 
typ 1,8 

BD 266 A BD 266 B 

80 100 
80 100 

5 5 

8 8 
150 150 

12 12 

60 60 

-55 à + 150 
150 1 150 

BD 266 A BD 266 B 

80 100 

0,2 

0,2 

2 

2 

5 5 

0,5 

0,5 

750 750 
750 750 

1500 1500 
2 2 
2,5 2,5 
7 7 

60 60 
50 50 
10 10 

150 150 
1,8 1,8 

V 

V 

V 

A 
mA 

A 

W 

oC 

oC 

V 

mA 
mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

MHz 
kHz 
mJ 
leU 

u 
V 

Rth j-mb ............................................................................. . 2,08 ° QW 
Rth j-amb ............................................................................ . 65 °Ciw 

Schéma du Circuit Darlington 

PNP . --------- --- ---, : [f--i" --ri~c Bo-----r- ... _-- t 

: : 

: RI R2 J i 

! -"! 
, , 
L ____ ._._~ _________________________ .. __ J 

(1) mesuré en impulsions avec tp ,;; 300:~ set r, ,;; 2 % 

Circuit de mesure du second 
claquage inverse 

i----------------l 
1 12V 1 

1 1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 1 
L ________________ ~ 

10n 



courbes caractéristiques 
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(A) 

1 10 

1 
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BD 267 
BD 267 A 
BD 267 B 

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 267, BD 267 A et BD 267 B sont des transistors DARLINGTON en boîtier 
T0.220. 

Avec leurs complémentaires, les BD 266, BD 266 A et BD 266 B, ces transistors de construction monolithique sont prin­
cipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs et aux applications industrielles de commutation. 

Caractéristiques principales 

VCEO ................................................. . 

VCBO ................................................. . 

ICM ................................................. . 

Ptot (T mb = 25 OC) ....................................... . 

hFE(lC=3A;VCE=3V) ................................. . 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

Boîtier TO.220 

. 10 3 . max 

max 

max 

max 

max 

min 

__ 4,5 
max 

1 36 1. 1,3 -- .. , 
t j 2. 

~. 

1 

1 

1 , 
ax 

5.1 t(:'ille 
ma 

'--------. 
1,3 .. . 

t 
x 1 

12.7 

T 
b c 

J .. O,9m 

+ -

ax . . 

BD 267 

60 

80 

12 

60 

750 

5.91 
min 

• 15.8 
mox 

BD 267 A BD 267 B 

80 100 V 

100 120 V 

12 12 A 

60 60 W 

750 750 
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(Limites absolues selon publication 1 EC 134) 

BD 267 BD 267 A BD 267 B 
Tensions 

VCEO ................................................... . 60 80 100 V 

VCBO ................................................... . 80 100 120 V 

VEBO .................................................. . 5 5 5 V 
Courants 
IC ..................................................... . 8 8 8 A 

lB ..................................................... . 150 150 150 mA 

ICM'····················································· . 12 12 12 A 

Puissance dissipée 

Ptot (T mb = 25 OC) ......................................... . 60 60 60 W 

Températures 

Tstg ............................................. " ...... . 

Tj ..................................................... . 

-55 à + 150 OC 

150 150 1 150 OC 

Caractéristiques 
à Tj = 25 oC sauf indications contraires 

BD 267 BD 267 A BD 267 B 

V(BR)CEO(lc=100mA;IB=0)(1) ........................... max 60 80 100 V 
ICBO (lE=O;VCB= CO V) ........... ..... ..... ......... max 0,2 mA 
ICBO (lC=O;VCB= 80 V) .......... ...... ..... ...... ... max 0,2 mA 

ICBO (lE = 0; VCB = 100 V) .............................. max 0,2 mA 

ICBO (lE=O;VCB= 60V;Tj= 100°C) ................... max 2 mA 

ICBO (lE =O;VCB= 80V;Tj= 100°C) ................... max 2 mA 

ICBO (lE=O;VCB= 100V;Tj= 100°C) ... ... ............. max 2 mA 

IEBO (lC = 0; VBE = 5 V) ........ ....................... max 5 5 5 mA 

ICEO (lB=0;VCE=30V) ............................... max 0,5 mA 

ICEO (lB=0;VCE=40V) .......... :..................... max 0,5 mA 

ICEO (lB=O;VCE = 50V) .. :............................ max 0,5 rnA 

hfe(lC=3A;VCE=3V)(1) ................................. min 750 750 750 

hfe(lC=8A;VCE=3V)(1) .................................. typ 750 750 750 

hfe(lC=O,5A;VCE=3V)(1) ................................. tYD 1500 1500 1500 

VCEsat(lC=3A;IB=12mA) ...................... '......... max 2 2 2 V 

VBE(lC=3A;VCE=3V) .'.................. ..... ... ......... max 2,5 2,5 2,5 V 

fT (lC=3A;VCE=3V)............. ....................... typ 7 7 7 IV/Hz 

fhfe (1 C = 3 A; V CE = 3 V) .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . typ 60 60 60 kHz 

E second claquage inverse ..................................... min 50 50 50 mJ 

R 1 .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ 10 10 10 k ~l 
R2 ................ .',..................................... typ 150 150 150 u 
VF(JF=3A) ............................................... typ 1,8 1,8 1,8 V 

Résistances thermiques: 
Rth j-mb ............................................................................. . 

Rth j-amb ............................................................................ . 

2,08 0 C/W 

65 °OW 

Schéma du circuit Darlington 

NPN 
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transistor de puissance 
au silicium 

NPN 

introduction 
Transistor NPN, au silicium, en boîtier plastique TO 126. 

Son complémentaire est le transistor PNP BD 330. 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ......................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................................... . 
Courant collecteur (valeur crête) .............................................. . 

Puissance totale dissipée (T mb ~ 45 OC) 

Température de jonction .................................................... . 

Gain en courant continu : 
IC = 0,5 A; VCE = 1 V .................................................... . 

Fréquence de transition: 
IC = 50 mA ; VCE = 5 V .................................................. . 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

buitier TO-126 

Collecteur relié 
au boîtier 

Accessoires: 

56326 : rondelle métallique. 
56333 : rondelle + mica + canon isolant. 

a~·~····· o 
~ 

.iLO,5 

BD 329 

VCES max 32 V 

VCEO max 20 V 

ICM mal( 3 A 

Ptot max 15 W 

Tj max 150 oC 

hFE 85 à 375 

fr typ 130 MHz 
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valeurs à ne pas dépasse,r (limites absolues) 

tensions 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) VCES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................................. . VCBO 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................................. . VCEO 

Tension base-émetteur (collecteur ouvert) .................................. . VEBO 

courants 

Courant collecteur (continu) ............................................. . IC 
Courant collecteur (valeur crête) ......................................... . ICM 
Courant base (continu) ................................................. . lB 
Courant émetteur (continu) ............................................. . ~IE 

puissance dissipée 

Puissance totale dissipée (T mb < 45 OC) Ptot 

températures 

Température de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T stg 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj 

résistance thermique 
Jonction-fond de boîtier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-mb 

Jonction-air ambiant ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; VCB = 32 V .................................................. . ICBO 
lE = 0; VCB = 32 V ; Tj = 150 oC ....................................... . ICBO 

courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; VEB = 5 V ................................................... . IEBO 

tension base-émetteur 

IC = 5 mA ; VCE = 10 V ............................................... . VBE 
IC = 2 A ; VCE = 1 V .................................................. . VBE 

tensions de saturation 

IC = 2 A; lB = 0,2 A .................................................. . VCE sat 

gain en courant continu 

IC = 5 mA; VCE = 10 V ................................................ hFE 
IC = 0,5 A ; VCE = 5 V ................................................. hFE 

IC = 2 A ; VCE = 1 V ................................................... h FE 

fréquence de transition (f = 35 MHz) 

IC = 50 mA; VCE = 5 V ................................................ fT 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

32 
32 
20 

5 

3 
3 
1 
3 

15 

v 
V 

V 

If 

\N 

~ 65 à + 150 oC 

max 150 oC 

max 

max 

max 

typ 

max 

max 

min 

min 

typ 

7 
100 

10 

10 

0,6 

1,2 

0,5 

50 

85 à 375 

40 

130 

cC/w 
cC/W 

ji,A 

rnA 

IJ.A 

If 

If 

v 

MHz 



courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 
transistors polarisés en direct 

- Aire permise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

100 , 
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Ptot max 
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1) Courbe de Ptot max et Pcrête max. 

Tmb~45°C 

2) Limites du second claquage (indépendantes de la température). 
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Facteur multiplicateur de la tension de 
--r---:-- second claquage à le max 
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VCE = 1 V 
Tj = 25 Oc 

./ 
1/ 

~ 
~ 

.-

lC (A) 10 

Val. typ. 

T j = 25 Oc 
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transistor de puissance 
au silicium 

PNP 

introduction 

Transistor PN P, au silicium, en boîtier plastique TO 126. 

Son complémentaire est le transistor NPN BD 329. 

caractéristiques principales 
Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ......................................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................................... . 

Courant collecteur (valeur crête) .............................................. . 

Puissance totale dissipée (T mb";;; 45 OC) ....................................... . 

Température de jonction .................................................... . 

Gain en courant continu : 
- IC = 0,5 A ; - VCE = 1 V ................................................ . 

Fréquence de transition: 
- IC = 50 mA ; - VCE = 5 V ............................................... . 

données mécaniques 
(dimensions en mm) 

buitier TO-126 
Collecteur relié 
au boîtier 

Accessoires: 

56326 : rondelle métallique. 
56333 : rondelle + mica + canon isolant. 

L,-,---:n.--..,...l l ~ 
---C'i 

7S mOll 1· . ~I 

---lb ~rl 1- ----. 

r- -: ~ 
1 ....., 
1 := 
1 

1 

1 

1.2 

BD 330 

-VCES max 32 V 

-VCEO max 20 V 

-ICM max 3 A 

Ptot max 15 W 
T J max 150 oC 

hFE 85 à 375 

fT typ 100 MHz 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 4-Fi __ BD 330 - Page 2/6 

tensions 
Tension collecteur-émetteur (VBE = 01 ..................................... - VCES 

Tension collecteur-base (émetteur ouverÜ ................................... - VCBO 

Tension collecteur-émetteur (base ouvertel .................................. - VCEO 

Tension base-émetteur (collecteur ouvertl ................................... - VEBO 

courants 
Courant collecteur (continul .............................................. - IC 

Courant collecteur (valeur crêtel .......................................... - ICM 

Courant base (continul .................................................. - 1 B 

Courant émetteur (continul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lE 

puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (T mb « <15 °CI Ptot 

températures 
Température de stockage. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. Tstg 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj 

résistance thermique 

Jonction-fond de boîtier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-mb 

Jonction-air ambiant .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire) 
courant résiduel collecteur-base 

lE = 0 ; - VCB = 32 V ................................................. - ICBO 

lE = 0 ; - VCB = 32 V ; Tj = 150 oC ....................................... - ICBO 

courant résiduel émetteur-base 
IC = 0; - VEB = 5 V ................................................... - IEBO 

tension base-émetteur 
- IC = 5 mA; - VCE = 10 V ............................................. - VBE 

- le = 2 A ; - VCE = 1 V ............................................... - VBE 

tensions de saturation 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

32 
32 
20 
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3 
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3 

15 

v 
v 
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A 

A 
A 

A 

w 

- 65 à + 1 50 'JC 

max 150 'JC 

max 

max 

max 

typ 

max 

7 
100 

10 

10 

0,6 

1,2 

'JC/W 

'JC/W 

flA 
mA 

\/ 

\/ 

- le = 2 A; - 18 = 0,2 A ............................................... - VCE sat Illax 0,5 

gain en courant continu 
-IC = 5 mA; - VCE = 10 V ............................................. hFE min 
- IC = 0,5 A; - VCE = 5 V .............................................. hFE 

- le = 2 A; - VCE = 1 V ............................................... h FE min 

fréquence de transition (f = 35 MHz) 
- IC = 50 mA ; - VCE = 5 V ............................................. fT typ 

50 

85 à 375 
40 

100 1111Hz 
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courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 
transistors polarisés en direct 

- Aire permise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 
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FactelH multiplicateur de la tension de second claquage 
a 1 c milx 
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-VCE = 1 V 
Tj = 25 Oc 

L 
IL 
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-IC (A) 10 

Val. typ. 
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transistors de puissance 
au silicium 

NPN 

Ces transistors de puissance NPN en boîtier plastique 
TO.126, sont principalement destinés aux applications en 
audiofréquence. 

Le BD 433 et son complémentaire PNP,le BD 434, sont 
principalement destinés aux étages de sortie des auto­
radios. 

Les paires complémentaires BD 435/BD 436, BD 437/ 
BD 438 sont utilisées dans les amplificateurs et les récep­
teurs de radio avec une puissance de sortie pouvant attein­
dre respectivement 10 W et 15 W. 

Caractéristiques principales 
VCES (VBE = 0) .................................................... max 

VCEO ............................................................ max 

IC ............................................................... max 

Ptot (T mb ~ 25 OC) .................................................. max 

Tj ................................................................ max 

hFE (VCE = 1 ; IC = 2 A) ............................................ min 

hFE (VCE = 1 V; IC = 3 A) ........................................... min 

fT (VCE = 1 V; IC = 250 mA; à f= 1 MHz) ............................... min 

~ 

BD 433 BD 435 

22 32 

22 32 

4 4 

36 36 

150 150 

50 50 

3 3 

BD 433 
BD 435 
BD 437 

BD 437 

45 

45 

4 

36 

150 

40 

30 

3 

V 
V 

A 

W 
oC 

MHz 

Brochage 
Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

• Boîtier TO.126 (dimensions en mm). 
• Collecteur relié à la partie métallique de la surface du 

boîtier. 
• Accessoires: 56333 pour montage isolé; 

56326 pour montage non isolé. 
(min 0,4 mN) 
(max 0,6 mN) couple de serrage 

2.8""" 1·7.8ma
, ri -1 

ra ~~ 

0 

'~~ 1.2 
N 

1 1 

1 1 

e c b 

~!-
0 
E 
~ 

c 
E 
(") 

~ 

I~ -J~ O.8e::.U.- 2.29 

BD 433 BD 435 BD 437 

VCBO . ......... max 22 32 45 V 

VCES (VBE = 0) .. max 22 32 45 V 

VCEO······· .... max 22 32 45 V 

VEBO o ••••••••• max , 5 ~._~ V 

IC ............. max 4 A 

ICM··········· . max 7 A 

lB············· . max A 

Ptot (T mb ~ 25 OC) max 36 W 

Tstg ............ - 55 à + 150 oC 

Tj .............. max 150 

Résistance thermique 

Rth j-a ............................. . 

Rth j-mb ............................ . 

Rth mb-h (avec accessoire 56 333) ....... . 

Rth mb-h (avec accessoire 56 333 
et graisse au silicone) ........ . 

Rth mb-h (avec accessoire 56 326) ....... . 

oC 

100 °C/W 

3,5°C/W 

6 °C/W 

3 °C/W 
1 °C/W 
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Caractéristiques (Tj 
(sauf spécifications contraires) 

'CBO (VCB = VCBOmax, 'E = 0) ......................................... max 

'CBO (VCB = VCBOmax, 'E = 0, Tj = 150 OC) ............................... max 
'CBO (VCB = 10 V, 'E = 0, Tj = 150 OC) ................................... max 

'EBO (VEB = 5 V; 'C = 0) ............................................... max 

VCEK (lc = 2 A; 'E = valeur telle que 'C = 2,2 A à VCE = 1 V) .................. max 
VBE (VCE = 5 V; IC = 10 mA) (1) ........................................ typ 

VBE(VCE= 1 V;IC=2A)(1) ........................................... max 

VBE(VCE=lV;IC=3A)(1) ........................................... max 

VCE sat (lC = 2 A; 'B = 0,2 A) ..................................... " ..... max 

VCE sat (lc = 3 A; 'B = 0,3 A) ... " ............................ " .. " ....... max 

hFE (VCE = 5 V; 'C = 10 mA) ...................................... min 

hFE (VCE = 1 V ; 'C = 500 mA) ..................................... ( ~~nx 

hFE (VCE = 1 V; 'C = 2 A) .............................................. min 

hFE (VCE = 1 V; 'C = 3 A) .............................................. min 

fT (VCE= 1 V;lc=250mA;f= 1 MHz) .................................. min 

(1) VBE décroît de 2,3 mV pour une augmentation de température de 1°C. 

Rapport des gains des paires complémentaires 

(IVCE 1 = 1 V; l'cl = 500 mA) 

hFE1/hFE21 BD 433/434 et BD 435/436 < 1,4 
1 B0437/438 < 1,8 

Courbes caractéristiques 
Aire de fonctionnement avec le transistor polarisé en direct: 
1 Région permise pour le fonctionnement en continu. 

" - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

10 

IC 
(A) 

10-2 
1 

ICMmax 

1 
ICmax 0 

Ptot ma 

1 

Tmb~ 25·C 

0-0,01 

\ 
~\ \ \ 
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xl\.. \\\ !\ \ 
\~ \' 
'\ ~ ~ 

\ 
I\' 

\ 

(") Il) ..... 
(") (") (") 

~ ~ ~ 
0 0 0 
ID ID ID 

10 VCE (V) 

tpH-

p.lms 

1 

P/~ 

~/J 
1 

2 
5 
10 
d.c. 

B0433 BD 435 

100 100 

3 3 

1 

0,8 

580 580 
1,1 1 ,1 

0,5 0,5 

40 40 

85 85 
475 475 

50 50 

3 3 

BD 437 

100 

3 

580 

1,3 

0.7 
30 

85 
375 

40 

30 

3 

mA 

mA 

mA 

mA 
\/ 

mV 

V 

V 

V 
V 

1111Hz 
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0,50 
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1 1 
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MSS(V) 
Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmax.1 BD 437 

0,05 

0.D2~1 J.l6 -
10 

020 
'" 

0,33 t"-
10,50 r---

30 

20 

10 -
o 
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..... ...... 
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10- 6 

10- 1 
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10,75 

10- 5 10-4 

f= 1 MHz 

VCE = 1 V 
T j =2S Oc 
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\. 
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Applications 
Montage de principe d'un amplificateur audiofréquence 
pour auto-radio, de 6 W, 

l,l..mH 

• PUISSdrlCe de sortie 

1 ci t() t "- 1 0 '!(); RL = 4 il) Po ? 6 W 

• Pui;,',;H1c(~ de sortie 
Idiot = 10%;RL=21l) Po 8 W 

• Serl',lhilltP d'entrée 
iP()=~)W;RL=411) V' 1 20 mV 

• Sprl'iltJliltp d'entrée 

IPo=~)W;RL=21l) V, 
1 15 mV 

• Impec1iHlce d'entrée Z' 1 20 k li 

• COlH"rlt de repos du collecteur 
d"s tr;Hlsistors de sortie ICO 10 mA 

• COUrdrlt collecteur du BC 328 (1) IC 39 mA 

• COrlsommation totale du courant 
pour Po = 6 W Itot 580 mA 

• Rép()rlsP en fréquence (- 3db) 0,1 à 12 kHz • RpSlstdrlCE? thermique totale pour 
chaqu" trimsistor de sortie Rth j-a 22 °C!W • Le fonctionnement permanent est 
garanti pour une température 
ambiante de 60 oC, 

• L'nrnplificateur est garanti contre 
les surchilrqes ct les courts-circuits 
de la charlje, 

(1) La surface de cuivre sur la plaque imprimée autour de 
la connexion du collecteur est d'environ 1 cm~, 

COURBES CARACTERISTIQUES 

-- I! . !JIll[ 
PI)=o,ow" 

1 l+t .- -- j ", .... - -

,···-1· l 
, .. ~ 

7" 
---

- f"" 
--

-5 

--- -_. - --~ --- - - -

1- t , 
-- -- ; -10 

10 , (Hz) 
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1 0 I--+---+--H~I-++I--+---+-+ 

o ~, __ L-~~~~ __ ~~~~~U 

10- 1 l'()(W) !Il 

--+-Hl -
, ; -+-

:1' 
t--f----

- - ~ 

I--+-+-+-+-......... -,""j'"""',t t Y Il 

-25 o 25 T arnb (OC) 75 

83 



84 

BD 433/435/437 - Page 6/6 

Montage de principe d'un amplificateur « High quality )), 
de 15W. 

D.SA 
.--...... -c~'j:.....-_ ....... _ ...... ____ ...... ~='I--Ovs 'r:hargt~I-=36V 

Vs ',1 v'dt'I =42,3V 

COURBES CARACTERISTIQUES 

drot 
(%) 

0,75 

0,5 

f--- l- jj JJLlll __ 
-1·lkHz 1 

--

1--
--- f· 12.5 kHz i 
--f·4OHz + 
111-

1--1-_ i ,+' H - -,-- t ,- j 
f- -~l.U 

l , ... _...L_ , - '-i= 
1--- f--- -- -- -- -- 1----

---- - .- .. 

2711 

• Puissilnce de sortie (d tot = 1 %) 

• SensibilltedentréepourP o = 10W 

• Iml1ùdance d'entrée 

• Impedance de sortie 

• COlHant de repos du collecteur 
des tranSistors de sortie 

• Courant collecteur du BD 136 

• COlHant collecteur du Be 149 

• Consommation totale du courant 
pOlH Po = 1 5 W 

• Rél10nse en fréquence (- 3 dB) 

Po ,ç; 15 W 

Vi 360 mV 

Zi 100 k () 

Zo 0,15 (j 

IleQI 10 mA 

-le 72 mA 

le 1,6 mA 

1 tot 710 mA 

30 Hz à 30 kHz 

• RésistdnCf~ thermique totale pour 
chaque Ir ansistor de sortie Rth j-a max 18°e/VV 

• Résistance thermique totale 
du BD 136 Rth j-a max 44 °e/VV 

• Le fonctionnement permanent est 
garanti pour une température 
ambiante de 45 °e. 
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° 10 2 
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-- ---
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transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BD 434 
BD 436 
BD 438 

Ces transistors de puissance PN P en boîtier plastique 
TO.126 sont principalement destinés aux applications en 
audiofréquence. 

Le BD434 et son complémentaire NPN le BD 433, sont 
principalement destinés aux étages de sortie des auto~ 

radios. 

Les paires complémentaires BD 435/BD 436, BD 437/ 
BD 438 sont utilisées dans les amplificateurs et les récep~ 
teurs de radio avec une puissance de sortie pouvant attem~ 
dre respectivement 10 W et 15 W. 

Caractéristiques principales 
- VCES(-VBE=O) .............................................. . 

- VCEO························································· 

- IC···························································· 
Ptot (T mb ~ 25 OC) ............................................... . 

Tj ............................................................. . 

hFE (- VCE = 1 V; -IC = 2 A) .................................... . 

hFE (-VCE=lV;-IC=3A) .................................... . 

fT(-VCE= 1 V;-lc=250mA;àf= 1 MHz) ......................... . 

80434 

max 22 

max 22 

max 4 

max 36 

max 150 

min 50 

min 

min 3 

80436 80438 

32 45 V 

32 45 V 

4 4 A 

36 36 W 

150 150 oC 

50 40 

30 

3 3 MHz 

Brochage 

• Boîtier TO.126 (dimensions en mm). 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

• Collecteur relié à la partie métallique de la surface du 
boîtier. 

• Accessoires: 56333 pour montage isolé; 
56326 pour montage non isolé. 

(min O,4mN) 
(max 0,6mNl(couple de serrage) 

-
~ 

'-:no--r....."...-_..J---;_l ~ 
- N 

I~ 

2.8"'" 

ri 

1.2 

1 1 

1 1 
e c b __ _ 

o.88ma, U 229 ---------....- ... 

(1) Dans cette région, la section transversale des connexions 
n'est pas contrôlée. 

BD434 BD 436 BD 438 

- VCBO .......... max 22 32 45 V 

- VCES (- VBE = 0) max 22 32 45 V 

- VCEO .......... max 22 32 45 V 

- VEBO .......... max '--.:;.5_--'-_----; ~-~ V 

-IC ............ max 4 A 

-ICM .......... max 7 A 

-lB ............ max A 

Ptot (T mb ~ 25 OC) max 36 W 

Tstg ........... . - 55 à + 150 oC 

Tj .............. max 150 

Résistance thermique 

Rth j~a ............................. . 

Rth j~mb ............................ . 

Rth mb~h (avec accessoire 56 333) ....... . 

Rth mb~h (avec accessoire 56 333 
et graisse au silicone) ................ . 

Rth mb~h (avec accessoire 56 326) ....... . 

oC 

100 °C/W 

3,5°C/W 

6 °C/W 

3 °C/W 
1 °C/W 
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Caractéristiques (Tj 
(sauf spécifications contraires) 

- ICBO (- VCB = - VCBO max, lE = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

-ICBO (- VCB = - VCBO max, lE = 0; Tj= 150°C) .............. max 

-ICBO (- VCB = 10 V, lE = 0; Tj = 150°C)..................... max 

- IEBO (- VEB = 5 V, IC = 0) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

- VCEK (-IC= 2 A; lB = valeur telleque-Ic = 2,2 A à - VCE = 1 V) max 

-VBE(-VCE=5V;-lc=10mA)(1) ........................ typ 

- VBE (- VCE = 1 V; - IC = 2 A) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

-VBE(-VCE=1V;-IC=3A){1) ........................... max 

-VCEsat{-IC=3A;-IB=0,3A) ........................... max 

-VCEsat(-IC=2A;-IB=0,2A) ........................... max 

hFE (- VCE = 5 V; - IC = 10 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. min 

hFE (- VCE = 1 V; - IC = 500 mA). .......................... { min 

l max 
hFE (-VCE=1V;-IC=2A) .............................. min 

hFE (- VCE = 1 V; - IC = 3 A) .............................. min 

fT(-VCE= 1 V;-lc=250mAàf= 1 MHz) ................... min 

Rapport des gains des paires complémentaires: 
qVcEI= 1 V,jlcI= 500 mA) 

hFE1/hFE2 BD 433/434 et BD 435/436 < 1,4 
BD 437/438 < 1,8 

(1) - VB E décroît de 2,3 mV pour une augmentation de 1°C, 

C'ourbes caractéristiques 
Aire de fonctionnement avec le transistor polarisé en 

direct: 
1 - Région admise pour le fonctionnement en continu, 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impul­
sions. 

10 
ICMmax 

-le max il 

Ô 0,01 

\ 
\\\ \ -IC 

(A) 
Ptot ma x~~\ 
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'" 0 
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<0 ro 
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'" '" 0 0 
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-VCE (V) 
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BD 434 BD 436 BD 438 

100 100 100 p.A 

3 3 3 mA 
m,ll, 

m,ll, 

0,8 V 
580 580 580 mV 

1,1 1,1 V 

1,3 V 
0,7 V 

0,5 0,5 V 
40 40 30 
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50 50 40 
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10 

Zth j-mb 
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Facteur multiplicateur du second claquage d IC max 
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-IC 
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S' VCE IV 
1 T j =25 Oc 
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Il 

MSB(V ) 
Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmaxJ 

V 

il 

typ 

10 

1 
10-6 

1.5 
-VBE (V) 

Voleurs typique!: 
Tj = 25"C 

0,05 

JJb 
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0.33 

050 

075 

10- 5 

-r- 0,02 b=O,Ol 

t'-. 
l''o!. 

r-
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 
BD 645 BD 647 
BD 649 BD 651 

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 645, BD 647, BD 649, BD 651 sont des transistors DARLINGTON en 
boîtier TO 220. 

Avec leurs complémentaires BD 646, BD 648, BD 650, BD 652 ces transistors de construction monolithique sont prin­
cipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs à usage général et aux applications de commutation. 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........... 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......... 

Courant collecteur crête ......................... 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb = 25 OC) ...... 
Température de jonction ......................... 

Gain en courant continu: 
IC= 0,5A; VCE = 3 V ..................... 

IC= 3 A; VCE = 3 V ........... " ........ 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

boîtier TO-220 

Collecteur relié 
au boîtier 

accessoires; 
56325: mica 
56338 : canon isolant 

VCBO 

VCEO 

ICM 

Ptot 
Tj 

hFE 

hFE 

valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ............. . VCBO 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............ . VCEO 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ............. . VEBO 

courants 
Courant collecteur (continu) ........................ . IC 

Courant collecteur (crête) .......................... . ICM 

Courant base (continu) ............................ . lB 

puissance dissipée 

max 

max 

max 

max 

max 

typ 

min 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 25 OC) ... . . . .. Ptot max 

températures 
Température de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tstg 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj max 

BD 645 647 649 

80 100 120 

60 80 100 

12 

62,5 

150 

1 500 

750 

1 

b l, cl. 1 ___ . ___ ~~ 
1 ... 111 .. o,9max 

... 1 i ... 
2,54 2,54 

BD 645 647 649 

80 100 120 

60 80 100 

5 5 5 

8 

12 

150 

62,5 

- 65 à + 150 

150 

651 

140 

120 

V 

V 

A 

W 
oC 

4,5 ... -1 max i 
'3-'i 1 ..... - 1 

, 1 1 l , 

.-~ 
i 5,9 1 

, min 1 

J..--
+ 15,8 

max 

1 

_1 

... 1 1 ... 0,6 
1..-2,4 

651 

140 V 

120 V 

5 V 

A 

A 

mA 

W 

oC 
oC 
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résistance thermique 
-.&i+645/BO 647/BO 649/BO 651 ~ Page 2/6 

jonction - fond de boîtier .......................... Rth j-mb 

jonction - air ambiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 

caractéristiques (Tj = 25°C sauf indication contraire) 

courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; V CB= V CBO max ...... " . . . . . . . . . .. . . . .. ICBO 

IE=0;VCB=50V;Tj= 150°C;B0647 ......... ICBO 

lE = 0; VCB = 40 V; Tj = 150 oC; BD 645 } 

lE = 0; VCB = 60 V ; Tj = 150 oC; BD 649 

lE = 0; VCB = 70 V; Tj = 150 oC; BD 651 

courant résiduel collecteur-émetteur 

IB=0;vCE=40V; B0647 ................... ICEO 

IB=0;vCE=30V; B0645 } 

IB=0;vCE=50V; B0649 

IB=0;VCE=60V; B0651 

courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; VEB = 5 V 

gain en courant continu (1) 

IC = 0,5 A ; VCE = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hFE 

IC = 3 A; VCE = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hFE 

IC = 8 A; VCE = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hFE 

tension base-émetteur (1) (2) 

IC = 3 A ; VCE = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VBE 

tension de saturation collecteur-émetteur (1) 

IC = 3 A; lB = 12 mA ............................. VCE sat 

Iréquence de coupure 

IC = 3 A ; VCE = 3 V .............................. fhfe 

tension directe de la diode 

IF = 3 A ........................................ VF 

énergie de second claquage inverse avec charge inductive 

-IBoft=0;ICon=4,5A;tp = 1 ms;T= 100ms E(BR) 

capacité du collecteur à f = 1 MHz 

VCB= 10V; IE= le= 0 .......................... Cc 

temps de commutation 

ICon = 3 A; IBon = - IBoft = 12 mA; Vcc = 10 V ...... . 

temps d'établissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ton 

temps de coupure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. toft 

rapport des gains en courant des transistors appariés PNP/NPN 

IC=3A;VCE=3V .............................. HFE1/HFE2 

(1) Mesuré en impulsions avec t p,ç 300 fl set o,ç 2 %, 

(2) V8E décroît d'environ 3,8 mV/oC quand la température augmente, 

circuit Darlington 
R 1 typ : 4 k il 

R2 typ: 100 il 

r---·----·-----=l-c 

b--l-..---l 1 

circuit de mesure 
de l'énergie de 
second claquage 

V1=12V 

RB = 270n 
5 mH 

vert 

1 

vscilloscope 

, R1 R2 
L __ . _____ . 

e 

1 

1 

.-.J V, 

-{} 
p 

R8 

0,1.0 
V2 

hOI 

oscilloscope 

max 

max 

max 

max 

typ 

min 

typ 

max 

max 

typ 

typ 

min 

typ 

typ 

typ 

max 

2 
70 

0.2 

2 

0,5 

5 

1 500 

750 
500 

2,5 

2 

50 

1,2 

50 

75 

0,5 

2,5 

2,5 

circuit de 
mesure des temps 
de commutation 

VIM=10V 
tr = tf = 15 ns 
tp = 10 p.s 

+ T = 500 P. s 

~-...... --t 
o t 

56.0. 

mA 

mA 

mA 

mA 

v 

V 

kHz 

V 

mJ 

pF 

p.s 
p.s 

Vcc 
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courbes caractéristiques 

10 

10-1 

1 

BD 64!i 

leMmox 

lema, 

l 

1 

(11 Courbes de Ptot et PCrête max 

aire de fonctionnement de sécurité 
1 Région admise pour le fonctionnement en continu. 
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

, 
Tmb ,,;:: 25 Oc BD 647/649 

--

ICMmax 

10 

5= 0,01 
ICmax 

-
"- t p = 

100~s 

"- '" "-
l 

" '\ J 11 
1~ \ \ \ 

'\ II 500~s 

2~l\ 1\ 
lms 

\ 
\ \ 

\ 

\ 
\[\ 

'1\ 
10ms 

)) 1 

la 

(21 Limites de second claquage !indépendantes de la températurel. 

le 
(A) 

10 

10- 1 

10- 2 

BD 651 

r-----

ICMmax 

ICmax 

1 

1 

" 
..... 
1)'" 

1 

i 
10 

Tmb < 25 Oc 

, 
/j = 0,01 

" 
t p = r-'-r-r-

f'.. 100 ilS r-
\ 

\' \ 

~ Il 1\ 

2) 
503 ilS r-r-

1\ 
1 

1 ms 

1\' 10 ms--r-
I 

d.c. - -r-

1 

VCE (V) 

T mb";:: 25 Oc 1 

5= 0.01 

"-

"' "' "-
l~ "\,. 

"'\. \ 
~ \ 

1\\ II 
2~~ 

la 

'\. 
\ 

1\ 
\1 

, \ 
1\ 
\\ 
\\ 
~ , 

11 
~ ~ 
ID ID 
00 
III III 

500 ~s 

1 ms 

10ms 
d c. 
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BD 645 Facteur multiplicateur du courant de 
second claquage à V CEOmax 

Ô=O,Ol 

) \ 
0,02 

1" ~ 
r---~ t\~ 

r----
10 

1 
10-1 

0,1 

0,2 

0,33 

0,5 

0,75 

IBo 647/64", 

0,Q2 

) ~ 

'" 0,05 --r--..... 
10 ~O,l 

MSB(V 

0,2 

0,33 

0,5 

0,75 

1 
10- 1 

) B0651 

K: 0,Ol 

1-. '\ ~2 ~ 
1'-. 

~ 

r--.. 

r-

Ô= 
0,01 , 

l'\. 
~ 1" r-.. 

~ 
f' ~ 

10 1=0,1 

~ 

0.5 

1 
10- 1 

~ 

r--

~ 

""-
i"'.... "-

t--..' t-.... r-:: ~ ~ t:--. 
r--t-: l=:::: !;::: t"t-t-

10 t p (ms) 

Facteur multiplicateur du courant de 
second claquage à VCEOmax 

f\[\ 

~ 
r-..."'\.. 
~ 

~ ~ 
r--- r.-:::: ~ ~ ~ r-- ~ 

10 t p (ms) 

Facteur multiplicateur du Courant de 
second claquage à VCEOmax 

~ 

~~ 
~ ~ -t--

10 t p (ms) 



1 

,-
r-- oc, 

'~Y( /,,-'" 
oc, 

~<;) 
/ 

/' 

MSBtII 

la 

r---- Ô = 0,01 - 0.05 
"""'l 

............... 0:1'-

r-... ~ 
r--"t? 

1 
lQ-1 

10,5_ 

0,75 

Val. typo 

......... 

...... 

-

VCE 3V 

IL'" -...... 
l'~ 

-

le (A) 10 

........ 

........ 

........ 
...... -
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Facteur multiplicateur de la tension de 
second claquage à ICmax 

::::r:::~ 
::~ ~ ~ 

la 

Ic - 3A 
VCE 3V 

i'.. 

1\ 

typ 

\ 
10 

la" lOB f (Hz) 109 
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10 

IC 
(A) 

7,5 

5 

2,5 

° 1 

100 

P tot max 
(010) 

75 

50 

25 

- r-

tyry 

1 

J 
I! 

1 
i.-' 

1,5 

'\ 
\. 

'\ 
~ 

I\. 

50 

Réf. 4397-11/77. 

VCE = 3V 

Tj = 25°C 

If 

Il 

l 

1 

2 VBE (V) 2,5 

'\ 
I\. 

'\ 
~ 

I\. 

\. 

i'\ 

3 

--o 
10-5 

1 

Ô=1 

0,7 

o,~ 

..... 
,03-
~ 

~0,05 
0,01 

10-4 

-·Fi" 

"" eT 

10-3 
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". 

6 

VCEsat 

(V) 

2 

-
.." .... 
./ 

10-2 

---~ 
...-: 

10 ' 

IC lIB = 2!;o 
Tj =25°C 

typ 

5 'C(A) 10 

~. -tpl-I _T __ li: ~j: 
T 

- ~ 

t p (5) 10 
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

PNP 
4iiiïïis. 

BD 646 BD 648 
BD 650 BD 652 

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 646, BD 648, BD 650, BD 652 sont des transistors DARLINGTON en 
boîtier TO 220. 

Avec leurs complémentaires BD 645, BD 647, BD 649, BD 651 ces transistors de construction monolithique sont prin -
cipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs à usage général et aux applications de commutation. 

caractéristiques principales 
BD 646 648 650 652 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........... 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......... 

Courant collecteur crête ......................... 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb = 25 OC) ...... 
Température de jonction ......................... 
Gain en courant continu: 

IC = 0,5 A ; - VCE = 3 V ..................... 
- IC=3 A ;-VCE = 3 V 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

boitier 10-220 

Collecteur relié 
au boîtier 

accessoires: 

56325: mica 
56338 : canon isolant 

..................... 

-VCBO max 60 

-VCEO max 60 

-ICM max 

Ptot max 
T-J max 

hFE typ 

hFE min 

1_- ~oà~ --

i -1 3,6 1-1 + 

~~~8 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
L __ +- __ J 

J_ 
3.5 max 1 

non étamé -l 
~ 1 

t 
5,1 • 

1 

max 
1 -. 12,7 

min 1,3---. 1 <4-

b , c! el .. __ J 
, .. I,i. 09max 

-.i ~ 1.- ' 
2,54 2,54 

valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions BD 646 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ............. . -VCBO max 60 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............ . -VCEO max 60 
Tension émetteur-base Icollecteur ouvert) ............. . -VEBO max 5 

courants 
Courant collecteur (continu) ........................ . -IC max 

Courant collecteur (crête) .......................... . -ICM max 

Courant base (continu) ............................ . -lB max 

puissance dissi\lée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 25 OC) ....... . Ptot max 

températures 

80 100 120 

80 100 120 

12 

62,5 

150 

1 500 

750 

4,5 4-
..... : max 1 

1,3--1,- i 
1 : , 

--1---. 
1 5,9 

min 

~ 15,8 
max 

J 

.. \1_ 0,6 
-2,4 

648 650 652 

80 100 120 

80 100 120 

5 5 5 

8 

12 

150 

62,5 

Température de stockage .......................... . Tstg -65 à + 150 
Température de jonction .......................... . T' J max 150 

V 

V 

A 

W 
oC 

V 

V 
V 

A 
A 

mA 

w 
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résistance thermique 

jonction - fond de boîtier ........................... . 
jonction - air ambiant .............................. . 

--Fi-- BD 646/BD 648/BD 650/BO 652 Page 2/6 

Rth j-mb 

Rth j-a 

2 
70 

caractéristiques (Tj = 25°C sauf indication contraire) 

courant résiduel collecteur- base 
lE = 0; - V CB= V CBO max. " .................... . 

lE = 0 ; - VCB = 40 V; Tj = 150°C ; BD 646 } 
lE = 0 ; - VCB = 50 V ; Tj = 150°C ; BD 648 ......... . 
lE = 0 ; - VCB = 60 V ; Tj = 150°C ; BD 650 

lE = 0 ; - VCB = 70 V ; Tj = 150°C ; BD 652 

courant résiduel collecteur-émetteur 

lB = 0; - VCE = 40 V; BD 648 ......... " ........ . 

lB = 0; - VCE = 30 V; BD 646 } 

lB = 0; - VCE = 50 V; BD 650 
lB = 0; - VCE = 60 V ; BD 652 

courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; - VEB = 5 V ............................. . 

gain en courant continu (1) 
- IC = 0,5 A; - V CE = 3 V ....................... . 
- IC = 3 A; - V CE = 3 V ....................... . 
- IC = 8 A; - V CE = 3 V ....................... . 

tension base-émetteur (1) (2) 
- IC = 3 A ; - VCE = 3 V .......................... . 

tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
- IC = 3 A ; - 1 B = 12 mA ........................ . 

fréquence de coupure 
- IC = 3 A ; - VCE = 3 V ......................... . 

tension directe de la diode 
IF = 3 A ....................................... . 

capacité du collecteur à f = 1 MHz 
-VCB=10V;IE=le =0 ........................ . 

temps de commutation 
- ICon = 3 A; - IBon = IBoft = 12 mA; Vcc = - 10 V . " 

temps d'établissement .......................... . 
temps de coupure .............................. . 

rapport des gains en courant des transistors appariés 

(-IC= 3A; -VCE= 3 V) ....................... . 

(1) Mesuré en impulsions avec tp~ 300 [ls et 15 ~ 2 %. 

(2) - VBE décroît d'environ 3,8 mY/oC quand la température augmente. 

circuit Darlington 

1----------------; 

b -+---.----1 

1 

__ .J , R1 R2 L ______ _ 
e 

c 

R 1 typo 4 k U 

R2 typo 80U 

-ICBO 

-ICBO 

-ICEO 

-IEBO 

hFE 
hFE 
hFE 

-VBE 

- VCE sat 

fhfe 

VF 

Cc 

ton 

toft 

hFE1/hFE2 

max 

max 

max 

max 

typ 

min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 

max 

0,2 

2 

0,5 

5 

1 500 

750 
500 

2,5 

2 

100 

1,8 

75 

0,2 
1,5 

2,5 

circuit de mesure des temps 
de commutation 

VIM=10V 
tr = tf = 15 ns 
t p = 10 p.s 

T= 500 P. s 

o + v;}I -__+----l 

t 

Vcc 

mA 

mA 

llA 

mA 

V 

V 

kHz 

V 

pF 

fLS 

fLs 
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c'ourbes caractéristiques 

B0646 

ICMmax 

la 
ICmax 

" 
l 

10~ 1 

1 10 

(1) Courbes de Ptot et Pcrête max 

aire de fonctionnement de sécurité 
1 Région admise pour le fonctionnement en continu. 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

T mb '" 25 Cc 

5=0,01 

'" 
'\. 

1)'\ 

-IC 

lA) 

10 

1 

1O~2 

"'" t p = 

"' "' 
100l'S 

1'\. 

'\ '1 \ 
\ \ \ 

1\ il 5OOl'S 

~\\ 1\ 
lms 

1\ 
"\ 

1\ 
'1\ 
~ Iii 

~VCE IV) 

B0652 

--t-tTi , 

1 i 1 ! III 

ICMma" 1 1 ! 1 

1 , 

" ICmax 

,'-
1 1 

, 
1~ , 

1 i 
1 ! 

II 1 1 
! 

1 

1 1 

1 

i Il 

1 1 

1 10 

BO 648/65C 

-ICMmax 

10 

ICmax 

l 1 

1----

1 

" 

, Tmb";; 25 Oc 

1 

1 

li -- 0,01 , 
! , 

""" 
1 

t p = 1-1-, 1-1-
100 !.IS 1-1-"\ K 

\ 
'\ 1\ 

1 
~I Il 

i) 
50~ !.IS 1--1-

1 

1 

1 
1 

1 ms 

10 ms ~ 1--
1 

d.c.-1-

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 

T mb '" 25 °cl 

5 = 0,01 

" , , , 
"'" " "-

"' \ 
~ \ 

f\\ il 

2~~ 

, 

i 

1 

10 

1 m 
CD 0 

1 
.j LI"> 
<D <D 
00 
al al 

1 
\. 

1 i 

f\T ~ 1 
, 

1 , 

T' 
'\ 
\ 
\\ 1 

1 ~' 
, 1 

ri/\ 

1 ~ 

500 IJS 

1 1 ms 

10ms 

d.c 
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Facteur multiplicateur du courant de 
BD 646 second claquage à 60 V 

Ô=O,01 
' . 

'\ 
0,02 

" '\J 
MSB1V ) 

10 

;;;;;::;::::::: 
~ '\ .......... r--.. l' 

0,1 

~ 

0,2 " -"- 1""-.... "-
0,33 -" ~ 
0,5 --::: ~ ~ ~ -r-- ......: ::::: ~~ 
0,75 -- ~-

10 t p (ms) 

Facteur multiplicateur du courant de 
BD 648-BO 650 second claquage à VCEO max 

1 

0,02 Ô= 
MSB1V ) ............. 0,01 

"" ~\ D,OS 

10 

-............. ~ "- ~I\ 
~,1 " 

...... 
02 ~ :iIir.. - ...... " 
0,33 ~ 
0,5 ~ ~ 

r---~ ~ ~ ~~ 0,75 t--
1 
10 ' 10 t p (ms) 

) BD 652 Facteur multiplicateur du Courant de 
second claquage à 120 V 

,,0.01 

-. 
~2 '\ 

t...... 

10 

~ 
~ 

f'., ~ 
~O,1 

1\ 

....... 
~ 

r-- ~ 

~ ~ -- ....... 
~ ~:::: --r--

10 
t p (ms) 10:' 
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c----

V 

~/ 
V 

~,O0 y-V 

~'1-0 
~o0 0<:) 

'l 

BD 646/648/650 

---~ 

-------- --

'-'15BIII 

1 -i-
i la 

-5 = 0,01- 0,05 

'l.. 
-............ 0-""" 

-.....,.~ 

--~ 

1 
10- 1 

10 2 

10,5_ 

0,75 

BD652 

M SBI1 

r-

la 

1 ~-
10- 1 

1 

[ 

! 
I 
i 

1 

-....... 

t-
~ 

t-

1 

1 

! 

1 

Val, typ, 

VCE 3V 

./ l' 
'\ 

Î\ 

r-..... 
r--. 
t-
r-

, 

, 
1 

-IC (A) 10 

1 

~:-. t---'''';; 
l'- .... 
1'-

1 

, 

1 

1 

1 
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l 
Facteur rnlllripliCéllPllr ri(! Iii tension rie 
second claqLldqc il ICmax 

-=--+--r-- --t-- - t t----- --, 

1 

l 

i 
1 

1 

1 i 
1 1 

1 

, 

I!o. l 
t::------~~ 1 

1 

1 1 

, il'l 
la t p (ms) 

Facteur mulripliï.ilteur rie Iii tension de 
St'rOlld claquage à 'Cmax 

1 

J 
' , 

Il 
! 

1 

l, 

j 

1 

l 

III 
4+ 

, 1 

---

- -- --- j--- ------ --- +--+--+-H-

la t p (ms) 

-~~- IC-- 3A 

hie 

~' t--- _1 VCE 3V 

C"-.... 1 

--

" 
, 

- - -
r-=-~ r- - _L-

--
-

- j-- --- - +' --+1 t ~yp 
--

----
--

1 

l' 

t \ 1 

-10 

r-- --t-
T 

1 
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--,-t-
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1 10 
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courbes caractéristiques (suite) BD 646/BO 648/BO 650/BO 652 - Page 6/6 

100 

Ptot mQx 

(°101 

75 

50 

25 

'" 

1-1-1-

1-tft- tl 
10 

-le 

lA 
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1 
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I 1 , 

7,5 

5 

2,5 

Il! ! 

1 
1 1 

--
VCE = 3 V 
TJ =25°C' 

1 

1 : 

l 
.il 

1/ ' I-li, ît 
±+--r -

1 1 

t±+-'-rlt--l + l-
t--i-

1 

1 1 

1 

: 
- ;j.Y -- 1- -1 + -; 1 

a 
1 1.5 2 -VBF IV) 2.5 

6 

- V CEsat 
(V) 

4 

2 

-

1 

.- typ 

5 

-I C /-1 8 =250 

Tj = 25°C 
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1\ 
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BD 677 - BD 679 
BD 681 - BD 683 

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 677, BD 679, BD 681, BD 683 sont des transistors DARLINGTON en boîtier 
TO 126. 

Avec leurs complémentaires BD 678, BD 680, BD 682, BD 684, ces transistors de construction monolithique sont principa­
lement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs à usage général et aux applications de commutation. 

caractéristiques principales 
BD677 BD679 BD681 BD 683 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ......... 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ........ 

Courant collecteur crête ....................... 

Puissance dissipée totale (T mb < 25 OC) .......... 
Température de jonction ...................... 
Gain en courant continu: 

IC = 0,5 A; VCE = 3 V ..................... 
IC = 1,5 A ; VCE = 3 V ..................... 

données mécaniques 

(dimensions en mm) 

boîtier TO 126 

Collecteur relié 
au boîtier 

accessoires: 

56326 : rondelle métallique 
56333 : rondelle + mir.il + r.ilnon isolant 

VCBO max 80 

VCEO max 60 

ICM max 

Ptot max 

T· J max 

hFE typ 

hFE min 

I~ 

valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 
BD 677 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........... VCBO max 80 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......... VCEO max 60 

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ........... VEBO max 5 

courants 

Courant collecteur (continu) ..................... . IC max 

Courant collecteur crête ........................ . ICM max 
Courant base (continu) ......................... . lB max 

puissance dissipée 

Puissance totale dissipée (T mb < 25 OC) Ptot max 

températures 
Température de stockage ....................... . Tstg 
Température de jonction ....................... . T· J 

100 120 140 V 

80 100 120 V 

6 

40 

150 

1000 

750 

2,8 m", 7.8 ma, ri 14
' ~I 

1,2 

~! 
ffi-~a 

E 
1 ::: 

1 

BD 679 BD 681 BD 683 

100 

80 

5 

4 
6 

100 

40 

- 65 à + 150 

150 

120 140 

100 120 

5 5 

A 

W 
oC 

V 

V 

V 

A 
A 

mA 

w 
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résistance thermique 
jonction - fond de boîtier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rth j-mb 
jonction - air ambiant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rth j-a 

caractéristiques (Ti = 25°C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-base 

'E = 0 ; VCB = VCBO max ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ICBO 

IE=0;VCBO=40V;Tmb= 150°C B0677 } 
IE=0;VCBO=50V;Tmb= 150°C B0679 

......................... ICBO 
IE=0;VCBO=60V;Tmb= 150°C B0681 
lE = 0; VCBO = 70 V; T mb = 150 oC BD 683 

courant résiduel collecteur-émetteur 

lB = 0; VCE = 30 V; BD 677 

1 B = 0 ; V CE = 40 V ; BD 679 

IB=0;VCE=50V; B0681 
lB = 0; VCE = 60 V; BD 683 

} ....................................... ICEO 

courant résiduel émetteur-base 

IC = 0 ; VEB = 5 V ..................................................... IEBO 

gain en courant continu (1) 

IC = 0,5 A ; VCE = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hFE 

IC= 1,5A;VCE=3V .................................................. hFE 
IC = 4 A; VCE = 3 V .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hFE 

tension base-émetteur (1) (2) 

IC=1,5A;VCE=3V .................................................. VBE 

tension de saturation collecteur-émetteur (1) 

IC= 1,5 A; lB = 6 mA .................................................. VCEsat 

fréquence de transition 

It = 1,5 A; VCE = 3 V . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... fT 

fréquence de coupure 

IC = 1,5 A ; VCE = 3 V .................................................. 

gain en courant petit signal 

IC=1,5A;VCE=3V;f= 1 MHz 

rapport des gains en courant des transistors appariés 

hfe 

IC= 1,5A;VCE=3V .................................................. hFE1/hFE2 

Circuit Darlington 

R 1 typo 3 Kil 
R2 typo 80 il 

11) Mesuré en impulsions avec: t p = 300;; s et ,~= 2 %, 

(2) VSE décroît d'environ 3,8 mV/oC quand la température augmente, 

~---~r-"""'-+-C 

b ---4-+---i 

, R1 R2 L _____ . ___________ . .~ 

e 

3,12 °C/W 
100 °C/W 

max 0,2 mA 

max 2 mA 

max 0,5 mil, 

max 5 

typ 1 000 
min 750 
typ 500 

max 

max 

min 
typ 

typ 

typ 

2,5 \/ 

2,5 V 

1 

7 

60 

50 

2,5 

MHz 
MHz 

KHz 
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courbes caractéristiques 

aire de fonctionnement de sécurité 
transistors polarisés en direct 

- Aire permise pour le fonctionnement en continu. 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

(1) Courbe de Ptot max et PCrête max 

C 

lA 1 

1 

1 

2 lO­
I 

ICMmax 

IC ma, 

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 

601% 

\ \ , 
\ 1\ \ 

~ \ \ Il \ 

(1~ 1\ \ l\ 
~ l\l\ 1\ 

(2) \ 

\ 

ta 

r:: ~;;;2TI1!!<~ 
'" ~~~ -f------0 

'" ",co", 

I-I--

~ tpo 

Is 

100us 

~ 500~s 

l'\ lms 
10ms 

ontin 

--1--

f--

100 

103 
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Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à 'Cmax 
~-- - - r-

MSB(I) 

0=0,01 
10 0,02 

0,05 
~./ lL'/ 0.1 
---...:: [?'o,.:;. 

~ ~ f=:: ~ 
r---~ ~ r--.t--

0,2 t-r-. ~ b--.. 

0,51 - ~ 

10- 5 10- 4 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à VCEO max 

MSB(V) 

r--!.: °1' ° 1 

10 
- O~ 
~~ 
~O,l 

t-----O,2 

1 

0,5 

1 

10- 5 

4 

b 

f'-
r-..... f'. 

-~ 

Zth j-m 

("C/W) 
1>= 1 

3 

2 

1 

1--
~ 
~ o 

10-5 

1-
i-

""'" 

0,7 

1 

05 

0,2 

,\ 
~ 
O,O~ .. 
0,0

1
1 

~ 
~ ,... 
-~~ 
.............. ~ ~ ~ 

--F=! ~I!!! 

-
---

". 

r- ~ 
l/: ~ 
1.0 
V 

./ 

./ ~ 
~ 

10- 3 10- 2 

1 

1 1 

t:::,.... 

-r-

t p (8) 

...... 
~ ~ 
V 

JlJL 
~~-J t Ô=...E. 

T T 

Il ilili 11 
JJWll 11 

10 



100 

P tot max 
{O/ol 

75 

50 

25 

/ 

./ 

" \. 
" i\ 

~ 

50 

.,. 
V 

",'" 

" \. 
" i\ 

[, 
1\ 

" \. 
" 

VCE =3V 
valeurs typ_ 

-.... - Tj= ...... 

~ -....... 1\150 oC 

100 
25 

IC (A) 10 

6 

IC 
(A) 

4 

2 

o 
o 

hte 

103 
7"-

10 

10 
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VCE =3V 
Tj=25 Oc 

typ 

VBE (V) 2 

3 

VCEsat 
(V) 

2 

o 

typ 

\. 
\ 

o 

IC/IB= 250 
Tj=25 oC 

typ 

2 IC (A) 4 

IC I.5A 
VCE = 3V 
T j = 25 Oc 

_ . 

105 
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transistors darlington de puissance 
au silicium 

PNP 
cu;;;a. 

BD 678 - BD 680 
BD 682 - BD 684 

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 678, BD 680, BD 682, BD 684 sont des transistors DARLINGTON en boîtier 
TO 126. 

Avec leurs complémentaires BD 677, BD 679, BD 681, BD 683 ces transistors de construction monolithique sont principalement 
destinés aux étages d'amplificateurs à usage général et aux applications de commutation. 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ......... 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ........ 

Courant collecteur crête ....................... 

Puissance dissipée totale (T mb < 25 OC) ......... 
Température de jonction ...................... 
Gain en courant continu: 

- IC = 0,5 A ; - VCE = 3 V 

- IC = 1,5 A ; - VCE = 3 V 

données mécaniques 
(dimensions en mm) 

boitier 10 126 

Collecteur relié 
au boîtier 

accessoires: 

56326 : rondelle métallique 

.................. 

.................. 

56333 : rondelle + mica + canon isolant 

-VCBO max 

-VCEO max 

-ICM max 

Ptot max 

T J max 

hFE typ 

hFE min 

valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........ . -VCBO 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ....... . -VCEO 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ........ . -VEBO 

courants 
Courant collecteur (continu) ................... . -IC 

Courant collecteur crête ...................... . -ICM 
Courant base (continu) ....................... . -lB 

puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (T mb < 25 OC) Ptot 

températures 
Température de stockage ..................... . Tstg 
Température de jonction ..................... . Tj 

BD 678 BD 680 BD 682 BD 684 

60 80 

60 80 

6 

40 

100 

100 

120 

120 
V 
V 
A 

W 
150 oC 

1000 

750 

2.8""" 
ri 7.8 mm i.--:L--I 

~~ ;\1 
! 

'-::nc-:r-'::-:[,....,-'l ~ 
1,2 

- -N 

BD 678 BD 680 BD 682 BD 684 

max 60 80 100 120 V 

max 60 80 100 120 V 

max 5 5 5 5 V 

max 4 A 

max 6 A 

max 100 mA 

max 40 W 

- 65 à + 150 oC 

150 oC 
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résistance thermique 
jonction ~ fond de boîtier ....................... ' ....................... . 

jonction ~ air ambiant ................................................ . 

caractéristiques (Tj = 25°C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-base 

Rth j-mb 

Rth j-a 

lE = 0 ; ~ VCB = ~ VCBO max ........................................... ~ ICBO 

lE = 0; ~ VCBO = 40 V; T mb = 150 oC BD 678 } 
lE = 0; ~ VCBO = 50 V; T mb = 150 oC BD 680 

~ ICBO lE = 0 ; ~ VCBO = 60 V ; T mb = 150 oC BD 682 .......................... . 

lE = 0; ~ VCBO = 70 V; T mb = 150 oC BD 684 

courant résiduel collecteur-émetteur 

lB = 0; ~ VCE = 30 V; BD 678 } 
lB = 0; ~ VCE = 40 V; BD 680 

................... ..................... ~ICEO 
lB = 0; ~ VCE = 50 V; BD 682 

lB = 0; ~ VCE = 60 V; BD 684 

courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; ~ VEB = 5 V ................................................... ~ IEBO 

gain en courant continu (1) 

~IC=0,5A;~VCE= 3V ............................................. . 

~ IC = 1,5 A ; ~ VCE = 3 V ............................................. . 

~IC=4A;~VCE=3V ............................................... . 

tension base-émetteur (1) (2) 

~ IC = 1,5 A ; ~ VCE = 3 V .............................................. ~ VBE 

tension de saturation collecteur-émetteur (1) 

3,12°C/W 

100 °C/W 

max 0,2 mA 

max 2 mA 

max 0,5 mA 

max 5 mA 

typ 1000 
min 750 

typ 500 

max 2,5 V 

~ IC = 1,5 A; ~ lB = 6 mA .............................................. ~ VCEsat max max 2,5 V 

~ IC = 1,5 A; ~ VCE = 3 V fT 

fréquence de coupure 

~ IC = 1,5 A ; ~ VCE = 3 V fhfe 

~IC= 1,5A;~VCE=3V;f= 1 MHz ................................... . hfe 

rapport des gains en courant des transistors appariés 

~ IC = 1,5 A ; ~ VCE = 3 V ............................................. . hFE1/hFE2 

Circuit Darlington 
,------.-----.---; 

R 1 typo 30 k U 

R2 typo 150 il 

Il) Mesuré en impulsions avec: t p = 300 P. s et (5 = 2 %. 

(2) ~ VSE décroît d'environ 3,8 mY/oC quand la température augmente. 

b--<.....,.----t 

o R1 R2 L _________ . 

c 

. _.J 
e 

min 1 MHz 
typ 7 MHz 

typ 60 KHz 

typ 50 

MAX 2,5 
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courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 

transistors pOlarisés en direct 

1 - Aire permise pour le fonctionnement en continu. 
" - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

r- e-' ~ g ~~ Tmb,25t 

(1) Courbe de Ptot max et Pcrête-max 

-IC 

lA 1 

1 

10 1 

-ICMm.' 

--
-ICmax 

-
~--

lO­
I 

--r-r 

1 

e---- r- -

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température), 

'" '" "'''' 6' 1% r- C g ~~--r-a> 

\ \.1\ ~ , 
\ \ 

~ \ 1\\ Il \ 

1'~ \\\ 

~ ~ \ ~ ~ tp' 
I!.L -

\ 
12 

\\ " \ 
1001'" 

~ 5OO~s 
~ lms 

110ms 

!contin 

---

10 -VCE IV 1 100 
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Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à ICmax 

MSB(I) 

10 
t---

~ 
---...:: 
::::::---< 

l 

10- 5 

/j = 0,01 
0,02 
0,05 

/ 0, l 
~ 
~ r::::: 1::::0. 
r--r:::: l"-

:0,2 

°'1 

r--. .... 
1"-'- ~ t---.. - t--

10- 4 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à -VCEO max 

MSB(V) 

r----:.= °1° l 

10 

t--- O~ 1"'-=-::r::-:-- r---. r---~0,05 
t------- ' ",===-0,1 -t--. 

1-------° , 2 
l"-

1"-

~,5 

4 

b 

5-1 

3 

2 

1 

.......... 
'--
1--o 

10-5 

0,7 

05 

0,2 
t'"" 

~ 
r-0'O~ .. i-' 

0,011 r-
r-

~ 
~ 

-~ i::'o.. --.... ~ ~ li:;;:: 
.... fi!! 5!;fi! 

-i-' 

~I"'" 

~ 
~ v.; 

i..-": ~' 
!.0 
:r 

./ 
..... ~ 
~ 

10-3 10- 2 

~ 

-
t p (s) 

........ 1::;;:1-: 
0:. po 
~ 

JUL 
-tl+-I t Ô =...E. 
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mWl l 
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P tot max 
(%1 

75 

50 

25 

\. 

\ 
1\ 

I\.. 

1 

1 

1 

50 

t 

1 

~ -
// 

f-" 

/' 

l 

-n 
1 

- H 

I\. 

\ 
1\ 

I\. 

\ 
\. 

\ 

_LLLL 

VCE 3V 

Valeur typo 

~ 

~ ~ T j = 

150 Oc 
100 

....... 25 

1 1 

1 

-le (A) 10 

3 

-VCEsat 
(V) 

2 

o 

10 

o 

10 
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-IC/-lB=250 t-

Tj = 25 oC 
t-
t-

typ 

2 - IC (A) 4 

, 

6 

-IC 

(A) 

4 

2 

o 

typ 

\. 
\ 

-VCE=3V 
Tj=25 0 C 

tYPj 

o -VBE (V) 2 

lC l,SA 

-VCE=3V 
T j = 25 oC 

Il 

1 1 

105 f (kHz) 106 

1 1 1 
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transistors Darlington de puissance 

INTRODUCTION 

au silicium 
PNP BOX 62 

BOX 62 B-
- BOX 62 A 

BOX 62 C 

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 62, BDX 62 A, BDX 62 B, BDX 62 C, sont des transistors 
DARLINGTON en boîtier TO-3. 

Avec leurs complémentaires BDX 63, BDX 63 A, BDX 63B, BDX 63 C, ces transistors de construction monolithique 
sont pri n ci pal ement desti nés aux étages de sorti e d' ampl i fi cateu rs à u sage général et aux appl i cati on s de commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ...................... -YCBO 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................... -YCEO 

max 
max 

Courant collecteur crête .................................................. -ICM 
Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb =25 oC) .......... Ptot 

max 
max 

Température de jonction .................................................. Tj 
Gain en courant continu: 

max 

-IC = 3 A ; -YCE = 3 y ............................................ hFE min 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 : 
>< ... 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoi res fourni s sur demande: 

56201 D semelle mica 
56201 G canon isolant 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 
T en sion coll ecteu r-base (émetteur ouvert) ....................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................... . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) ............................................. . 
Courant collecteur (crête) ................................................. . 
Courant base (continu) ..................................................... . 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb =25 oC) ........... . 

Températures 
Température de stockage ................................................ .. 
Température de jonction ................................................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-fond de boîtier ................................................... .. 

(II 
E .... 
11)0 
al C') 
C') 

-YCBO 
-YCEO 
-Y EBO 

-IC 
-I CM 
-1 B 

Ptot 

T stg 
T· 

J 

max 
max 
max 

max 
max 
max 

max 

max 

Rth j-mb max 

BDX 62 BDX 62A BDX 62 B BDX 62C 

60 80 100 
60 80 100 --- ""'v" 

12 
90 

200 

1 000 

26.6 mdX 

l ' 
c 1 

120 
120 

----

.~ 

._e4 

13 , 
1 11 ,----L-

Y 
Y 

A 
W 

oC 

BDX 62 BDX 62A BDX 62 B BDX 62C 

60 80 100 120 Y 
60 80 100 120 Y 

5 5 5 5 Y - ~ --
8 A 

12 A 
150 mA 

90 W 

- 65 à + 200 oC 

200 OC 

1,94 °C/W 
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CARACTERISTIQUES (Ti =25°C sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 

IE=O;-YCB = 60Y:BDX62 } 
1 =O;-YC = 80Y:BDX62A 
I~ =0; -YC~ = 100 Y: BDX 62 B··················· .. ·· .. ··············· -I CBO 

lE = 0; -YCB = 120 Y : BDX 62 C 

lE = 0; -YCB = 40 Y : Ti = 200 oC: BDX 62 
lE = 0; -YCB = 50 Y : Ti = 200 oC: BDX 62 A 
lE = 0; -YCB = 60 Y : Ti = 200 oC· BDX 62 B 
1 E = 0 ; -y C B = 70 Y : Ti = 200 ° C : BD X 62 C 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

} .H •••••••• -I CBO 

lB = 0; -YCE = 40 Y : BDX 62 A 
lB = 0; -YCE = 30 Y: BDX 62 } 

lB = 0; -YCE =50 Y : BDX 62 B 
........................................ -ICEO 

lB = 0; -YCE = 60 Y : BDX 62 C 

Courant résiduel émetteur-base 
-IC = 0; -YEB = 5 Y .................................................................... -I EBO 

Gain en courant continu (1) 
-IC = 0,5 A; -YCE = 3 Y .............................................................. hFE 
-IC = 3 A; -YCE = 3 Y .............................................................. hFE 
-IC = 8 A; -YCE = 3 Y .............................................................. hFE 

Tension base-émetteur (1) * 
-IC = 3 A ; -YCE = 3 Y .................................................................. -YBE 

Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
-IC = 3 A; -lB = 12 mA .................................................................. -YCE sat 

Fréquence de coupure 
-I C =3A;-YCE =3Y .................................................................... fhfe 

Tension directe de la diode 
I F =3A .......................................................................................... YF 

Gain en courant alternatif à f = 1 MHz 
-1 C = 3 A ; -y CE = 3 Y .................................................................. i h fe 1 

Capacité du collecteur à f = 1 MHz 
-YCB = 10 Y .................................................................................. Cc 

Temps de commutation 
-IC = 3 A; -lB 1 = lB 2 = 12 mA 

temps d' établ i ssement .............................................................. ton 
temps de coupure ...................................................................... toff 

Rapport des gains en courant des transistors 
appariés BDX 62/ BDX 63 

max 

max 

max 

max 

typ 
min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 
typ 

0,2 

2 

0,5 

5 

1 500 
1 000 

750 

2,5 

2 

100 

1,8 

100 

100 

0,5 
2,5 

mA 

mA 

mA 

mÂ 

v 

v 

kHz 

v 

pF 

-IC = 3 A ; -YCE = 3 Y .................................................................. hFEl/hFE2 max 2,5 

(1) Mesuré en impul sions avec tp ~ 300 flS et 5 ~ 2 '10. 

*-YBE décroît d'environ 3,6 mY/oC quand la température augmente. 

CIRCUIT DARLINGTON 
R1 typ = 6 kQ 
R2 typ = 80 Q 

,----------------; 

b --i-__ -----4 

, R1 R2 L___________ __.J 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 
YIM = 10 Y 
tr=tf= 15n5 
tp = 10 I-ls, 

T = 500 I-lS, 

Vcc 

e 7Z724.42 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admi se pour le fonctionnement en continu 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

100 
BDX62 

-IC 

A 

1 

I-ICMmax' 

19 

0,1 
1 

-'Cma 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

i 

i 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

Tmt~25OC 

1 

1 ! 1 

i Il 
11[1 o=Q,01 
II/' 

+: 
"\ 

1 

" " " " ! 

" " "' ..... ' 
, 

-"""II", 'i .0,'-"" '''' 
i !! 1 o ... ~ "-..1" 1ms 

i : il 1 

, 

~Ai\' i 

Il! 1 
i !\ \ ,\ i 1 1 

i 
! 
1 1 

1 

1 , 

10 

li\\ 1 

1 

0 
~ 
c 
(') 

, ~ ~ T6-~_s 
~\I\ il 

"" !:> o 1,~ 
-' 

\ 
con ":1 

v 60 
u 

100 

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 

-"' -, 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

100 
BOX62/62A/62B/62 C tacteur multiplicateur du courant de second claquage 

a -VCEO max 

b=O,01 

MSS(V ) 
0,02 

0,05 

10 
01 

~2 

1 
0,1 

Op 

1"'0.. 
~ 

l'", 
r-.. r--.... l"-

I---
1-... i' 

r-
""'~ 

.-

BOX62/62A/62B/62C 

10 

1 
0,1 

2 

1 

. 

- _. 
- -

Ô 

O~l -
' .. ...... ~ 

0;2 ..... ~ 
n,5 
~ 

-1-

1,...-

...... c..-

--

~~ 
~ l-- ._- f--

~ 
....... """'II! 

10.. """II .... 
,......", t'. 

1"'" ~ ~ ~ 
.............. r-.... ~ r-..... -'""" 

r-t-I-o 
- -... r::: t::: r--. ~I-ol-o --- ~ ~ -- -..;; 

~ ~I-: 

10 ms 100 

facteur multipliçateur de 10 tension de second claqu 
a-ICmax 

age 

~ 
~ 10..:-'-

t----: 1--

10 tp ms 100 

JUL 
-1tpl+-J t -T 6= ...EL 

T 

6=1 

1.- ~ 
07 ~ ...- ---- V 
0,5 .... .....-::;. 

"A 
~ 

0,2 
./ 

.... I!!:iii 
~ 

0,1 
0,05 
0,01 

10 



r- ++-+++-++-1++1-++-+++-1 

Valeurs t yp. 
VCE 3V 

r--Tj = 150 Oc 
~ 

..J::'[ V 1\\ 

~ ~~ 
L-

V'_ 

-I C (A) 10 

10 

-Ic 
(A ) 

7,5 

5 

2,5 

10 

o 
1 

...... ',/ 
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-VCE = 3 V 
Tj = 25 Oc 

1 
L 

II 

1 

ty~ 

1 

1/ 

V 

1,5 2 -VBE (V) 2,5 

....... 
~ 

-VCESQ 

(V) 

6 

t 

4. 

2 

typ 

" 

typ 

5 

-lc I-IB = 250 
Tj = 25 Oc 

-I C (A) 10 

lc 3A 
VCE - 3 V 

lOB f (Hz) 109 
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transistors Darlington de puissance 

INTRODUCTION 

au silicium 
NPN BOX 63 

BOX 63 B-
- BOX 63 A 

BOX 63 C 

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 63, BDX 63 A BDX 63 B, BDX 63 C, sont des transistors 
DARLINGTON en boîtier TO-3. 

Avec leurs complémentaires BDX62, BDX 62 A, BDX 62 B, BDX 62 C, ces transistors de construction monolithique 
sont pri nci pal ement desti nés au étages de sorti e d' amp 1 i fi cateu rs à u sage général et aux appl i cati on s de commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................. . 

Courant collecteur crête .............................................. .. 
Pui ssance totale di ssipée (jusqu'à T mb = 25° C) ......... . 
Température de jonction ............................................... . 
Gain en courant continu: 

VCBO 
VCEO 

ICM 

P tot 
T· 

J 

IC = 3 A; VCE = 3 V ............................................ h FE 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoi res fourni s sur demande: 

56201 D semelle mica 
56201 G canon isolant 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 

max 
max 

max 
max 
max 

min 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........................ VCBO max 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................... VCEO max 
T en sion émetteu r- base (co Il ecteu rouvert) ...... ............ ...... V E BO max 

Courants 
Courant collecteur (continu) ................................................ IC max 
Courant collecteur (crête) .................................................. ICM max 
Courant base (continu) ...................................................... 1 B max 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb =25°C) max 

Températures 
Température de stockage ................................................ .. 
Température de jonction .................................................. .. max 

RESISTANCE 1HERMIQUE 

Jonction-fond de boîtier .................................................... ~hj-mb max 

BDX 63 BDX 63 A BDX 63 B BDX 63 C 

80 100 120 140 V 
60 80 100 120 V 

----------.-~~---------------

26,6 mdX 

12 
90 

200 

1 000 

863 max 
.!' 1" 

1.6 
~ï 1'" 

c 

L 

13 

A 
W 

oC 

,--11 -1--

BDX 63 BDX 63A BDX 63B BDX 63C 

80 100 120 140 V 
60 80 100 120 V 

5 5 5 5 V -- "'v--" ---
8 A 

12 A 
150 mA 

90 W 

- 65 à + 200 OC 
200 oC 

1,94 °C/W 

119 
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CARACTERISTIQUES (Ti =25°C sauf indication contraire) 

'Courant résiduel collecteur-base 
1 E = 0 ; y CB = 60 Y : BOX 63 
lE = 0; YCB = 80 Y: BOX 63 A 
lE = 0; YCB = 100 Y: BOX 63 B 
1 E = 0 ; y CB = 120 Y : BOX 63 C 

} 
1 E = 0 ; YCB = 40 Y ; Ti = 200 oc : BOX 63 
1 E = 0 ; y CB = 50 Y ; Ti = 200 ° C : BOX 63 A 
1 E = 0 ; y CB = 60 Y ; Ti = 200 ° C : BOX 63 B 
lE = 0; YCB = 70 Y; Ti = 200 OC: BOX 63 C 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

1 B = 0 ; y CE = 40 Y ; BOX 63 A 
1 B = 0 ; y CE = 30 Y ; BOX 63 } 

lB = 0; YCE = 50 Y: BOX 63 B···································· .. 
1 B = 0 ; y CE = 60 Y ; BOX 63 C 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; YEB = 5 Y ..................................................................... . 

Gain en courant continu (1) 
IC = 0,5 A; Y CE = 3 Y ............................................................... . 
IC = 3 A; YCE = 3 Y ............................................................... . 
IC=8 A;YCE =3Y .............................................................. .. 

Tension base-émetteur (1)* 
IC =3A;YCE =3Y ................................................................... . 

Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
1 C = 3 A ; 1 B = 12 mA ... ······· .. ·.·· .... ·· ... ·.· .. · .................................... . 

Fréquence de coupage 
IC =3A;,YCE =3Y .................................................................... . 

Tension directe de la diode 
IF = 3 A ....................................................................................... . 

Gain en courant alternatif à f = 1 MHz 
IC =3A;YCE =3Y ................................................................... . 

Capacité du collecteur à f = 1 MHz 
YCB = 10 Y ................................................................................. . 

Energie de second claquage inverse avec charge inductive 

1 B off = 0 ; 1 c on = 4,5 A ; tp = 1 ms : T = 100 ms ....................... . 

Temps de commutation 

1 C = 3 A ; 1 B 1 = -1 B2 = 12 mA 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

hFE 
hFE 
hFE 

YBE 

YCE sot 

fhfe 

YF 

hfe 

Cc 

E(BR) 

temps d' établ i ssement .............................................................. ton 
temps de coupure ...................................................................... toff 

Rapport des gains en courant des transistors 
appariés BOX 62/ BOX 63 

max 

max 

max 

max 

typ 
min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

typ 

min 

typ 
typ 

0,2 

2 

0,5 

5 

1 500 
1 000 
2000 

2,5 

2 

100 

1,2 

100 

100 

50 

0,5 
2,5 

mA 

mA 

mA 

mA 

y 

y 

kHz 

y 

pF 

mJ 

~s 

~s 

IC = 3 A; YCE = 3 Y .................................................................... hFEl/hFE2 max 2,5 

(1) Mesuré en impulsions avec tp -< 300 I.l S et 6.:( 2 %. 

*Y BE décroît d'environ 3,6 mY/oC quand la température augmente. 

CIRCUIT DARLINGTON 

R1 typ = 8 kQ 
R2 typ = 100 Q 

,----------------
c 

CIRCUIT DE MESURE DE 
L'ENERGIE DE SECOND CLAQUAGE 

VI = 12 V 

RB = 270 Q 

vert. 
oscilloscope 

CIRCUIT DE MESURE DES 
TEMPS DE COMMUTATION 

VIlvl = 10 V 
tr = tf = 15 ns Vcc 

tp = 10 ilS 

+ 
T = 500 ilS 

o~ 
b --+--r----f + 

V2 
t 410.ll 

120 

1 

1 
• R1 R2 
L __ . ________ . .~ 

e 

hor. 
oscilloscope 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admi se pour le fonctionnement en continu 

Il Extension permi se pour le fonctionnement en impulsions 

A~---+--+-+-'+~!+'r----+--~+-~++44 
" 

0:0,01 
ICMmax 

10 IC max """ ! , 
"' "' 1'.. 

! 1 """ " Il'' • 1 f-----i----+-+-+--+-f-H+--"O....... !\. !\. 1 1 

l '0,;.".............. 1 ms 

! 1 ~Ï'~ Il 
1 1 l ,""\ tOms 

1 1 second claquage .... ~' 0,15 

1 (11 ! 1\00 ti~u 

1 1 

1 

1 1 

IC 

A 

10 

0,1 

1 

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température), 

BDX63A/63B163C 

1 
, 
1 

ICMmax 1 

ICmax 
1 

[ 1 

l , 1 

1l~(),iP1 

-
.~ "'- ." ~ 

"" f'I. 
1 ~; ................... 
1 ''''l'~;, j'.11 

1 i ~+1\ ~,r-. 

1 1 

1 
" 

~ 1 
1 

1 

secaM eraqu'ag~ 
<,1) , 

1 
i 

1 

10 VCE v 

rrmb~250C 
l JOX5JA 

53 B 
l ". 63 C 

0,1 ms 

l' 1 ms 

1\ 1\ 10ms 

1\ 0,1 s 

continu 

100 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

BOX63/63A/63B/C:"'" facteur multiplicateur de la tension de second claquage 

( ) ''"'''''-'t a 1 C max 

MSB 1 r----r--~~I-rHH+----+--+-~~~~--~--~~~44~ 

1 

i 

i 1 

1 

1 

1 1 1 1 

0,1 1 10 tp ms 

BOX63/63A/63B/63C facteur multiplicateur du courant de second claquage 
a VCEC max 

100 

1 ~ 1 
1 1 l, 1 

1°t::::5::::t=t:SO 0] 1~!!nmlê~Ë811 1= 0,01 1 

~--~-4~~~ , 
0,1 '\.. 

" 0,2~~" Iii 



Ptot max 

-+-

=t r{1t i r-
I 1- - t- 1 

-~# ·f- + ~r >-+. : 1 .. - + +-

+- ' 1 

H'- ... -~~+ --~ +-4 
1--'- 1\~ -~it :--t ~t fT- -

+-- ~ ttt,rj - JE, 

("!a) 

100 

r+-t--t- tll~ + ~. 
~-~-+ !-

1 +1 + 
: ----t---l--- .. - c+T • - +- -!-- + 

, , -r"\.--'+ r- i-.l-_ + --t--t------+---+- +- <-. , 

,~~tl- ~± +* 
! ~i':':::': ri -J t-{+.f-+ +- f-+r+r t-1 ·t.....;. 

50 

r-t~--+- t±:rt-~ H+::;t· l, . 

,,\ o 
o 100 Tmb (OC) 200 

/ 
V 

/ 

2 10 
10-' 

Tj = 150 Oc V-

.;-

V 25°C / 

[/1.; 

Valeurs t yp, 

VCE 3V 

Tj =25 Oc 

f'-..I'\ 

+--

IC (A) 10 

10 

IC 
(A) 

7,5 

5 

2,5 

-

t--

o 
1 

10 

1 

t--
.L 

l,...-
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-+ 1--
VCE - 3 V 
TJ 0= 25°C 

1 ~ 

Il 

IL ..l.... 

1/ 1 

.1. +-î ~ 
tYPj r-- r-- -+-t~ r--i ,~ r-, . 

-
/ 1 

-t 1 

/ 1 t-.t V 
---r-j-- . 

l 

1,5 2 VSE (V) 2,5 

"" 1\ 

6 

YCEsot 

(V) 

4 

typ 

T-

-

+ 

-:.~t 
++ +-+-+-

=1++ 
+t--
~h-t 
~H= r± 

, 

\ 

-

i- Ic 1l8=250 

r+ TJ = 25 Oc 
1-- , 

-t- ~t fil-t or· L T-

·-~r+ 
-1 t -+ 

t- ·+11-
Ri- fT lI.. -1-

-' t t-

r+ f .. tE ·-h-l 
- - j t:: l1 ···rl, 
-

'=++ r..L l Hl +-

~I-· 

~yp ~I--' -+- -+-1-; t--

~i- - -

lli~ H+r --t. ::-L 
5 lC (A) 10 

le 3A 
VCE 3V 

-.., 

10 8 f (Hz) 109 
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transistors Darlington de puissance 

INTRODUCTION 

au silicium 
PNP BOX 64 

BOX 64 B-
- BOX 64 A 

BOX 64 C 

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 64, BDX 64 A, BDX 64 B, BDX 64 C, sont des transistors 
DARLINGTON en boîtier TO·3. 

AvecleurscomplémentairesBDX65, BDX 65 A, BDX 65 B, BDX 65 C, ces transistors de construction monolithique 
sont pri ncipal ement desti nés aux étages de sorti e d' ampl i fi cateurs à u sage général et aux appl i cati ons de commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................. . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............... . 

Courant collecteur crête ............................................. . 
Puiss?nce total~ dis~ipée (jusqu'à Tmb =25°C) ....... . 
Temperature de lonctlon ............................................. . 
Gain en courant continu: 

-IC = 1 A; -v CE = 3 V 
-I C =5A;-VCE =3V 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoires fourni s sur demande: 

5620 1 D semell e mica 
56201 G canon i sol ont 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ..................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................... . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ..................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) ........................................... . 
Courant collecteur (crête) .............................................. .. 
Courant base (continu) ................................................... . 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb=25°C) ........... . 

Températures 
Température de stockage ............................................... . 
Température de jonction ................................................. . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-fond de boîtier ................................................. . 

-V CBO max 
-VCEO max 

-ICM 

P tot 
T· 

) 

hFE 
h FE 

max 
max 
max 

typ 
min 

al 
cD 

)( ,... 
CIl 

E o· 
~. M 
M 

-V CBO max 
-VCEOmax 
-V EBO max 

-IC max 
-I CM max 

-1 B max 

P tot max 

T stg 
T· max 

) 

BDX 64 BDX 64A BDX 64 B BDX 64 C 

60 80 100 120 V 
60 80 100 120 V .- '-/ -16 A 

117 W 
200 OC 

1 500 
1 000 

8.63 max 

·1 1" , 
1.6 

1 "'11" 

1 N~-c ~"v· 

JI ~~~ 
dl 
NI 

L 

13 
,- 11 -1--

BDX 64 BDX 64A BDX 64 B BDX 64C 

60 80 100 120 V 
60 80 100 120 V 
5 5 5 5 V - '/" --

12 A 
16 A 

200 mA 

117 W 

- 65 à + 200 OC 

200 OC 

Rth j-mb max 1/5 °C/W 
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CARACTERISTIQUES (Tj =25°C sauf indication contralle 

Courant résiduel collecteur-base 
1 E = 0 ; -V C B = 60 V : BD X 64 
lE = 0; -VCB = 80 V: BDX 64 A 
1 E = 0 ; -v CB = 100 V : BDX 64 B 
lE = 0 i -VCB = 120 V: BDX 64 C 

} .................................. . -I CBO 

IE=O;-VCB =" 4OV;Tj =200oC:BDX64 \ 

IE=Oi-VCB= 50V;Tj =200°C: BDX64A ( .................... -I CBO 
1 E = 0 ; -V C B = 60 V ; T j = 200 ° C : BD X 64 B ( 
1 E = 0 ; -V C B = 80 V ; T j = 200 ° C ; BD X 64 C , 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

IB =O;-VCE =40V; BDX64A .......................................... -ICEO 

lB = 0; -VCE = 30 V: BDX 64 } 

I B =0;-VCE =50V: BDX64B 
IS =0;-VCE =60V: BDX64C 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 i oVES = 5 V ....................................................................... . -I ESO 
Gain en courant continu (1) 

-IC = 1 A: -VCE = 3 V ................................................................ .. 
-IC = 5 A ; -VCE = 3 V ................................................................. . 
-IC = 12 A; -VCE = 3 V ................................................................. . 

hFE 
hFE 
hFE 

Tension base-émetteur (1) * 
-IC = 5 A i -VCE = 3 V ................................................................... . -VBE 
Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
-1 C = 5 A ; -1 B = 20 mA ................................................................ .. -VCE sot 
Fréquence de coupure 

-I C =5A;-VCE =3V ................................................................... . fhfe 
Tension directe de la diode 
IF = 5 A ......................................................................................... . VF 
Gain en courant alternatif à f = 1 MHz 
-I C =5A;-VCE =3V ................................................................... . Ihfel 
Capacité du collecteur à f = 1 MHz 
-VCS = 10 V ................................................................................... . Cc 
Temps de commutation 

-1 C = 5 A ; -1 B 1 = 1 B2 = 20 mA 

temps d'établi ssement ................................................................ ton 
temps de coupure ........................................................................ toff 

Rapport des gains en courant des transistors 
appariés BOX 64/ BOX 65 

max 

max 

max 

max 

typ 
min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 
typ 

0,4 

3 

5 

1 500 
1 000 

750 

2,5 

2 

80 

1,8 

30 

200 

2,5 

-IC = 5 A; -VCE = 3 V .................................................................... hFE1/hFE2 max 2,5 

(1) Mesuré en impulsions avec tp '" 300 ~s et ô « 2 %. 

*-VSE décroît d'environ 3,6 mY/oC quand la température augmente. 

CIRCUIT DARLINGTON 
R1 typ = 5 kQ 
R2 typ = 80 Q 

r----------------; 

b --+------1 

, R1 R2 L ______ _ __ '.J 
e 

c 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 
VIM = 10 V 
tr = tf = 15 ns 
t p = 10 ~s 
T = 500 ~s 

vcc 

o + 
v;]J -......,...-i=:J-........ ---f-I 
t 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

kHz 

v 

pF 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admi se pour 1 e fonctionnement en continu 

Il Extension permi se pour le fonctionnement en impulsions 

10 

1 

0,1 
1 

~X6 

~Mr 

-1" 

"ax 
, 

1 

1 

1 

1 
1 

Tmb62 SoC 

5:0;01 
1 1 

; '''~ "x ~ i , i'\. 1 1 

".;:".;: :..... /1 ", "'"", ,,-
, 

"+"'- " 
'" f'-1\ 

\ .. .. 
1 (1 

0 
!) 

, CI. \ 
(1 

Qi 
~ 
QI ct;.\ , 
-:.\ ' 
r-" 

v 

\ 

~ 

10ms 

" 

le Irl 

Il 
contin U 

100 

0 

A 

1 

1 0, 

0,01 
1 

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 

BOX64A/64B/64C ., 1 11i,,~~ trmb~250C 
-ICMm8lt' 
l-iCmax ~~ ~ 0.1 ms 

A", 
"0 .. ' ,., Il 
''''" ~ 

i' .,. '\.. " 1\ 
1 1 i! 1 "\ 

1 ! 1 
i 11 

!\ i , 
1 \,\ 

1 Il il i \, , II~ 
1\ 1 , '\1 
'" .. C'I 

! ! 0 
, '" 1ms 0- 1 

1 1 ! ~ '!:\iï ' 
: 1 i • ~, 1\ 

' " 
1 ,: 1 l i~ ! 

1 i 

1 

-j, 
I\~ i 1 
i 10ms 

0,15 j 

,\ 
1 1 1 1 

continu 

i 
1 

1 

Il 100 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

~X64164A164B/64 
C ~acteur multipficateur de la tension de second claqu age 

a -le max 

) 

-----

10 
----

Ô 
o,ot 
~,1 l ... '" 1"-
"',2 -.... 

~ ~~ ~ 1---- -0,5 -
r-. ... ~ -

1 

...... r- i- ... 

10 ms 100 

100 
aoX64/64A164B/6 4C facteur multiplicateur du courant de second claquage 

a -VCFr mn' 

), 

10 

1 
0,1 

3 

2 th j-mb 
(OC;W) 

2 

0,01 

Ô 

0,02 

0,05 

0,1 

0,2 

0,5 

c---

-- f----

~ 

'" r..-;;~ -... r-.. ,... 
~ 

t-. 

~ ""'" ... ", 
t-.... 

- --
--

~ ........ --f-- - - i""---... --r--... - -

1 

, 

; li = 1 

, 
0,7 

r rt 0,5 
...... 

~ i , 
, , ' IT 0,2 c-.... .JJ:; 

, . 'L..--"" 
:J..l- ~ ~ , 

~ lo<::i ~ i"--0,1 p::; !,.J. TH: p..O,05 ~ 
F'" O'I~l , 

...... 
i"o. .... 

'" ... 
..... :--., ... ............. 

~ ~ 100.. -1--"'1- r--2 ~ 
..... 

1'--1- l-r--: t: 1'--
r- I- l- I-

10 tfl ms 100 

Rn-
tJ tp 
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, 
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, 
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, 
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Ptot max 

(%) 
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)-+.+~~++-+.+-l--+-+-+-'k+-+-+-+. - i 

10 3 / 
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/ 
V 
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10 
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/ 
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~+tjJ . .-t--

LJ_L --L~-L+ i 
'-v =3V!I! i i 1 

CE. 1 V! . 
-<Tj =25oC +-, -iF ---

c-t~1-r-1-t- ~j~ -t- --;-
t-t- t--+--t--+-~ .--l-+- -~ 
~I i -H---f-

10 

-le 

(A) 

-+ il 1 

~ - r-- :/ 1 

7.5 

1 

1 1 --'_.-

5 
/ ! 

.-t- - -+Jtyp 1 

1 -+--i 
1 1 t-l-

1 1 : i 1 i 1 

lL+-J±t Hi- H-' L- . 
J 1 i • i 1 

if .+-H-If+--H-V 

2,5 

o 
1,5 2 2,5 

-VBE (V) 

......- r-- , 
.... /" 

V " ~Tj = 

..... 1-" 
150 Oc 

25 Oc 

10 

.. 

f'.... 

i'. 
typ 

'. 
\ 

\ 

1\ 

6 

t 

4 

2 

o 
o 

-

-1-

Valeurs typo 

-VCE " 3V 

- le (A) 

1 c 5A 
VCE 3V 
TJ 25 Oc 

f-

-

.~ -

-H 

i 
f (Hz) 

~,,250 
-lB 
TJ ,,25 Oc 

r 

typ 

5 -le (A) 10 
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transistors Darlington de puissance ~ 

INTRODUCTION 

au silicium 
NPN BOX 65 

BOX 65 B 
- BOX 65 A 
- BOX 65 C 

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 65, BDX 65 A, BDX 65 B, BDX 65 C, sont des transistors 
DARLINGTON en boîtier TO-3 

Avec leurs complémentaires BDX 64, BDX 64 A, BDX 64 B, BDX 64C, ces transistors de construction monolithique 
sontprincipalementdestinésauxétagesdesortied'amplificateursàusage général et aux applications de commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................. YCBO max 
Tension coll ecteur-émetteur (base ouverte) ................ Y CEO max 

Courant collecteur-crête ............................................. . 
Pui ssance totale di ssipée (jusqu'à T mb = 25° C) ....... . 
Température de jonction ............................................. . 
Gain en courant continu: 

IC = 1 A; YCE = 3 Y 
IC =5A;YCE =3Y 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoi res fourni s sur demande: 

56201 D semelle mica 
5620 1 G canon i sol ant 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ....................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................... . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) 

Courant coll ecteur (crête) .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Courant base (continu) ..................................................... . 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb =25°C) 

Tempé ratures 
Température de stockage ................................................. . 
Température de jonction ................................................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-fond de boîtier ................................................... . 

ICM 
P tot 
Tj 

hFE 
hFE 

YCBO 
YCEO 
YEBO 

IC 
ICM 
lB 

max 
max 
max 

typ 
min 

max 
max 
max 

max 
max 
max 

max 

max 

Rth j-mb max 

BDX 65 BDX 65 A BDX 65 B BDX 65 C 

80 
60 

100 
80 

120 
100 

140 Y 
120 Y 

----------~ ----...- --16 A 
117 W 
200 oC 

1 500 
1 000 

863max 
--l' 1-l6 

1 --II'" 

l '~. 

-~f ~ ~I 
('l, 

c 

L 

1 13 
.. 11 .. 1 

BDX 65 BDX 65A BDX 65 B BDX 65C 

80 100 120 140 Y 
60 80 100 120 Y 

5 5 5 5 Y 

---- 'v""" ---
12 A 
16 A 

200 mA 

117 W 

- 65 à + 200 oC 
200 oC 

1,5 °C/W 
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CARACTERISTIQUES (Ti = 25° C sauf indication contrai rel 

Courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; VCB = 60 V: BDX 65 } 

:~:~~~~::1~~~;:~~~;~ .......................................... ICBO max 0,4 mA 

lE = 0: VCB = 120 V : BDX 65 C 

1 E = 0; VCB = 40 V ; Ti = 200 ° C : BDX 65 } 
lE = 0; VCB = 50 V : Ti = 200 oC : BDX 65 A 
IE=O;VCB = 60V;Ti=200 0 C:BDX65B .................... ICBO max 3 mA 

lE = 0; VCB = 80 V; Ti = 200 oC: BDX 65 C 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

liB =00 ; VVCE = 5040 V: BDX 65 A ......................................... . 
1 B = 0 ; V CE = 30 V : BDX 65 } 

B = ; CE = V : BDX 65 B 
1 B = 0 ; V CE = 60 V : BDX 65 C 

ICEO 

Courant résiduel émetteur-base 
1 C = 0 ; V E B = 5 V ........................................................................ 1 E BO 

Gain en courant continu (1) 
IC = 1 A; VCE = 3 V ................................................................... hFE 
IC = 5 A; VCE = 3 V .................................................................. hFE 
IC = 12 A; VCE = 3 V .................................................................. hFE 
Tension base-émetteur (1) * 
IC = 5 A ; VCE = 3 V .................................................................... VBE 
Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
IC = 5 A; lB = 20 mA .................................................................... VCEsat 

Fréquence de coupure 
1 C = 5 A ; V CE = 3 V .................................................................... fh fe 

Tension directe de la diode 
IF = 5 A .......................................................................................... VF 
Energie de second claquage inverse avec charge inductive 
IBoH = 0; 1 con = 6,3 A; tp = 1 ms : T = 100 ms ........................ E(BR) 

Gain en courant alternatif à f = 1 MHz 
1 C = 5 A ; V CE = 3 V .................................................................... 1 h fe 1 

Capacité du collecteur à f = 1 MHz 
VCB = 10 V .................................................................................... Cc 

Temps de commutation 

1 C = 5 A ; 1 B 1 = -1 B2 = 20 mA 
temps d'établissement .............................................................. ton 
temps de coupure ...................................................................... toff 

Rapport des gains en courant des transistors 
appariés BOX 64/ BOX 65 

max 

max 

typ 
min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

min 

typ 

typ 

typ 
typ 

5 

1 500 
1 000 

600 

2,5 

2 

50 

1,2 

100 

30 

200 

1 
2,5 

IC = 5 A; VCE = 3 V .................................................................... hFE1/hFE2 max 2,5 

(1) Mesuré en impulsions avec tp < 300 ~s et ô <, 2 %. 

* VBE décroît d'environ 3,6 mY/oC quand la température augmente. 

CIRCUIT DARLINGTON 
R1 typ= 5 kQ 
R2 typ= 80 Q 

b-+ ........ ----1 

, R1 R2 L ________ _ 
e 

1 

CIRCUIT DE MESURE DE 
L'ENERGIE DESECONDCLAQUAGE 
VI = 12 V 
RB = 270 Q 

vert. 
oscillosçope 

:-{]-
-~p 

V, 1 _______________ ~------h_or_._--~ _ oscilloscope 

T.U.T. 

CIRCUIT DE MESURE DES 
TEMPS DE COMMUTATION 
V IM = 15 V 
t r =tf=15ns 
~ = 10 ~s 
T = 500 ~ s 

Vcc 

mA 

mA 

V 

V 

kHz 

V 

mJ 

pF 

~s 

~s 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

IC 

A 

20 

10 

BOX 65 

-ICMmax 

ICmax 1 
1 1 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

Région admi se pour 1 e fonctionnement en continu 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

Ilmb~25OC 
IC 

BDX65A165B/65CI 
1 1 

ICMmax 
01= 'Cmax 1 

A 

l' 

~"\ 
~ 

.0 

5=0,01 

l\: ~ 

~=Of1 
i 

'O~~ 

~"+' 
1 

11~~~1) 
, 
" .0, 1ms 

Tmb~250C 

T 
Il 

~ 
~ 

8DX65 

~ 
A 
o 
c 

IO,lms 

lms 

1 ",,- " " '" 'Jj~ ~ "' r 1 second claqua mi Sms 

0,1 
1 

1 

i 

'-i "-1 " Il 

'\J"." 5ms 

1 ~ 
10ms 

10-1s 
socond c'Iqluige Wt~n <.n u 

0,1 

10 60 1 o 

(1) Limites de second claquage (indépendants de la température). 

(1) 

, 10ms 

o,ls 
contim 

i 
1 

1 1 

1 

10 VCE v 100 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

BDX65/65A/65~B/65C ~1~t~~~ multiplicateur de la tension de second claquage 

MSB (1) 

cS 
~W1 

g~ ~ 
1 

P;S 

0,1 1 ms 100 

~X65/65A/65B/65 C facteur multiplicateur de courant de second claquage 
a VCEO max 

) 

10 

1 
0,1 

3 

Zth j-mb 
(OC/W) 

2 

o 
10-5 

-
..... 

-

cS 
0,01 

~ 
0,1 '\.. 

0, " 2,~ 
"-

III ...... 
~ 

0,5 

III 
1 

cS = 1 

0,7 

0,5 

0,2 
",... 

.....::; ifP 
~ 

i'-° 1 .r--. .ro' 
1",05 

-U'I ~~ 

~ ~ ... 
r-~ "'~I- -

ms 100 

J1.SL 
ÜJ tp 

0=-
T 

-::;; ...- ;:p' 

--~ ~ 



Ptot max 

("loI 

100 

50 

a 
a 100 

10 
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7,5 I--+-+-+-+-+-+--I-il-i '+-f-+-+I-++-l , 
J 1 

1 1 
7 1 

1-
-

5 I----I-+-+--+--+--<-I-/~yp-+-+-+'-i-I -+--1-1 
il, ' 1 

i 1 1 

1 i 1 1 1 

l ' 1/ i l , 1 

I! 1111-
2,5~~~~~~-+~+-~~~ 

j , i 1 1-l-+-l----!I-+' -+1 -ii_-+--i i 
'1 1 1 

1"< 
1'\ 0~~~~~1-L~~_~1'~~~1~ 
200 1,5 2 2,5 

V BE (V) 

--V 
r\ 

V T = 
LV 1\1~0 Oc 

/' 
....- t--i' 

V V f\ 25 Oc Il 

V 
L 

L 

V 

10 

~ 

:\ 
typ 

1 

l' 

\ 

1 

t-, I\~ i 
104 

, 

2r+~-+-++~~~-+-r+~-i-+4~ 

t+, ~r +t--+-1-++-: +-++-l--+-H-J 

bt~ = tt-H-+ t~>~' I-J.,..t"=, f-+-H---H 

o 5 le (A) 10 

Valeurs typ, 

VCE - 3 V 

IC SA 
VCE 3V 
T 25 Oc 

III 
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transistors Darlington de puissance ~ 

INTRODUCTION 

au silicium 
PNP BOX 66 

BOX 66 B 
- BOX 66 A 
- BOX 66 C 

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 66, BDX 66 A, BDX 66 B, BDX 66 C, sont des transistors 
DARLINGTON en boîtier TO-3. 

Avec leurs complémentaires BDX 67, BDX 67 A, BDX 67 B, BDX 67 C, ces transistors de construction monolithique 
sont pri ncipal ement desti nés aux étages de sorti e d' ampl i fi cateurs à usage général et aux appl i cations de commutati on. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................. . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............... . 

Courant collecteur crête ............................................. . 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb =25°C) ....... . 
Température de jonction ............................................. . 
Gain en courant continu: 

-IC= lA;-YCE =3Y ....................................... . 
-1 C = 10 A ; -y CE = 3 Y ....................................... . 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoires fournis sur demande: 

St201 D semelle mica 
56201 G canon isolant 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ....................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................... . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) ............................................. . 
Courant collecteur (crête) ................................................. . 
Courant base (continu) ..................................................... . 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb=25°C) ............. . 

Températures 
Température de stockage ................................................. . 
Température de jonction ................................................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 
Jonction-fond de boîtier ................................................... . 

-YCBO 
-YCEO 

-ICM 
P tot 
T j 

hFE 
hFE 

-YCBO 
-YCEO 
-Y EBO 

-IC 
-ICM 
-1 B 

P tot 

T stg 
T· 

J 

max 
max 

max 
max 
max 

typ 
min 

max 
max 
max 

max 
max 
max 

max 

max 

Rth j-mb max 

BDX 66 BDX 66 A BDX 66 B BDX 66 C 

60 80 
60 80 -

26,6 mdX 

100 120 
100 120 

'-./ ---20 
150 
200 

2000 
1 000 

8,63 max 
.. "! 

1 
!"16 

"II" . 

13 
11 r 

~~~--
1 

Y 
Y 

A 
W 

oC 

BDX 66 BDX 66 A BDX 66 B BDX 66 C 

60 80 100 120 Y 
60 80 100 120 Y 

5 5 5 5 Y 

-v-

16 A 
20 A 

250 mA 

150 W 

- 55 à + 200 oC 
200 oC 

l, 17 °C/W 
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CARACTERISTIQUES (T j == 25° e sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 
lE == 0; -VCB == -VCBO max .......................................................... -I CBO 

1 E == 0 ; -V C B == 40 V ; T j == 200 ° C : BD X 66 } 
1 E == 0 ; -v CB == 50 V ; Tj == 200 ° C : BDX 66 A.................. -I CBO 
lE = 0; -VCB "'" 60 V ; Tj = 200 OC: BDX 66 B 
1 E == 0 ; -V CB = 70 V ; Tj == 200 OC: BDX 66 C 

Courant résiduel collecteur-émetteur 
IB ==O;-VCE =30C: BDX66 \ 
lB = 0; -VCE == 40 V: BDX 66 A { .......................................... -I CEO 
lB == 0; -VCE == 50 V: BDX 66 B ( 
1 B == 0 ; -V CE == 60 V : BD X 66 C , 

Courant résiduel émetteur-base 
le = 0 ; -V EB == 5 V .................................................................... .. -I EBO 

Gain en courant continu (1) 
-IC == 1 A; -VCE == 3 V ............................................................... . 
-le = 10 A ; -VCE == 3 V ............... · ........... · ............................. · .. · .. · 
-IC == 16 A ; -VCE = 3 V ................... " ........................... · .... · .. · ...... .. 

hFE 
hFE 
hFE 

Tension base-émetteur (1) * 
-le == 10 A; -VCE == 3 V ........... · .... · .. · ...... · .. · .. · .. · .. · ........................ .. -V BE 

Tens ion de saturation collecteur-émetteur (1) 
-IC = 10 A; -1 B = 40 mA .............................................................. .. -VCEsat 

Fréquence de coupure 
-le == 5 A ; -VCE == 3 V ............................................... · .......... · ...... · fhfe 

Tension directe de la diode 
1 F = 10 A ............................................... · .. · ................ · ........ · .......... · VF 

Gain en courant alternatif à f = 1 MHz 
-IC = 5 A ;- -VCE == 3 V ................................................................. · Ihfel 
Capacité du collecteur à f = 1 MHz 
-VeB = 10 V ......................................... · ...................... · ...... · ........ .. Cc 

Temps de commutation 
-IC == 10 A; -1 B 1 == 1 B2 == 40 mA 

temps d'établi ssement .............................................................. ton 
temps de coupure ...................................................................... toff 

max 

max 

max 

max 

typ 
min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

typ 

typ 
typ 

Rapport des gains en courant des transistors 
appariés BOl( 66/ BOX 67 
-le = 10 A; -VCE == 3 V................................................................ hFE1/hFE2 max 

(1) Mesuré en impul sions avec tp ";;; 300 ilS et 5 <; 2 '7'0. 

* -V BE décroît de 3,6 mY/oC quand la température augmente. 

5 

3 

5 

2000 
1 000 
1 000 

2,5 

2 

60 

2 

50 

200 

1 
3,5 

2,5 

CIRCUIT DARLINGTON 

R1 t YP. 3kQ 
R2 typo 80 Q 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

VIM = 18 V 
tr = tf = 15 ns 
tp = 10 f.tS 
T = 500 ps 

,------.---------; 
c 

b --+--.----1 

• R1 R2 L _________ _ , 
._.J 

e 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

kHz 

V 

pF 

ilS 

ilS 
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AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admise pour le fonctionnement en continu 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

20 
16 

10 

1 

0,1 
1 

BOX 66 

1 

-ICMmax 
1 

-ICmax '1 

1 

Tmb~250C 

ô.=-Op~ -1-

l' 1 ï , "\ 

5 II~ 1\1\) D,5m 

"'0 
"',,>~ Il " 

\ \ 
1 \ 1\ 1 1 

\ \ 1 !\ 
1 

~ 
: , 1 

1ms 

secon~\1 
, ! 

claquage 
1 1) 

, 
\ J-C[ , 5ms 

\H-t+ 
CD". nu 

60 100 

20 
16 

10 

0,1 
1 

BOX66A/66B/66C 

, 
i 1 

: i 

1 1 
-tCMmaJi 1 

! 

-tCmax 1 1 
1 

1 

1 

1 1 

j 

1 1 

j 1 1 

(1) limites de second claquage (indépendantes de la température). 

trmb~2SoC 

l' 
, ô~ o:"~ 1 l,II 1 

i ; 1 1 l' il! 
, 

III: 1 1 1 1 BDX 66A ; III 1 • f66B 
66C 

1 : 1 \i\~1 ~ , 
i !i~ 1 i Iii II' 0,1 ln. 

0 ... 
'9 ...,,;:, 

" 1 1 : \ \ '11\1,\ 1 

1 i \,\ 1 lf ' 
i 1 ': 1 1 \ \1 : \ i \J 
III 1 i i\\! ,\ ~ ,1 

1 

1 1 
, 

, : i 
1 second \~ 
1 

ClaQ~~oe 
1 li 1 

QSm. 

1 

Il. 

i 1 ; \ \ 1 ms 
1 i 1 1 1\ 1 
1 ! 1 1 1 

1 ,\! i 

III 1 

1 1 1 ~ 
1 

1 1 1 ~~ Sms 
contin 

10 v 100 

139 



140 

-.Fi-- BOX 66/BOX 66A/BOX 66B/BOX 66C - Page 4/6 

COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à -IC max 

10 

6=0,01 , 
.............. ~ >:0,05 

~ ......... ~~1 
........ 
~ ::::~ 
6s ~ ~ ~ r-Ioo. 

i 
t p (5) 

Facteur multiplicateur du courant de second claquage à -VCEOmax 

MSB1V) 

10 

3 

Zth j-mb 
(OC;W) 

2 

o 
10-5 

r--

-
......... 

...-::: 

6 =0,01 
1\.. 

r-... 0,02 "\.. 

"-
~ 

~ r--.... 
0,1 

0,2 
r-

05 

cS = 1 

0,7 

0,5 

0,2 
.....-

, ..d po 
~ '0,1 

,05 

'1 ~~ 

'-
'\~ 

" r-... r\ r-.,\. , 
" ...... " ..... " '" i' ,,~ -r-- ... 

............. '" ~ 
-............:: ~ ~ ~ 

r-... .::: ~~~ ----
t p (5) 

.JLrL 
ÜJ tp 

ô=-
T 

-!-
......: t:;:; 

1---- ~ 

....... ~ 
~ 

tp (5) 10 



Ptot max H+-t-++-t-+-t--i-t--t-t--t-t--t--t--IT-r1 
("!al 

100_m_t-

104 

L 
/'f' 

.L 
L 

/' 
IL" 

10 
1 

1 10 

6 

-VCEsat 

(V) 

4 

2 

o 
o 

~f' 

1-0"1' 

~ 
~ 
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-IC = 250 f-
f--le f-

Tamb =25°C 

typ 

10 20 
-lc (A) 

Tj =150oC 

~ ~ 

~~ ~ 

'\ 

10 

1\.. 

typ 

~ 
\ 

, 

6 

-VeEsat 
(V) 

4 

2 

o o 

Val eurs typo 
-VCE = 3 V 

-le (AI 

IC = 5 A 
-VCE 3V 

typ 
1"'"" 

105 f (kHz) 106 

-IC t-
-= 250 
-le 

Tamb = 25 Oc 

10 
-IC (AI 

20 
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transistors Darlington de puissance 

INTRODUCTION 

au silicium 
NPN BOX 67 

BOX 67 B-
- BOX 67 A 

BOX 67 C 

Les transistors de puissance NPN au silicium BOX 67, BOX 67 A, BOX 67 B, BOX 67 C, sont des transistors 
OARLINGTON en boîtier TO-3. 

Avec leurs complémentaires BOX66, BOX 66 A, BOX 66 B, BOX 66 C, ces transistors de construction monolithique 
sont pri nci pal ement desti nés aux étages de sorti e d' ampl i fi cateurs à u sage général et aux appl i cation s de commu tati on. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................. . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............... . 

Courant coll ecteur crête ............................................. . 
Pui ssance totale dissipée (jusqu'à T mb = 25°C) ...... .. 
Température de jonction ............................................. . 
Gain en courant continu: 

IC= 1 A; VCE = 3 V ......................................... . 
IC = 10 A ; VCE = 3 V ......................................... . 

DONNEES MECANIQUES 
(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoires fournis sur demande: 

56201 0 semelle mica 
56201 G canonisolnnt 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues) 

Tensions 
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ....................... . 
Tension coll ecteur-émetteur (base ouverte) ..................... . 
T en si on émetteu r-base (co Il ecteur ouvert) ....................... . 

Courants 
Courant collecteur (continu) ............................................. . 
Courant collecteur (crête) ................................................. . 
Courant base (continu) ..................................................... . 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (jusqu'à Tmb =25°C) 

Températures 
Température de stockage ................................................ .. 
Température de jonction ................................................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

VCBO 

VCEO 

ICM 
P tot 
Tj 

hFE 
hFE 

VCBO 
VCEO 
VEBO 

IC 
ICM 
lB 

max 
max 

max 
max 
max 

typ 
min 

maX!. 
max 
max 

max 
max 
max 

max 

max 

Jonction-fond de boîtier .................................................... Rth j-mb max 

BOX 67 BOX 67 A BOX 67 B BOX 67 C 

80 100 
60 80 -

26.6m_dX_~ 

c 

120 140 
100 120 

'.../ -20 
150 
200 

1350 
1 000 

863max 
.... 1' ..... 

1.6 
-j 1" 

-~-~t-

--- ~I 
1 

1 

1 

13 1 

~~-

V 
V 

A 
W 

oC 

BOX 67 BOX 67 A BOX 67 B BOX 67 C 

80 100 120 140 V 
60 80 100 120 V 

5 5 5 5 V - "'-/ --
16 A 
20 A 

250 mA 

150 W 

- 55 à + 200 oC 
200 oC 

°C/w 
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CARACTERISTIQUES (Ti =25°C sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 
1 E = 0 ; V CB = V CBO max .......................................................... . ICBO 

1 E = 0 ; V C B = 40 V ; Ti = 200 ° C : BD X 67 } 
1 E = 0 ; V CB = 50 V ; Ti = 200 ° C : BDX 67 A ................. . 
1 E = 0 ; V CB = 60 V ; Ti = 2QO ° C : BDX 67 B 
lE = 0; VCB = 70 V ; Ti = 200 OC: BDX 67 C 

ICBO 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

lB = 0; VCE = 30 V: BDX 67 } 
lB = 0; VCE ;= 40 V: BDX 67 A 
lB = 0; VCE = 50 V: BOX 67 B 

...................................... ICEO 

1 B = 0 ; V CE = 60 V : BDX 67 C 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; VEB = 5 V ..................................................................... . I EBO 

Gain en courant continu (1) 
IC= 1 A; VCE = 3 V .................................................................. . 
IC = 10 A; VCE = 3 V ................................................................ .. 
IC = 16 A ; VCE = 3 V ................................................................. . 

hFE 
hFE 
hFE 

Tension base-émetteur (1) * 
1 C = 10 A ; V CE = 3 V ........................................................•......... VBE 

Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
IC = 10 A; lB = 40 mA ............................................................... . V CE sot 
Fréquence de coupure 
IC = 5 A ; VCE = 3 V ................................................................... . fhfe 

Tension directe de la diode 
1 F = 10 A .....................................................................•................ VF 

Gain en courant alternatif à f = 1 MHz 
IC = 5 A; VCE = 3 V ................................................................... . Ihfel 

Capacité du collecteur à f = 1 MHz 
V CB = 10 V ................................................................................... . Cc 

Energie de second claquage inverse avec charge inductive 
1 BoH = 0 ; 1 CM = 7,8 A ; tp = 1 ms ; T = 100 ms ....................... . E(BR) 

Temps de commutation (1) 

IC = 10 A ; 1 B 1 = -1 B2 = 40 mA 

temps d'établi ssement ............................................................ ton 
temps de coupure .................................................................... toff 

Rapport des gains en courant des transistors 
appariés BOX 66/ BOX 67 

max 

max 

max 

max 

typ 
min 
typ 

max 

max 

typ 

typ 

typ 

typ 

min 

typ 
typ 

5 

3 

5 

1 350 
1 000 

850 

2,5 

2 

50 

2,5 

20 

300 

150 

1 
3,5 

IC = 10 A; VCE =: 3 V .................................................................. hFE1/hFE2 max 2,5 

(1) Mesuré en impulsions avec tp < 300 IJS et ô < 2 ra. 
*VBE décroît d'environ 3,6 mY/oC quand la température augmente. 

CIRCUIT DARLINGTON 

RI tvp.l kQ 
R2 t\'p. 3D Q 

CIRCUIT DE MESURE DE 
L'ENERGIE DE SECOND CLAQUAGE 

V 1 = 12 V 

RB = 270 Q 

-0-

vert. 
oscilloscope 

• Rl R2 ' L __________ .-.J ~---.... 
v ~- hor" 

oscilloscope 
e 11. ____ _ 

CIRCUIT DE MESURE DES 
TEMPS DE COMMUTATION 

v1M = 13V 

tr '"' tf = 15 ns 
tp = 10 fls Vcc 
T = ,sOO I"S 

• 0L o t 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

kHz 

V 

pF 

mJ 

IJS 

IJS 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE OE FONCTIONNEMENT OE SECURITE 

1 Région admi se pour 1 e fonctionnement en continu 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

IC 

A 

20 

10 

0,1 
1 

IBOX6? 1---
ICMmax 

ICmax 1 

1 

Tmb~25OC 

1°,01 

~,,~~ 0,5 m~ 
~~~->-- . 

lm 5 

0" " '\.' , 

~~" '\1 "+'-1 ~ . 1 
~N\ i 

\ 10m! .~ 
second " 

claquagé""\1 O,l~ 

(1) 1 1 

conti 
1 

nu 

10 VCE V 100 

A 

20 

10 

0,1 
1 

BDX 67 A/67 B/67C 

ICMn ax 

ICma~ 

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 

Tmé 2Soc 

! 

:0,0 

< co.., 
I~I~S-CI CICI 
co "'DO 

~ '\ "-" ~ ~, 

l' 
,0 ~ 
'o'\. U.5ms 
'~~~ " 1ms .+ ." " 1\.' 

1 ,~ 

sicond claquage 
(1) 10ms 

100ms 

conlinu 

10 VCE v 100 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

BOX67/67 A/67 B/67'" facteur multiplicateur de la tension de second claquage 
)

, '\""'olcmax 
MSS(I 1 1 

1 
1 
! 

1 0 i 
i 

"'01 1 

1 

O,:K ~ 1 1 ~~ 1 

1 

, 

1 1 

0,1 1 ms 

BOX67/67A/67B/67C facteur multiplicateur de courant de second claquage 
a VCEO max 

T 
Iii 1 

100 

0, 1 ~~-+-+-+-f--++-+++---+--+-+++H+I 

" 1 0,2 , """, 1 

1 TTT .... ~J 
~--+--+--+-~ 0,5 -- _·C-·- _. 1 1 

1 ~--LLllilllllL-J~tH-1llmill' ffl=~::t:::f':±' HI .,.~,.; 
0,1 1 10 t p ms 100 



+-++-\.-f +-+--f-+--I-+-++++- 1--

1---

H-+--+-++-t---+-f-+++-+--f----l".+--l-

t-+--t--+--I+-14--t---t-+-+-++-t--t- - -1\ 

2 

---

1-- ' 

° o 

r-.. 

... 

...... 
...... 

...... 
...... 

50 

l C = 10 A f--...... 
r-

r-.. 
f.....0,S A f-l'-

r-.. f..... 

Valeurs typo 1---

VCE = 3 V 1---

1 

~ 
~ 

l::::::-

I=: 
f---1-

-

10 

--1---

1 

1 
1 10 

6 

1-- -+-

VCEsat 
1--, - t---

IV) I--~t---
1--1, 

--l-
l' 
'ti-

ri 
q~ 

° ° 

t---
l-

-
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-1 -1-. -Li t ,J H-~ Iii ---'--L _+_ 

t- le H1 
-= 250 ~ lB 

ri- -, Tamb = 2S Oc 
t-+-- ~~- +t-t~-<--t-

t=H--' ! - ~ -l 
-

-+H-8~ t- t I-~-l-

~+ 

+~1 -: lll-
-f ;~ 1-- ' 1 rd-L-

- r+ -1-

~~ 4r j=t f-:-\--+ 
typl--

F p- t r :--;-
-' - ' 1 li li t--- lFL; 

'li Il- -t L 
10 le (A) 

20 

-+---1--[- t+ --- '----
-- le - 5 A ~t --

1 VeE = 3 V 

, 
1 

" typ 1 

--

1 '\ 1 
-

+ 
\ c- --

,-rLL~ --
1\ 
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transistors de puissance 
au silicium 

NPN BOX 77 

Les BDX 77 sont des transistors de puissance NPN, à 
base épitaxiale en boîtier plastique TO.220. 

Avec leur complémentaire, BDX 78, ces transistors sont 
destinés aux applications générales d'amplification linéaire 
et de commutation. 

Caractéristiques principales 
VCBO ........................... . max 80 V 

VCEO ........................... . max 80 V 

IC .............................. . max 8 A 

Ptot (T mb = 25 OC) ............... . max 60 W 

hFE (lc = 2 A; VCE = 2 V) .......... . min 30 

VCEsat(lC=3A;IB=0,3A) ....... . max 1 V 

fhfe (IC = 0,3 A; VCE = 3 V) ........ . min 25 kHz 

Brochage (Dimensions en mm). 

Boîtier T0.220. 

-1 ~à5x -

1.3 .... :.- t 

3,5 max 1 
nOIl i~rdmé . " , 

1,3-.. 1 .. 

biC! • 1 

5,1 l max 

----'1,7 
mn 

---

1 
.: .. D,9max 

• 1 .. 
2,54 2,54 

5,9 
min 

• 15,8 
max 

_1 

.. ~O.6 

-2,4 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
VCBO ..................... . max 80 
VCEO ...................... . max 80 
VEBO ...................... . max 5 
IC ......................... . max 8 
ICM ........................ . max 12 
ICS ........................ . max 25 
Ptot (T mb < 25 OC) ........... . max 60 
Tstg ....................... . -65°Cà+ 150 
Tj ......................... . max 150 

V 

V 
V 
A 
A 
A 

W 
oC 
oc 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rth j-mb .............................. 2,08 0 C/W 
Rth j-a ................................ 65 °C/W 

Caractéristiques 
(Tj = 25 oc sauf spécifications contraires) 

ICEO (VCE = 30V; lB = 0) ....... max mA 
ICBO (VCB=40V;IE=0;Tj=150°C)max mA 

IEBO (VCB= 5V;IC=0) ....... max 5 mA 
V(BR)CEO (lC =0,2A;IB=0) ..... (1)min 80 V 

hFE(1) (lc = 2A;VCE=2V) min 30 
VCEsad1)(1 C =3 A;IB=0,3A) .... max 1 V 
VCEK (1) (lc = 3 A; 

lB valeur pour laquelle 

IC = 3,3 A et VCE = 2 V) typ V 
VBE (1) (lC =3 A;VCE=2V) ' ... max 1,5 V 
fhfe (lC = 0,3 A; VCE= 3 V) .... 25 kHz 
t,- (lE =0,3A;VCB=3V; 

f= 1 MHz) ............... min 3 MHz 

(1) Mesuré sous les conditions d'impulsions avec tp = 300!J. s 

et;) = 2 %. 

Courbes caractéristiques 

10 
, 

) 

ICM 6-(l.ol 100)'& <20p 

IC ~~ D 

~'b ~ -"", 

10 

1\ ~ \\ 
1 ~ \1\\ 

1 

Tamb:s2S"C 

&::facteurr 
forme -, 10 

10 -VCE (V) 102 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1. Région admise pour le fonctionnement en continu. 

2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 
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Courbes caractéristiques (suite) 
10 2 

10 ~ (l 1 

~ 
Id.02 r--

t- ~ 
d-0,5 ~ 

t---
1 

10-5 

10 
~ r---. 2 

d~002 " 1'"-"",- "\. 

d~005 
1'-... 

d~O,l ~ 10 

d~ 2 

d~0,5 

1 
10-5 

10 _ 

h 

15 

10 

~ ~ ..... r-.:: 
1-

\. 

"" ~ 

acteur multiplicateur 
du second claquage à 
~max 

~ r--
10-3 tp (s) 

TfTTTr Il! 

t-

Facteur multiplicateur 
du second claquage à 
VCEomax 

~ 
r--)'.... 

t--
10-3 

r--. 
(tp 5) 

t{ secondes) 

"CB,3\1 
Tj = 2SoC 

lE (A) 

Ptot 
(W) 

'e 
(Al 

0.8 

0,6 

0,_ 

0,2 

'e 
(A ) 

3 

2 

1 

° 50 

1 

° 
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100 150 

~,IW~ 

l'B,'2~ 

IB,10rnA 

--f#*-

IBo6rntt. 

+tIT 
IS,4mA 

Is=2mA 

VCE(V) 

~ ,~ 

,0 ~ ~ 
IB~ 
\~ 

.40fTlA 

~ 

18,~1.;,1-

+ 



Courbes caractéristiques (suite) 

10 0_ rri 
~ 

- 1 , 
- r-+ 80 

r-- -+ 
ri 

t-- It! 
--

60 
----::::t:J, 

==--J 
-

~-

-

40 
10 1 

H 

r 

-1 

c---
, 

+ 
10 
, 

r---~t--t­

r---" 

0,01 

; t~ ~--=-+- Hi 
-- tJ · 

!-+r --
-

Il r-t-- IC,O,2A 

TJ ,25°C 
--

:,'--1- --

-
---

=t- f-

f-
, 

+ c--' 

-

10 
, 

10 
, 

10 
, , 

0,1 le (A) 

c 
, 
(A ) 

1 

,1 

'B 
(mA 

f--

f------
f-

) 

~~ f-- -

1 

1 

-~ 

1/ 

V 
1 

+ f+L ' n==nt-

15 
~ hJU 

i-+ • ~ 

0 fLf:+± T 

,-

100 

i ~l ~t ~-"~-
.h- l-

++ii i tl
,; 'il 

50 
+-!- +;~ 

10 

T 
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- f---. --

"7 F--- -- +tb-
-, 1 

- ---t-
I/ ! 

V 
---- r-' 

1 

1 

1 / 1 

--

~ff f-Ht:=-= ---

lh--
I ttt f---- --f--

VCE ' 2V 

Tj' 25°C 

il i t-- r- t+-H~ 
1 

Il i 
1 1. 1 1 1 : Il i 

100 IB{mA) 

f-t-II 

FF fit 
H-

,1 , j f--t-~s=:g:J.~ 'rh 

l,i'Y+!_!I rf+-::H::,j 1-' IE ,3A 

+ -- , 't-- + Vca,O 

-i:nt .~ H -fT J f-rt -;--r++ "1-
-r-~,_H 

IE,'lA + 
ij±~ : -Li 1 i i -+ :1=# j tl=t ~tt 

-1-t +! 
Jl-~~--t-'- rttt+ K-I Hh- f-'J c+-Il-H-H -- , 

VCE sat 

IV' 

1,5 

.50 

Tt-T 

+100 +150 

le(A) 
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'c 

, ~ =r~c 
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transistors de puissance 
au silicium 

PNP BOX 78 

Les BOX 78 sont des transistors de puissance PNP, à base 
épitaxiale en boîtier plastique TO.220. 

Avec leur complémentaire, BOX 77, ces transistors sont 
destinés aux applications générales d'amplification linéaire 
et de commutation. 

Caractéristiques principales 
VCBO ........................... . max 80 V 
VCEO ........................... . max 80 V 
IC .............................. . max 8 A 
Ptot (T mb < 25 OC) ............... . max 60 W 

hFE(lC=2A;VCE=2V) .......... . min 30 

VCEsat(lC=3A;IB=O,3A) ....... . max V 

fhfe (lC = 0,3 A; VCE = 3 V) ........ . min 25 kHz 

Brochage (Dimensions en mm). 

t 
5,1 t 

:_0 x 1 

• 12,7 
J 

3.5 max 

r 
1,3·' .. m!ln 

b c el 

; .:;1. O,9mox 

.1 • '. 
2,54 2,54 

r: : 1 

\ 1 

Boîtier T0.220. 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
VCBO ..................... . max 80 

VCEO ...................... . max 80 

VEBO ...................... . max 5 

IC ......................... . max 8 

ICM························ . max 12 

ICS ........................ . max 25 

Ptot (T m'o < 25 OC) max 60 
Tstg ....................... . - 65 à + 150 
Tj ........................ . max 150 

V 
V 

V 

A 
A 
A 

W 
oC 

oC 

Page 1/4 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rth j-mb 

Rth j-a 

2,08°C/W 
......................... '" .. 65 °C/W 

Ca ractéri stiq ues 
(Tj = 25 oc sauf spécifications contraires) 

ICEO (VCE=30V;IB=0) ....... 1 mA 

ICBO (VCB=40V;IE=0;Tj=150°C)max 1 mA 

IEBO (VEB= 5V;IC=0) ....... max 5 mA 

V(BR)CEO (lC = 0,2 A; lB = 0) .. min 80 V 

hFE (1) (lC 2 A; VCE = 2 V) min 30 

VCEsat(l) (1 C =3 A;IB=O,3A) max V 

VCEK(l) (lC =3 A; 
1 B : valeur pour laquelle 

IC = 3,3 A et VCE = 2 V) typ V 

VBE (1) (lC =3 A;VCE= 2 V) max 1,5 V 

fhfe (lc =O,3A;VCE=3V) . ... min 25 kHz 

fT (lE =O,3A;VCB=::!V; 
f= 1 MHz) ............... min 3 MHz 

(11 Mesuré sous les conditions d'impulsions avec tp = 300 i-'s 

et li = 2 %. 

Courbes caractéristiques 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1. Région admise pour le fonctionnement en continu. 

2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

153 



154 

Courbes caractéristiques (suite) 

102 

10 d 7 ~ (/:0 ';! 

~ 1"-- r-. 
d=02 r-

r-I- ~ 
d=0,5 ~ ~ ~ --- --r-;:: 

~ 
1 

10-5 

10 
~ r-.... 2 

f----

d~02 

d&05 

10 d"0,1 

d" 2 

d"0.5 

1 
10-5 

-02 
05 ' '. 
, =01" 

oQ!i:~ 
oP- 0 

10-5 

15 

10 

"-
t-t- " 1'-. '" ~ l'-~ 

10 4 

~~.fft· t , . i- -1 

I±-

Facteur mUlt,plicateur 
du second claquage à 
Ir. max 

t:-r--
10-3 tp (s) 

Facteur multiplicateur 
du second claquage à 
VCEomax 

~ 
t---~ 

10 3 

1"'-t--

(tp s) 

--1_ 

--=r+ 
r-

10 
t(secondes) 

Vce=3V 

Tj=25"C 

le (A) 

Plot 
(W) 

40 

20 

o 

le 
(A )ti 

1 

o. 8 

o. 6 

0, 4 

0, 2 

0 
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IB,40mA 



Courbes caractéristiques (suite) 

".' .... 
"'!'-o LLLLLLLL~--LJ--LJ...Ll...Ll"",..Ll...Ll..c..L~,,, 

Tj("C) 

VCE(V) 

100f-_ 

1--

BO 

80 

40 
10' 10' 10' 

100 

50 

D,Dl 0,1 

IC,O,2A 

Tj:25°C 

10' 10' 10' Rae(n> 

Valeurs t Î ues 

le (A) 

le 
'AI 

f-

V 
0) 

1 

'B 
(mA) 

150 

100 

50 

-100 

(VI 

1,5 

0,5 

/ 

-50 
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..--

-----Valeurs typiques 

vV-

/ 
V 

YcP 2V 
n-25't 

10 100 

Ip3A 

VCB"O 

IE=2 

50 100 150 Tj ("C) 

le (A) 
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Courbes caractéristiques (suite) 
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INTRODUCTION 

transistors de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BOX 91 
BOX 93 
BOX 95 

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 91, BDX 93 et BDX 95, sont des transistors à base épitaxiale 
en boÎti er TO-3, 
Avec leurs complémentaires les BDX 92, BDX94 et BDX96, ces transistors sont principalement destinés aux étages 
de sortie d'amplificateurs à usage général et aux applications de commutation, 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................................... VCBO max 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .................................... VEBO max 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................................. V CEO max 

Courant collecteur (continu) .......................................................... IC max 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tmb=25°C ............................ P tot max 
Température de jonction ................................................................ Tj max 
Gain en courant continu 

IC = 3 A i VCE = 2 V .............................................................. hFE min 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Collecteur relié au boîtier 

Accessoi res fourni s sur demande: 
56201 D semelle de mica 
56201 G canon isolant 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 

~ .. ... 
ta 

E o· 

t·.--
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .......................................... VCBO max 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ........................................ VCEO max 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .......................................... VEBO max 

Courants 
Courant collecteur (continu) ................................................................ IC max 
Courant collecteur (crête) .................................................................... ICM max 

Puissance dissipée 
Puissancetotaledissipéejusqu'àTmb=25°C ................................ P tot max 

Températures 
Température de stockage 
Température de jonction 

RESIST A.NCE THERMIQUE 

max 

Jonction - fond de boÎti er .................................................................... Rth j-mb 

BDX 91 BDX 93 BDX 95 

60 
5 

60 

80 
5 

80 
----~ --...---

8 
90 

200 

20 

863max 

100 
5 

100 -

-,. 1· 
1.6 

~i 14 

1 . 1 

c 1 

t 

13 

,'" 11 .1 

BDX 91 BDX 93 BDX 95 

60 
60 

5 

80 
80 
5 

100 
100 

5 ------ -""----
8 

12 

90 

- 65 à + 200 
200 

V 
V 
V 

A 
W 

oC 

V 
V 
V 

A 
A 

W 

oC 
oC 

1,94 °C/W 
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CARACTERISTIQUES (Tj = 25 oC sauf indication contraire) 
BDX 91 BDX 93 BDX 95 

Tension de claquage collecteur-émetteur (1) 

IC = 100 mA ................................................................................ V(BR)CEO min 60 80 100 V 

Courant résiduel collecteur-base 
lE = 0; VCB = VCBO max 
1 E = 0 ; V C B = 30 V ; T j = 200 ° C : BD X 91 
lE = 0; VCB = 40 V ; Tj = 200 oC: BDX 93 
1 E = 0 ; V CB = 50 V ; Tj = 200 ° C : BDX 95 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

} 
IB=O;VCE = 60V:BDX91 } 
IB=O;VCE = 80V: BDX93 
IB =0;VCE =100V: BDX95 

........................................ ICEO 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0; VEB = 5 V ..................................................................... . IEBO 
Gain en courant continu (1) 
IC = 3 A; VCE = 2 V ................................................................. . 
IC = 5 A; VCE = 2 V ................................................................. . 

hFE 
hFE 

Tension base-émetteur (1) 
IC =3A;VCE =2V ................................................................. . VBE 
Tension de saturation base-émetteur (1) 
IC = 3 A; 1 B = 0,3 A ................................................................. . VBEsat 
IC =5A;I B =1 A ................................................................. . VBEsat 
Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
IC = 3 A ; 1 B = 0,3 A ................................................................. . VCEsat 
IC =5A;I B =1 A ................................................................ .. VCEsat 
Fréquence de transition 
1 C = 1 A; V CE = 10 V ; f = 1 MHz .......................................... .. fT 
Gain en courant alternatif à f = 1kHz 
IC =O,5A; VCE = 10 V ........................................................... . Ih fe ! 

Temps de commutation 
IC = 3 A; IBl = -I B2 = 0,3 A; VCC = 30 V ............................. . 

temp s d' établ i s sement ............................................................ ton 
temp s de coupu re .............. .... .... .............................................. toff 

(1) Mesuré en impulsions avec tp <; 300 IJS et Ô" 2 '70. 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

V1M = 55 V 

tr = tf = 15 ns 

t p = JO fJ S 

T = 500 fJs 

Vcc 

20n 

~ 82n 
V~ --~~ __ ~~~H 

o t 
1S0n 

+ 
~ sv 

max 

max 

max 

max 

min 
min 

max 

max 
max 

max 
max 

min 

min 

max 
max 

rB1 -

lB 

0 

- r B2 

le 

0 

-------~~---------

10% 

0,1 

2 

20 
10 

1,4 

1,5 
2 

0,8 
1 

4 

40 

90% 

1 
2 

t 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 
V 

V 
V 

MHz 

IJS 

IJS 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admi se pour 1 e fonctionnement en conti nu 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

1----- Tmb ", 25 Oc 

ICMmax 
6 = 0,01 

10 " --'" 
f- ICmax --'" 

~" " , \ 
1\ \ 

l i\ II 
\\ [\ 

1 

10 

(1) Courbe de P tot max et P crête max 

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température) 

cr; M lI> 

"'''' X X x 
0 00 
m mm 

--'" 

1\ 

\ 
~ 

500l-'S 

1\ 

1\ 
'1\ 

1\ 
1ms 

I\J\ 

1\ 10ms 

d.c 
10 2 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

~-

Ô= 0,01 

10 0,02 
r--OOS 

r--O,1 

1 
10- 5 

1--
r--

0,2 

0,5 

1 

11---

10 

1 
10-5 

3 

2 

1 

i""""" 
r-

0 

-
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Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à ICmax 

--
~ ..... - -...... ~ 

r-- ......... ::..;:: ~ 
"""- ...:::: ~ ~~ -~ ~~ ~ 

~ ~ -
10-4 10-3 

Facteurmultiplicateur du courant 

Ô -0,01 esecondcloquageà VCEO max 

1"'-
r- '\. 

~2 i\. 
......... 
~ \ 

~ "- \ r---... \ 
~ !\ 

0,1 - "-
t-

....... 1\ 
0,2 " --- C\. 
0,5 ~ 

1-- ~ ~ -
1 

10-3 10-2 

SLSL -tpl+- 1 _T_I ô:.!..e. T 

Ô _1 

-0,7 .... .......... 

1-- 0,5 " 
.... 

0,2 ~ 
.h ':/ 
/~ 
7" 

...... 
0,1 

-- D,OS 
...... 0,01 

10 3 10 2 10 1 t p (5) 10 



Ptot ma x 

1%) 

10 0 

50 

o 
o 100 

VCEsat 
IV) 

, 

2 

1\: 

200 

IC= 0.5A 

..... -V 

lA-t--2A- 3A 4A SA 6A 7A 8A 

\ \ 1\ 1\ 

\ \ \ \ ' 
"' , 

" -"' r-- -I-r-. ---

10 
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VCE = 2V 
Tj - 25 Oc 

typ 

........ 

......... 
1"'.. 

" 1\ 

IC lA) 10 

Valeurs typo 
TJ = 25 Oc 

lB ImA) 
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INTRODUCTION 

transistors de puissance 
au silicium 

PNP 
~ 

BOX 92 
BOX 94 
BOX 96 

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 92, BDX 94 et BDX 96, sont des transistors à base épitaxiale 
en boÎti er TO-3. 
Avec leurs complémentaires les BDX91, BDX93 et BDX95, ces transistors sont principalement destinés aux étages 
de sortie d'amplificateurs à usage général et aux applications de commutation. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................................. . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ................................. . 
Tension coll ecteur-émetteur (base ouverte) ............................... . 

Courant collecteur (continu) ....................................................... . 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tmb =25°C ....................... . 
Température de jonction ............................................................. . 
Gain en courant continu 

-IC = 3 A; -VCE = 2 V 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

Coll ecteu r rel i é au boÎti er 

Accessoires fournis sur demande: 

56201 D semelle mica 
5t 20 1 G canon i snI 'ln t 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 

01 
<0 

)( ... 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ....................................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................................... . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....................................... . 

-VCBO max 
-V EBO max 

-V CEO max 

-IC max 
P tot max 
T· 

J 
max 

hFE min 

26.6 mdX 

-

... ; 

-VCBO max 
-V CEO max 
-VEBO max 

BDX 92 BDX 94 BDX 96 

60 80 100 V 
5 5 5 V 

60 80 100 V - ---....-
8 A 

90 W 
200 oC 

20 

c 

L 

13 
11 

.. 1 .. 

BDX 92 BDX 94 BDX 96 

60 80 100 V 
60 80 100 V 

5 5 5 V 

Courants - '" -
Courant collecteur (continu) ............................................................. . -IC max 8 A 
Courant collecteur (crête) ................................................................. . -I CM max 12 A 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée jusqu'à T mb =25°C) ............................... . P tot max 90 W 

T empératu res 

T stg - 65 à + 200 oC 

T· max 200 oC 
J 

Température de stockage ................................................................. . 
Température de jonction ................................................................... . 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction - fond de boîtier ................................................................... Rth j-mb 1,94 °C/W 
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CARACTERISTIQUES (Ti = 25 oC sauf indication contraire) 

BDX 92 BDX 94 BDX 96 
Tension de claquage collecteur-émetteur (1) 
-IC = 100 mA .............................................................................. -V(BR)CEO min 60 80 100 V 
Courant résiduel collecteur-base 

lE = 0; -VCB = -VCBO max .................................................. .. 
lE = 0; -VCB = 30 V; Ti = 200 oC: BDX 92 } 
lE = 0; -VCB = 40 V; Ti = 200 oC: BDX 94 ................... . 
lE = 0; -VCB = 50 V ; Ti = 200 oC: BDX 96 

-I CBO 

-I CBO 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

: ~ : ~ ~ ~~~~: ~~ ~ ; ~~~ ~~ } ......................................... . 
I B =0;-VCE =100V: BDX96 

-ICEO 

Courant résiduel émetteur-base 

IC = 0; -VEB = 5 V ................................................................. . -I EBO 
Gain en courant continu (1) 
-I C =3A;-VCE =2V ............................................................. . 
-IC = 5 A; -VCE = 2 V ..................... " ........................................ . 

hFE 
hFE 

Tension base-émetteur (1) 
-IC=3A; -VCE =2V ............................................................ .. -VBE 
Tension de saturation base-émetteur (1) 
-IC = 3 A ; -1 B = 0,3 A ............................................................. . 
-1 C = 5 A ; -1 B = lA ............................................................. . 

-VBEsat 
-VBEsat 

Tension de saturation collecteur-émetteur (1) 
-IC = 3 A ; -1 B = 0,3 A ............................................................ .. 
-IC = 5 A ; -1 B = l A ............................................................. . 

-VCEsat 
-VCEsat 

Fréquence de transition 

-IC = lA; -VCE = 10 V ; f = l MHz ...................................... .. fT 
Gain en courant alternatif à f = 1 kHz 

-IC = 0,5 A; -VCE = 10 V ...................................................... .. lhfel 
Temps de commutation 

-IC = 3 A ; -1 B l = 1 B2 = 0,3 A ; V CC = -30 V 

temps d'établissement ........................................................ ton 
temps de coupure ................................................................ toff 

(1) Mesuré en impulsions avec tp < 300 ilS et 5 < 2 %. 

TEMPS DE COMMUTATION 

V]M = 55 V 
tr = tr = 15 ns 
t p = 10fls 
T = 500 fls 

+;I5V 

Vcc 

max 

max 

max 

max 

min 
min 

max 

max 
max 

max 
max 

min 

min 

max 
max 

-ls, 

-ls 

0 

IS2 

-le 

0 

---__ ~'V' _____ _ 

0, l 

2 

20 
10 

1,4 

1,5 
2 

0,8 
l 

4 

40 

1 
2 

90% 

t 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

V 
V 
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V 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 Région admi se pour 1 e fonctionnement en continu 

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

Tmb ~ 25°C 

-ICMmax 
5 = 0,01 

10 "'-
"-

-I Cmax "-
1)- " ",1\ , \ 

~\I 
l 2\\ II 

\~ 

! 

i 

10- 1 1 

1 10 

(1) Courbe de P tot max et P crête max 

(2) li mites de second cl aquage (i ndépendantes de 1 a température) 

N 
en 
x 
0 
en 

" 
"-

i\ 
\ 

~ 
1 

1 

! 1\1 

\ 
\\ 

i' \ 
i 

\ 

1 

1 1 

èj\t~ x x 
00 
en en 

1 

t p = 
100 iJS 

500 iJS 

1 ms 

,1'\11 Oms 

d.c. 

10 2 
r'I 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à -ICmax 

M SB III 
~-

0= 0,01 

10 0,02 
-005 

-0,1 

--
0,2 

0,5 

'1 

f--
f--------
f----.---

t------t--
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10 
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1-----

1 
10- 5 

3 

Zth J-mb 
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...-
,... 
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--V 

10- 4 

:--. -...... 
.............. 

r--

10 4 
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r--2E2 
........ 

~ 
0,1 -
O,i. 

0,5 

1 

0-1 

0,7 -
0,5 

0,2 ....: 
./.. /' 

V ...... 
IZ: 

0,1 
0,05 

; 
0,01 

10-3 

~ 
........... .." ~ --~ t--~ ...... r- l''- ~:::;I::: 

~ 
~ E:::: t-r---- t-

t p (5) 10-2 

Facteurmultiplicateurdu courant 

de second cl aqu age à - V CEO max 

~ 
\. 

1'\ 

~ r\ 1 

1"'- 1\ 
1"- f\ r-. ~ 
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l' 

T' - r-- ~ l''-r--

~ 
r--- t::::== ~ t-
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-VCEsat 
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VCE 2V 
Tj = 25 Oc 

typ 

-r- r"'-I"-

~ 

" 1'... 
l"-

r-.. 

10 ' -IC lA) 10 

SA GA 7A BA 
1. .J _\ Valeurs typo 

1\ \ 
, Tj = 25 Oc 

1\ \ 1\ ~ 
~ 

" " ...... ,... 
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transistors de puissance 
au silicium 

NPN 

~ 

APPLICATIONS USAGE INDUSTRIEL 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Transistors NPN au silicium, en boîtier métallique, 
utilisés dans les systèmes de commutation rapide, 
et notamment dans les convertisseurs de tension. 

Caractéristiques principales 

VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 
V CEO ................................................ max 
ICM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 
Ptot (à T mb = 75 oC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 
VCEsat(lC=10A;IB=1A) ............................. max 
tl (le = 5 A; lB = -·I BM = 0,5 A; Vcc = 30 V) ............... max 
fT (f = 5 MHz; Ic = 0,5 A; V CE = 5 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typ 

BOY 90 

120 
100 

15 
40 

1,5 
0,2 

70 

BOY 91 

100 
80 
15 
40 

1,5 
0,2 

70 

BOY 90 
BOY 91 
BOY 92 

BOY 92 

80 
60 
15 
40 

1 
0,2 

70 

v 
V 
A 
W 
V 
I.lS 
MHz 

Brochage Valeurs à ne pas dépasser 

(Limites absolues) 

c 
E 

M 
g 

c 

Boîtier JEDEC TO.3 
Accessoire 56201 D 

56201G 

Collecteur relié au boîtier 

13 
11 

BOY 90 BOY 91 BOY 92 

V CBO . . . . . . . . .. max 120 
V CEX (V EB = 1,5 V) max 120 
V CEO .......... max 100 
V EBO . . . . . . . . .. max 6 
Ic ......................... . 
ICM ........................ . 
lB ......................... . 
IBM' ....................... . 

-lE······················· . 
-lEM······················ . 
Ptot (T mb = 75 OC) ............ . 
Tstg ....................... . 
T J •••••••••••••••••••••••••• 

Rthj _ mb ................... . 

100 
100 

80 
6 

80 
80 
60 

6 

V 
V 
V 
V 

max 10 A 
max 15 A 
max 2 A 
max 3 A 
max 11 A 
max 15 A 

max 40 W 
- 65 à + 175 oC 

max 175 oC 
2,5°CjW 
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Caractéristiques (T. = 25 oC) 
J 

-.Fi __ BOY 90/91/92 - Page 2/6 

1 CEX (V EB = 1,5 V; V CE = V CEX max; T mb = 150 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. max 3 mA 
VCE sat (lc = 5 A; 'B = 0,5 A) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,5 V 
VBE sat (lc = 5 A; 'B = 0,5 A) .......................................................... max 1,2 V 

BOY 90 BOY 91 BOY 92 

V CE sat (1 C = 1 ° A; 1 B = 1 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,5 1,5 V 
VBE sat (lc = 10 A; 'B = 1 A) .................................. max 1,5 1,5 1,5 V 
h FE (lc = 1 A; V CE = 2 V) .......................................................... min 35 

h FE (lc = 5 A; VCE = 5 V) ........................................................... {~~: 1;g 
h FE (lc = 10 A; VCE = 5 V) ......................................................... min 20 
fT (f = 5 MHz; Ic = 0,5 A; V CE = 5 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lyp 70 MHz 
ton (lc = 5 A; 'B = -IBM = 0,5 A; VCC = 30 V) ......................................... max 0,351Js 
Is (1 C = 5 A; 1 B = - 1 B M = 0,5 A; V cc = 30 V) .......................................... max 1,3 IJS 

If (1 C = 5 A; 1 B = - 1 B M = 0,5 A; V cc = 30 V) .......................................... max 0,2 IJS 

Montage de mesure 

Vcc =30V 

Ie = -leM 

SA 

7A 

VBB=-6V 

t, < 50 ns 
tj < 50 ns 

--0 
ose i lloscope 

Impulsion d'entrée 

IB 

~--~------+--,------t 

1 
-IBM --t-----­, 

1 

Impulsion de sortie 

1 
-+1 ton ,.- -./ toff 1'--

, 1 1 1 

-+ftdttr '.- -+ltsttfl'--
30V ~""".....t 1 l, 

-1 - - -1-~ 900/0 
l '1 __ 1004 

J------...;;;~iiooiiiiooiiiiiiii..._&.;;;;;..;;~ __ t 

durée de l'impulsion t p = 20 ~s 

rapport cyclique 6 = 0,02 



Courbes caractéristiques 
102 

le 

lA 

10 

) 

l Cr:!",r.-
n 

lemax 

l 

r--

Tm b:7SoC 

II 
rapport cyclique ; ô = 0,1 

J\ ,\ \ \ \\ \ 

t'.l 
\ ~ IcttT 

f0.\ \ l\";; i.t~ 

~ ~ ~ ~~ 
~ 

't:::..\ 

l'~ 
N~ 

10 "Lb ImA~ 1 

-, t::::= l'\ 
F= 

10 -2 

le 

lA ) 

10 

r-- 2 m r---
r---
-
- °ao 100 '20 

VCEIV) 

UUll 
10 

"t,b=7S"C 

11 -.l -.l 

IëM,;;t;;-
1 rapport cyclique; ô =0.1 

n ~I\ ~ Ù\ 
Icmax 

r----t-' \\ .:s:~ 
:0,\\ ~ ~~ 

I~ ~ ~ e~ l 

1'\\ 
'1.\ 
~ 
,,~ 

r--
N 'lJ:} ImA~ l 

't::= 
1 
1 

r----
2 m 

r---
060 80 100 r---

VCEIV) 

2 11111 
10 

BO'f~O 

~=O,O~~ F= 0,02= 
0,05= ~ 0,1_ 1--
0,2-1--
0,5-1--

=' - t-
f::::~ ,-r--.10 -
1-----"20 

1-1-

BDY91 

~=O,01ms 
O)O~= F 
&05_ ~ 
O'~-1--
.:-t-

0,5-1--
=1 _ t-______ 2 

=1~ -
1==-20 

1--
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Tmb-,.7S"C BDY92 t-

le 
lA) 

1ëM,;;~ 
_ rapport cyclique ;15=0.1 

TI ~I\ ,\ \ \ \\\ 
Icmax 

10 

i'>....i f'd: ~tt 
~\ ~ ~~ 

l ~~ ~ D.I.\ 

~ ~ 

't:::..\ 

1---

"LB 
l'S~ 

ImA~ 1 N 
-, 1:===:=:: 

1 2 m r--
r--
r--

040 60 80 r--
VcEIV) 

10 

-2 III :11 

tP=glg~~ t:::: 0'05= 1= ~d/-= t-
0,2-t-
0,5-t-

60=1 _ t-
~g 

t-f------10 -
1--20 

10 
10 102 VCE IV) 

Aire de fonctionnement 
(régions 1 et Il polarisées en direct) 

- région de fonctionnement en courant continu 
Il - région de fonctionnement en impulsions récurrentes 
III - région de fonctionnement en impulsions récurrentes 

avec - V SE :;;' 1,5 V 

t-

t-- VCE =VCEXmax 
t--
r--- -VBE = 1.5 V 

1 
j-

10 

V. V typ 

LL 

Il 
j 

V 

'1 
Il 

1 l.. .. 10 
o 100 200 
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10 

1 
o 
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102 

Zth j-mb 

(oC/Wl 

10 

100 

75 

50 

25 

..... 

... ..... ..... "-
... ...... .... 

6=1 
0,75 
0,5 
0,33 
0,2 

01 ~ 

~ 

1-- -<1>- ~ - 0;05 
002 

:1;0'01 

-- t--
r--.... 
typ, 

" 

valeurs typiqu~; 
VCE = 5 V 1-1-

_.- 1--1--

I e=10A 

1 

SA 

1A 

-... .... O,SA 

1-.. 
100 200 

1 

~ .... 

1 

10 

~ 
1'-. 

"" 

10 

1S0 
~~ 

fT 
(MHz) 

100 

SO 
/' 

/ 
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JLJl.. 
-Itpl- 1 t 

--T--I Ô=...E. 
T 

1 

VCE =5 V 

Tj =25°C 

lc (Al 

VCE=SV 
f= SM Hz 
1J=2SoC 

~ ...... 
/ 

, typ ~ 
./ 

iii 

1 le (A) 10 



~. 

VeEsa t 

(V) 

o 
10-1 

1,5 
j~ 

VBESQ 

(V) 
t 

1 

-
0,5 

~ 

1 

typ-"", -..... ~ i""' ..... 

1 

Tj =2SoC 

.!.ç, = 10 
lB 

Il 
.II 

/" 
/ 

le (A) 

1 1 1 
Tj=25°C 

~ =10 
lB 

~II" 

,.",. ~ 

le (A) 

'f 

10 

10 

. .-
-

V CE sa t-

(V) 

VBEsat 

(V) 

1 

0,5 

v 

-

l 
II~ 

_vFi+ BDY 90/91/92 - Page 5/6 

-1 Til 1 1 1 
r 

[valeurs tYPiques} 
f- le -
v _ =10 
- I B 

~ 

~ 
,.",. 

I e=10A" 
, 

" L..,. ~ .. 

,.,. .... 
SA ...... 

L,... " " -.... 
.-~~ 

1A 

O,SA .. 
100 • 200 

1 TT 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

~aleurs typiques t 1 r= e - =10 l- V 

lB - -

1 

.. -'- Ie=10A---

"10... 
l-r--'-

1"-0 ~ -. SA .. .... I-~ .. .. ..... .......... 
..... ..... ....... .... .... .... 

J.A -..... -~ ..,.... .... 
-,-~ 

O.SA 

.. 
100 • 200 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN BOY 93 
BOY 94 

Transistors de puissance, haute tension NPN, au silicium, '. 
en boîtier TO.3. Ces transistors sont principalement utilisés 
dans les convertisseurs, les onduleurs, les régulateurs par 
commutation et les commandes de moteur. 

Caractéristiques principales 
BOY 93 94 

VCESM (VBE = 0) ..... max 750 750 

VCEO .............. max 350 300 

ICM ............... max 6 6 

P tot (T mb ~ 50 OC) ... max 30 30 

VCE sat (lC= 2.5 A; 
IB=0.5A) ... max 1,5 1,5 

tf(VCC= 1.25V; 
IC = 2,5 A, 

lB 1 = IB2 = 0,5 A) typ 0,4 0,5 

Brochage (Dimensions en n:m) 

1 
~3.15 

1 c 1 tl~~J 

boîtier TO.3 

ri 
~I d 
N 

U 

Collecteur relié au boîtier 
Accessoire: 56339 

56352 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

BOY 93 94 

VCESM (VBE = 0) ........... max 750 750 V 

VCEXM(-VBE= 1,5V) ........ max750 750 V 

VCEO ..................... max 350 300 V 

IC, ........................ max 4 A 

ICM ........................ max 7 A 

lB ......................... max 2 A 

IBM ........................ max 2 A 

-lB (AV) .................... max 100 mA 

-IBM ...................... max 3 A 

Ptot (T mb:Ç 50 °C\ .......... max 30 W 

T stg ....................... - 65 à + 125 oC 

Tj .......................... max 125 oC 

RESISTANCES THERMIQUES 
Rth j-mb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.5 °C/W 

Rth mb-h (avec rondelles 

de mica et de plomb). . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,7 5 °C/W 

Rth mb-h (avec rondelle 

de plomb) ......................... 0,5 °C/W 

Caractéristiques (Tj = 25° C) 

BOY 93 

ICES(VCESM=600V;VBE=0) max 

ICES(VCESM=750V;VBE=0) maxO,5 

ICES (VCESM = 600 V; VBE = 0; 

Tj = 125 OC) ............ max 

ICES (VCESM = 750 V; VBE = 0; 
Tj = 125 OC) .............. Il)ax 2 

IEBO(VEB=6V;IC=0) ....... max 5 

} l'â5 hFE (VCE= 5V; IC = 1 A) ..... 

60 
hFE (VCE=5V;IC=3A) .... min 5 

VCE sat (lC= 1 A; 1 B= 0,1 A) .... max 

VCEsat(IC=2,5A;IB=0,5A) . max 1.5 

VBEsat(lC=2,5A;IB=0,5A) .. max 1.5 

VCEOsust 
(lc=100mA,IB=0,L=25mH) min 350 

Mesure de VCEO sust à l'oscilloscope 

250 r-----__ 
200 
le 

ImA} 

100 

o ~--------------~~--
VCEO IV} 

Circuit de mesure de VCEO sust 

hor. 

osciJloscope 

vert. 

30-60Hz 1fi 

94 

0,5 mA 

mA 

2 mA 

mA 

5 mA 

25 
à, 
80 

5 

V 

1,5 V 

1,5 V 

250 V 

Cc (VCB=10V;IE=l e =0;àf=1 MHz) ... typ 85 pF 

nF 

MHz 

Ce (VEB=2V;IC= I c =O;àf=l MHz) ... typ 1,4 

fT (VCE= 10V;IC=0,2A;àf= 1 MHz) .... typ 8 

175 
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Temps de commutation 

(VCC= 125V;IC=2,5A; 

lB 1 = ~IB2 = 0,5 A) 

BOY 93 BOY 94 

ton { typ 0,25 0,25 ................. 
0,5 0,5 max 

t s · .................. { typ 2 2 

max 3 3,5 

tf· . { typ 0,4 0,5 ................ . 
0,6 1,0 max 

tf (à Tmb = 95 OC) max '1,2 2,0 

Cou rbes ca ractéri sti q ues 
Aires de fonctionnement 
(régions 1. Il et III polarisées en direct) 

le 
(A) 

Tmb:>50 0 C 

BDY93 
102 

en impulsions . 5 =0.01 

l' l' 11111111 1 

ICMmax 
t p = 

- "' 
10 

ICmax I~·,q.l,ms 
0.02 

~I 
1 \ O.OS 

f-~ second R~ DI}'-

§ :!:cl,lquage 0.21 1 
0.5 

~ - . 
1 
2 , 

1 1 
, 
III 

, 1 . 
! I,Î i II 1 IV 1 

10- 3 
1 10 ~03 VCE (V) 104 

- Région admise pour le fonctionnement en continu, 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en 
impulsions. 

III - Aire de fonctionnement permise avec tp ~ 0,6 fJ-s, 

et RB E ~ 100 U , 

IV - Aire de fonctionnement en impulsions récurrentes avec 

VBE ~ ° et tp ~ 2ms. 

(régions 1 et Il polarisées en direct) 

103 

le 
(A) 

10 

10- 1 

10- 2 

1 BDY94 

m mpul Ions -0.0'1 

tle~111 III 1 III!!II 1 1 

Pc 

'\j \ 

-
second 1\' 

~ 
claquage 

1 

1 

1 10 102 

mb<50 0C 

;g"o~;;;S 
,m 

Iii 

'.0:'-

ID' 

1 

(Il 1 

103 VCE (V) 10 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu, 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en 

impulsions 

III - Aire de fonctionnement en impulsions récurrentes avec 

VBE ~ ° et tp ~ 2 ms. 
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o to .6V Vcc =12SV 

1pf 

OLS 1pf 

1 62 - - -- - - - -

v, 

125V 

Impulsion 
d"entrée 

Temps 

Impulsion 
de sortie 

T ernps 

BDY93 Filetpur multipliC<lIeur du seconrl cldqllilçje à VCEOmélx 

MS~V)r-~~-t++~r--+~-r++~r--+~~;~;'~;'~~~;~:~~~~~ 

~ 
10 1=0.1 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmax BDY94 

MSB(V) 
-

1 

_. 
~O:?l 

.. 

-b. 
0.02 r-

~ tf ~ 0.1 

f=-
OS 

0.2', llIo 

10 

0.33 

0.51 ~ 
0.75 ~ 

1 
10- 2 10 'p (ms) 102 



Félctf!ur multipIILat\~lIr nu second Clélqu<lgP à ICmax 

1 1 

li -
JO 102 103 'p (ms) 10-1 

15 

Hl 

-+\ t It VCE lOV -
T J 2S Oc 

f==-~ ,1 f-=-----t :J± 
-- - 1--=--t~ ;t- 1-. -+ 1+ 

_. ~1, tl ~,_.l ï2-1' . --+ 
r+ 

H" typ -..~ ~-++ 

d; ~1 i'f f+ 
/'" 

--
t -:--t + 

~' 
--=-=r~~-:: -i-Wf±t- r-- ·41 - -

~ ,- . - f--
1-. 

\-- ., ----1-- • -' ,lt t \- ~t _._ ---t--::-+--: +tt -

, t--f- H+ 
le (A) 10 

10 

VCEsat 
(V) 

7.5 

2.5 

10 

VCEsat 
(V) 

7.5 

2.5 

-

1-- ~A 

1--

\ 
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valeurs 
\ maximales 

_\ 
T J =2S0C le = 5A-

1 \ 
1 

4A 
'\. 

\ 

3A 

,\ t-

:-"r-
2A 

"1 
r-.... 

0.25 0.5 0.75 1.25 18 (A) 1.5 

H· +- 1 
!\ r\ 1- ~- - t--. V,llt'IIfS tVIlI(llH'S 

1--~\ +1-- 1-- T J =2S oc 

\ 

\'- 1- i\ 1--1-- 1-
)e=5A 

1-- r\ 
1\ 1--

-lA 1--

\ 
, -l- I-- -

1\ A 1\ 

1-"- 1" 
1--'1;.:" 

fi 
Il 

i\"A -t l - i"'-

Il.:'h IL:, 11.75 1.25 IR (A) 1.5 

VBEsat 
(V) 

0.75 Il 1 1 

J--
! 
1 

0.5 I--+-+--t-t-+-+-+I-t-+-+-+-+--+-t--l 
-+-+-t-+--+- - .; r -+-+-t--+--+--+-t--J 

-+-+-+-t--I--H1 -+ 
t--+~-+-+-t--~I-+~-+-+-r-+~~ 

1 l , 

0.25 H--+.--+-hl-+-Jl--l---L-L-.......J_+-I H . ._+ 1 valeurs typiques~_ 
. f- 1-1-- -j ~J ~ 2 ~ Oc: 1 

() _. H' l' --t+t-r--c-
o 0.5 lB (A) 1.5 
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100 

75 

50 

5 

0 

100 

hFE 

75 

50 

25 

o 

= BDY93;VCE 750V -
ICES 
(fiA) 

r- BDY94;VCE 750V 
~- BDY95;VCE =600V 
!-

~ 

10 

10- 1 
o 

t........ 
t........ 

VCE =IV ;Tj = 125 oc 

VCE=5VJj =25 Je 

10-1 

-.......... 
f'.. 

........ 
VCE = IV ;Tj = 125 oc;-. 

VCE = sv ;Tj =25 dc 

10- 1 

VBE =OV lt 
/ 

j 

Ityp 
1 

V 

50 

IIDY93 

valeurs typiques 

VCE- 5V ;Tj -I2S"C 

l' 

i""""-

...... 

VCE 

...... 
...... 

-t-

........ 

" ........... "' ,..." ........ 
...... ~ 

i"""--. ~ 
IV;Tj 25 oc .......... .......... r-.. 

IC (A) 10 

BOY94 
BOY95 

valeurs typiques 
r-

VCE-5V;Tj=1250C 

1'.. 
'\. 

'\ 
'\ 

........ '\ 
.......... '\. 

.......... " ,...... .......... ,", 

............ ~ 

VCE =IV;Tj=25 OC .... ~ ...... 
~ ..... -
IC(A) 10 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 

INTRODUCTION 

BOY 96 
BOY 97 

Transistors de puissance NPN haute tension, en boîtier TO-3, utilisés dans les convertisseurs, les onduleurs, les 
commandes de moteurs et les alimentations à découpage fonctionnant sur le secteur 220 volts. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

BDY 96 BDY 97 

Tension collecteur-émetteur (Y BE = 0) ................................................. . 
Tension collecteur-émetteur (R BE = 100 Q) ......................................... . 

YCESM max 750 750 Y 
YCER max 450 400 Y 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ........................................... . 
Courant collecteur (continu) ................................................................. . 
Courant collecteur (crête) ....................................................................... . 
Puissance totale dissipée jusqu'à Tmb = 90 oC .................................. . 

YCEO max 350 300 Y 

IC max 10 10 A 
ICM max 15 15 A 
P tot max 40 40 W 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IC = 5 A ; 1 B = 1 A ....................................................... : .................. . YCEsat ~ 1,5 1,5 Y 

Temps de décroi ssance 
IC = 5 A ; 1 B 1 = 1 A; -1 B2 = 2 A .................................................. .. tf typ 0,3 0,4 ~s 

9.5 moK 

3.15 
DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 
NO 
..j..j 

Boîtier TO-3 a 
E 

8 .3 N 

Collecteur relié au boîtier 
13 
11 

Accessoires: 56339 - 56352 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) BDY 96 BDY 97 
Tensions 

Tension collecteur-émetteur crête (Y BE = 0) ............................................. . 
Tension collecteur-émetteur (R BE 100 Q) ........................................... . 

YCESM max 750 750 Y 
YCER max 450 400 Y 

Tension collecteur-émetteur((base ouverte) ................................................. . YCEO max 350 300 Y 

Courants 
~ 

Cou rant coll ecteu r (conti nu) ....................................................................... . IC max 10 A 
Courant collecteur (crête; tp ~ 1 ms) ......................................................... . 
Courant base (continu) ................................................................................. . 

ICM max 15 A 

lB max 4 A 
Courant base (crête; t ~ 1 ms) ................................................................. . 
Courant base inverse (~ontinu ou moyen sur une période de 20 ms) ........... . 
Courant base inverse (crête) au blocage .................................................... .. 

IBM max 6 A 

-1 B(AY) max 100 mA 

-IBM max 6 A 

Puissance dissipée 

Puissance totale dissipée jusqu'à Tmb =90 oC ......................................... . P tot max 40 W 

Températures 

Température de stockage ............................................................................. . 
Température de jonction ............................................................................... . 

T stg -65à+150 oC 

T· max 150 oC 
J 

179 



180 

--Fi __ BDX 96/97 - Page 2/6 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction - fond de boÎti er .... .......................................................................... Rth j -mb 

CARACTERISTIQUES 

Courant résiduel collecteur-émetteur (1) 

VCE =750 V; VBE =0 ............................................................................... . 
V CE = 750 V ; V B E = 0 ; T j = 125 ° C ...................................................... .. 

Gain en courant continu 

IC = 2 A ; VCE = 5 V.................................................................................. hFE 

max 
max 

typ 

1,5 

0,5 
2 

30 

°C/w 

mA 
mA 

BDY 96 BDY 97 

T ens ion de c laquage émetteur-base 

IC = 0; lE = 5 mA ...................................................................................... V(BR}EBO min 6 

T ens ions de saturation 

IC =5A;I B =1 A ................................................................................. .. 

1 C = 8 A ; 1 B = 2,5 A 

Tensions de maintien collecteur-émetteur 

1 C = 100 mA ; 1 B = 0 , L = 25 m H .............................................................. .. 
1 C = 100 mA; RB E = 100 Q ; L = 5 m H .................................................... .. 

Fréquence de transition à f = 1 MHz 

VCE sot max 

VBE sot max 

V CE sot max 

VBEsat max 

1,5 
1,4 
3 
2 

V CEOsust min 350 
V CERsust min 450 

1 C = 0,2 A ; V CE = 10 V.............................................................................. fT typ 10 

Temps de commutation 

1 C = 5 A ; 1 B 1 = 1 A ; -1 B2 = 2 A ; V CC = 250 V 

Temps d'établissement ........................................................................ .. ton typ 0,35 
max 0,5 

Retord à la décroi ssance ...................................................................... .. t s typ 2,5 
max 3,0 

Temps de décroissance ........................................................................ .. tf typ 0,3 

Temps de décroi ssance (T mb = 95 ° C) ................................................ .. tf max 1,0 

6 

1,5 
1,4 
3 
2 

300 
400 

10 

0,35 
0,5 

3,0 
3,5 

0,4 

1,3 

V 

V 
V 
V 
V 

V 
V 

MHz 

~s 

~s 

~s 

~s 

~s 

~s 

(1) Mesuré avec une tension sinusoïdale redressée (traceur de courbe) ; base en court-circuit par rapport à l'émetteur 
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oscillogramme des tensions de maintien 

250 -r-...... --__ 
200 
lc 

(mAI 

100 

oL---------------~----~--~ min min VCE (VI 

VCEOsust VCERsust 

circuit de mesure de VCEO sust circuit de mesure de VCER sust 

circuit de mesure des temps de commutation 

+2SV------------~------~__, 

• ,Ti 

\~P t
l t p 

Vi 

T = 2 ms 

100 
n 

t p = 20 ilS Il 

V1M = 15 V -"--........ ----+---~__i 

ISl t,~ 30ns 
90 =~~--:r_= _____ --:'"_=_.."._""'-_ -

iS (%) '\ 

son 

T.UT. 

10~~~ _________ ~ ___ ~ __ ___ 

+ 

+ 50V 

....... ---hor. 

oscilloscope 

....... ---vert. 

i 
1 

100 Vcc 
~F 250V 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRES DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE avec le transistor polarisé en direct (régions 1 et II) 

Région admi se pour 1 e fonctionnement en continu 

II Extension permise pour le foncti()nnement en impulsions 

III Aire de fonctionnement permise pendant l'établissement avec tp <;; 0,3 ~s et R SE <;; 100 Q 

IV Aire de fonctionnement en impul sions répétitives avec V SE <;; 0 et tp <;. 2 ms 

r-t-:-tttt-- ---1 BOY 96 

-r-+ , -T 

T mb ~ 90 Oc f- t 1 i 
1 

ICMmax 
5 - 0,01 

" -"'-
, Il 

10 
ICmax t p 

~ Ptot max 

_20 ~s 

" 1 
, 

I\. '\ \ \ 
\ ~ rr\ ' ~50 

100 

200 
r----r-

/ \\\ 1 

506 
courant 

1---r- contÎnu 

~\\ 1U-1ms 
2 

~ 5 

---1 r, 10 

Il l , cc 

l 
1 1 

C- m 

1 

nz: 
10 103 

VCE (V) 
10" 

102 

i 
100 Zth J -

\ 
(oCI 1) , 

10 

~\ --c-
\ 

, 75 

i 1 ~ r-
I \ 

·6 = 1 

1 :g~! 
50 

r- -
\ 

1 'o-r- '.1 
1 

\ 
L \ 

25 10 1 ~ :002., 

--l-++ 
l' ~ i ' , 1 -r--t-t-i , 

1 : -+ 
1 o o 50 

- '10~1 

10 2 V 
10-J 10- 2 

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température) 

BDY97 

, 
T mb ~ 90 Oc 

leMmax 
5 = 0,01 

"" "'-
Iemax 

t -p 

20 ~s 

10 

r-- Ptot max " '\ \ 50 

\ ~I\ rr\ I, 100 

200 

courant 
/ 

continu 1\ \ \ 
500 

f:\\ Il 
' 1ms 

i ,\, Il 2 1 

1 
1 

5 
10 
cc 

1 

10- 2 
l 

m 

Il 
l'l 

10 

--
ft 

rrffitr-++H*~++~m-~rnn~--r~ Jrr 

10 

10" 
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MSB(V) 
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l 

10- 6 

--_.-

Facteur multiplicateur de la tension de second claquage à le m,lX 

11111-

Hl110l 

-1~~~- ~~ F;;; 

,- rHt "-
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bl,l] ~ ~ 

'" _ .. - - Htt-

0,2- -- t- r-----' 

-bl,j3 
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III 

Facteur multiplicateur du courant de second clclqudge à VCEO max 

Ô 0,01 

0,02 --... r--... 
b,b~ -r-- f:::r--

t-
b,ll -r--t-r--- G 

=--~ 
0,2 t---- r--:..: 

0,3.3 -1-

0,51 
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Il 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 
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10 

VCEsat 

(V) 

5 

o 
o 

\ 

1 

1\ 
Il , 
1 
1 

SA 

i \ 1\ 
\ \ 
\\ 

1\ \ 
1 \ 

" 

Réf. 4535-11/77 
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1\ 
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-- max. 

-- typ 

VBEsat H-+++-H-+++-+le = BA -+-H ..... ""'" 
(V) 

le = SA '. 
'-\. 

\ 
\ 
\ 

'-
'. 
:\ 0,5 H-++-1-++-H-++-t-++-1-++-t-++-i 

, 
\ '. valeurs typ'ques 

r- .. 
...... .... 

r .... 
r---[-
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INTRODUCTION 

transistors de puissance 
au silicium 

NPN 
~ 

BF 457 
BF 458 
BF 459 

Les transistors NPN au silicium BF 457 à 459 en boîtier plastique TO-126 sont destinés aux étages de sortie vidéo 
des récepteurs de télévision noir et blanc et couleur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
BF 457 

YCBO max 160 
YCEO max 160 -

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ................................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................................. . 

ICM max 

P tot max 
T· max 

J 

Courant collecteur crête ............................................................. . 
Puiss~nce total~ dis~ipée (jusqu'à T mb =90°C) ....................... . 
Temperature de lonctlon ............................................................... . 
Gain en courant continu à Tj = 25 oC; 

IC = 30 mA ; Y CE = 10 Y .................................................... .. hFE min 

Fréquence de transition 
IC = 15 mA ; YCE = 10 Y ...................................................... fT typ 

Capaci té de réaction à f = 1 MHz 
1 E = 0 ; y CB = 30 y........................ .... ............ .... .............. .... Cre < 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-126 

1.2 
Coll ecteur rel i é au boÎti er 

-

Accessoires: 
56333 pour montage isolé 

56326 pour montage non isolé 110.5 _W_ 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues) 
BF 457 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........................................ .. 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................................... .. 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ......................................... . 

YCBO max 160 

YCEO max 160 

YEBO max 5 

Courants -
Courant coll ecteur (conti nu) .............................................................. .. IC max 
Courant collecteur (crête) ................................................................... . 
Courant base (continu) ....................................................................... . 

ICM max 

lB max 

Puissance 

Puissance totale dissipée (jusqu'à T mb = 90 OC) ............................. . P tot max 

Températures 

BF458 BF 459 

250 300 
250 300 
-~ -

300 
6 

150 

26 

90 

3,5 

14 7.8 ma• _1 

BF 458 

250 
250 

5 
.....,. 

100 
300 

50 

6 

~! 
o 
E ..., 

BF 459 

300 
300 

5 

Température de stockage ................................................................... . T stg -55à+15O 
Température de jonction ..................................................................... . T· 

J 
max 150 

Y 
Y 

mA 
W 

oC 

MHz 

pF 

Y 
Y 
Y 

mA 
mA 
mA 

'II 

OC 
oC 
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RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction - ai r ambi ant .............................................................................. . 
Jonction - fond de boîtier ............................................................................... . 

CARACTERISTIQUES (Tj = 25 oC sauf indication contraire) 

Courant résiduel collecteur-base 

: ~ : ~ ~ ~~~ : ~~~ ~ ; .~~ !;~ } .............................................................. ICBO 
IE =0;VCB =25OV: BF459 

max 

Courant résiduel émetteur-base 

IC =0;VEB =3V ........................................................................................ IEBO max 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

IC =30mA;I B =6mA .................................................................................. VCEsat max 

Gain en courant continu 

1 C = 30 mA ; V CE = 10 V .. .................. .... .... ...... ............................ ........ ........ h F E min 

Fréquence de transition à f = 100 MHz 

IC = 15 mA ; VCE = 10 V .............................................................................. fT typ 

Tension de coude collecteur-émetteur 
haute fréquence à Tj = 150 0 C ...................................................................... V CEK typ 

104 
10 

50 

50 

26 

90 

15 

°C/W 
°C/W 

nA 

nA 

v 

MHz 

V 

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur-émetteur pourlaquelle le gain en petits 
signaux est égal à 0,8 fois le gain à VCE = 50 V. 

Une réduction pl us importante de 1 a ten sion coll ecteur-émetteur entraîne un accroi ssement rapi de de 1 a di storsion du 
signal. 

Capacité de réaction à f = 1 MHz 
1 E = 0 ; V CB = 30 V .. .................................................................................. Cre 

Capacité de sortie à f = 1 MHz 
1 E = 0 ; V CB = 30 V ................................................................................... Coe 

COURBES CARACTERISTIQUES 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

Je 

(mA) 

JO 

ICMmax 

~n i'rPïlsion 

Cm;JX 

(1) Courbe de P tot max et P crête max 

r 

1 ~O_,OI __ 

étitivles~ ~f' 
l" ~f0 Il) 0 m, 

fonction-
nement en ,,\ 

régime continu 1'\ 
2) , 

r'\ 

i ....... _ 00 
ln 10 .. .. 
0.. 0.. 
co al 

10 

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la temppr"tllre) 

-t-~H 
t~ =,_ I-Tmb ' 90 C 

5 p. l--10 
20 
3 

0 

IJO 
1 

1 "Y' 
5~OI 
cc 

'" "' .. 
0.. 
al 

max 3,5 pF 

max 4,5 pF 
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Facteur multip li cateur de 1 a tens ion de second cl aquage à 1 C max 

'----- -- - -

MSB(I) c------- -- --- -

~- ----- -- --

f 
, 

6 =0,01 i 1 1 

1 

~ 
0,02 
0,05 

i== -- 1 
0,1 

10 

-- ----....... ~ 

~ 
~ + ~ 

~ -....... 
i --0,5 

~ 
, 

0,75 

Il 1,0 

10 

MSB(V) 

10 

1 

Z'hj-mb 

(oC/W) 

la 

-1 
10 

Facteur mul tipi i cateur du courant de second cl aquage à VCEO max 

----

~~,Ol 

~ )l.D2 1 0,05 
~ 0,1 1 

f- ;----
~ ---

f-0,2 t"'~ 

l:::::Q,33 
r-t--. + 

0,5 ~ 
0,75 ~ ~ ê::~ 
1,0 

10 

-.;--- SUL --- --- - -- ;-

----- 1-- - --1-- - - - -- - tl;J tj1 
n '-'-

T 
6 - 1 

- -
~0,75 ----- -
t--C-+ R_5_ - ;7 --
f--0,33 --
..,.---0,2 1-

~ ~"" l ----t 
_0,1 i-

i-

~ ~ 
0,05 
0,02 -- --
0,01 

ill 1 1 
--- --

--f-I-

1 1 

-1 
1 

JO 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

ICBO 
(nA) 

10 

~ 
I--
I--
1--
t--

lL 

o 

Réf. 4539- 11/77 

f-l-
BF457 BF458 BF459 f-l-

VCB= 100 V 200V 
f-

~ 250V f-
100 

lE =0 bI ~ Ptot max 

V 

li 
II' (%) 

75 

1/ 

"max 
/ 50 

)1 

25 

o 
50 o 50 
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INTRODUCTION 

transistor de puissance 
au silicium 

NPN HF 469 

Transistor NPN en boîtier plastique TO-126, utilisé en classe B dans les étages vidéo de sortie des récepteurs de 
télévi sion couleur. 
Le complémentaire PNP est le BF 470. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Tension collecteur-base YCBO 
Tension collecteur-émetteur ..................................................................... . 
Courant collecteur ................................................................................... . 
Puissance totale dissipée (T mb jusqu'à 114 oC) ..................................... . 

YCEO 

'CM 
P tot 

Température de jonction ........................................................................... . 
Gain en courant (Tj =25°C; ' C =25mA; YCE =20 y) ........................... . 

T· 
J 

h FE 

Fréquence de transition (-lE = 10 mA ; YCB = 10 y) ............................... . fT 

Capacité réactive à f = 0,5 MHz (lE = 0; YCB = 30 y) ......................... . Cre 

DONNEES MECANIQUES 

(Dimensions en mm) 

Boîtier TO-126 a 
Collecteur relié à la partie métallique 
de 1 a su rface du boÎti er 

Accessoi res : 
56326 pour montage non i sol é 
56333 pour montage i sol é 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ..................................................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................................................... . 
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ..................................................... . 

Courants 

Courant collecteur (continu) ........................................................................... . 
Cou rant coll ecteu r (val eur crête) ..................................................................... . 

Puissance 

Puissance totale dissipée (T mb = 114 oC) (1) .............................................. .. 

Températures 

Température de stockage .............................................................................. .. 
Température de jonction ................................................................................. . 

YCBO 

YCEO 
YEBO 

'C 

' CM 

P tot 

T stg 
T. 

J 

max 250 
max 250 
max 100 
max 1,8 
max 150 
min 50 

min 60 

max 1,8 

28 m", 

r-r 

1,2 

max 250 
max 250 
max 5 

max 30 
max 100 

max 1,8 

- 65 à + 150 
150 

(1) Trànsi stor monté sur circuit imprimé avec: surface de cuivre min 10 X 10 mm pour I.e collecteur 
longueur maximale des conducteurs: 4 mm 

Y 
Y 

mA 
W 

oC 

MHz 

pF 

Y 
Y 
Y 

mA 
mA 

W 

oC 
oC 
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RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction - fond de boîtier ............................................................................... . 
Jonction - air ambiant (1) .................... " ........................................................... . 

CARACTERISTIQUES 

Courant rés iduel coll ecteu r-base 
1 E = 0 ; V CE = 200 V ..................................................................................... . 

Courant rés i duel coll ecteur-émetteur 
R BE = 10 kQ; -VCE = 200 V ; T j = 150 oC ................................................. . 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0; V EB = 5 V ......................................................................................... . 

Gain en courant continu 
IC = 25 mA; VCE = 20 V ............................................................................... . 

Tension de coude haute fréquence (Tj = 150 ° C) 
IC = 25 mA ..................................................................................................... . 

Rth j-mb 
Rth j-a 

ICBO 

ICER 

I EBO 

hFE 

VCEK 

max 

max 

max 

min 

typ 

20 
100 

10 

10 

10 

50 

20 

°C/W 
°C/W 

nA 

\.lA 

\.lA 

V 

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur-émetteur pour laquelle le gain mesuré 
en circuit pratique tombe à 80 % du gain à VCE = 50 V. 

Pour une tension collecteur-émetteur plus faible, il en résultera un accroissement rapide de la distorsion du signal. 

Fréquence de transition 
-I E =10mA;VCB =10V ................................................................................ fT min 60 

Capacité de réaction (f = 0,5 MHz) 
lE = 0; VCB = 30 V ........................................................................................ Cre max 1,8 

Constante de temps de réaction ( f = 10,7 MHz) 
-lE = 10 mA; VCB = 20 V .............................................................................. rbb,Cb'cmax 90 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé avec: surface de cuivre min 10 X 10 mm pour le collecteur 
longueur maximale des conducteurs: 4 mm 

Réf" 4540- 11/77 
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transistor de puissance 
au silicium 

PNP HF 470 

INTRODUCTION 
Transistor PNP en boîtier plastique TO 126 utilisé en classe B dans les étages vidéo de sortie des récepteurs de 

tél évi si on cou 1 euro 
Le complémentaire NPN est le BF 469. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Tension collecteur-base .......................................................................... .. 

Tension collecteur-émetteur .................................................................... .. 

Courant collectel,Jr ................................................................................... . 

Pui ssance totale di ssipée (T mb jusqu'à 114 OC) ................................... . 
Température de jonction ........................................................................... . 

Gain en courant (Tj=25°C; -IC=25 mA; V CE = 20 V) ....................... . 

Fréquence de transition (lE = 10 mA; -VCB = 10 V) ............................. . 

Capacité réactive à f=O, 5MHz (lE =0 ; -V CB = 30 V) ........................... . 

DONNEES MECANIQUES 

Dimensions en mm 

Boîtier TO-126 

Collecteur relié à la partie métallique 

de 1 a su rface du bo Îti er 

Accessoi res : 

56326 pou r montage non i sol é 

56333 pour montage isolé 

"""'c-:J-.:-:J""""C""'_J ~. 
N 

I~I 

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) 

Tensions 

2S me • . r-. 
1 1 

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................................................... .. 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................................................... . 

Tension émetteur-base (collecteur ouvertl. .................................................... . 

Courants 

Courant collecteur (continu) ......................................................................... . 
Courant collecteur (valeur crête) ................................................................... . 

Puissance 

Puissance totale dissipée (Tmb =114°C) (1) ............................................... . 

Températures 

-VCBO max 

-VCEO max 

-I CM max 

P tot max 

T· max 
) 

hFE min 

fT min 

Cre max 

, 

Lrr-:r'r-Tr' - _J 
:': ., t 1,2 

1 

1 

, 1 

E , 

eCb, __ ~l 
ossma.', i 1 122/"19 

, --.-.~.- I.~ 

-VCBO max 

-VCEO max 

-VEBO max 

max 

max 

max 

250 

250 

100 

1,8 
150 

50 

60 

1,8 

250 

250 

5 

30 

100 

T empératu re de stockage ............................................................................. . 

Température de jonction ............................................................................... . 

-65à+150 

150 

(1) Transistor monté sur circuit imprimé avec: surface de cuivre min. 10 X 10 mm pour le collecteur 

longueur maximale des conducteurs: 4 mm 

V 

V 

mA 

W 
oC 

MHz 

pF 

V 
V 
V 

mA 

mA 

w 
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RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction - fond de boîtier ............................................................................... . 
Jonction - air ambiant (1) ............................................................................... . 

CARACTERISTIQUES 

Courant résiduel collecteur-base 
lE = 0; -YCE = 200 Y ................................................................................... . -I CBO 

Courant résiduel collecteur-émetteur 
RSE = 10 kQ ; -YCE = 200 Y ; Tj = 150 oC ................................................ .. -I CER 

Courant résiduel émetteur-base 
IC = 0; oVES = 5 Y ....................................................................................... . -I EBO 

Gain en courant continu 
-IC = 25 mA; -YCE = 20 Y ........................................................................... . hFE 

Tension de coude haute fréquence (Tj = 150 0 C) 
-IC = 25 mA ................................................................................................... . -YCEK 

max 

max 

max 

min 

typ 

20 
100 

10 

10 

10 

50 

20 

°C/W 
°C/W 

mA 

~A 

~A 

y 

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur-émetteur pour laquelle le gain mesuré 
en circuit pratique tombe à 80 % du gain à -YCE = 50 Y. 

Pour une tension collecteur-émetteur plus faible, il en résultera un accroissement rapide de la distorsion du signal. 

Fréquence de transition 
lE = 10 mA; -YCB = 10 Y .............................................................................. fT min 

Capacité de réaction (f = 0,5 MHz) 
IE =O;-YCB =30Y ...................................................................................... Cre max 

Constante de temps de réaction (f = 10,7 MHz) 
lE = 10 mA; -YCS = 20 Y .............................................................................. rbb'Cb,c max 

(1) transistor monté sur circuit imprimé avec: surface de cuivre min. 10 X 10 mm pour le collecteur 
longueur maximale des conducteurs: 4 mm 
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transistor de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN BU 126 

Le BU 126 est un transistor de puissance NPN, haute ten­
sion destiné principalement à l'alimentation par commuta­
tion des récepteurs de télévision en couleur de 90 0 et 1100 • 

Caractéristiques principales 
VCESM (VBE = 0) ., ................. max 750 V 

ICM ................. , ......... , ... max 6 A 

Ptot (T mb ,,:;;: 50 OC) ................... max 30 W 

VCEsat(IC=2,5A;IB=0,25A) ....... max 10V 

tf(lCM=2,5A;IB(end)=0,25A) ...... typ 0,15[-Ls 

Brochage (Dimensions en mm) 

n 

Boîtier TO-3. 
Collecteur relié au boîtier. 
Accessoire: 56339 

56352 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
VCESM (VBE = 0) ..... , ............... max 750 V 

VCEXM (-VBE= 1,5V) ................ max 750V 

VCEO .................. , ....... ,.... max 300 V 

IC ............. , .... , ......... , ..... max 3 A 

ICM· , ......... , ........ , ............ max 6 A 

- ICM ........ , . , .................... max 3 A 

IB·········,······ .................. max 2A 
IBM·· ............................... max 2A 

-IB(AV) .. , ............... , .......... max 100mA 

-IBM(I) ............................. max 1,5A 

Ptot (T mb":;;: 50 OC) ................. " max 30 W 

Tstg · .............................. - 65 à + 125 oC 

Tj ...................... , .......... ,. max 125 oC 

(1) Courant inverse à la coupure. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Rth j-mb ......................... . 

Rth mb-h (avec rondelles de mica et de 

plomb 56201) ....... ,., ......... . 
Rth mb-h(avec rondelle de plomb) ..... . 

2,5 °C/W 

0,75°C/W 
0,5 °C/W 

Caractéristiques (Tj = 25° C) 
(sauf spécifications contraires) 

ICES (VCEM = 750 v; VBE = 0) . , ..... 

ICES (VCEM = 750 v; VBE = 0; 
Tj = 125 OC) .................... , 

IEBO (VEB = 6 V; IC= 0) ..... , .. , .. . 

hFE (VCE = 5 V; IC = 1 A) . , .. , ...... . 

VCE sat (lc = 2,5 A; lB = 0,25 A) ..... . 

VCEsat(lC=4A;IB=lA) ...... ,.,. 

VBEsat(lC=4A;IB=lA) ....... , .. 

VCEO sust (lC= 100 mA; lB = 0; 
L= 25 mH) ..................... . 

Circuit de mesure du VCEO sust 

max 0,5 mA 

max 2 mA 

max 5 mA 

15 à 60 

max 10 V 

max 5 V 

max 1,5 V 

min 300V 

250 r-----__ 
200 
Ic 

(mAl 

100 

oL---------..,q-
VcEo(Vl 

fT(VCE=10V;IC=0,2A;f=lMHz) , typ 8 MHz 

Cc (VCB=10V;IE=le =0;f=lMHz). typ 85 pF 

Ce (VEB=2V;IC=l c =0;f= 1 kHz) .. typ 1,4 nF 

Temps de coupure (lCM = 2,5 A; 1 B(end) = 0,25 A) 

t s ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typ 1,2 f1. s 

tf· ................. , . , . . . . . . . . . .. typ 0,1 5 [-L s 
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Circuit de coupure 

... 270Vo--r----.-~----, 

33kfl 

v, 

Courbes caractéristiques 

IC 
(A) 

10 

10- 1 

10- 2 

ICMmax 

ICmax 

en Impulsions; 6 = 0.01 

1 liA 11111 1 1 

1"-
1\. I~ \ 1\" ['\,. 

'\ [\ \ 1\ 

\ " \\ [\ 

1\ 
1 III 

10 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

Tmb < 50 oc 

tp = 

5J.ls 
CJ.01ms 
'6'.02 

fi· 05 

0.1 

IllJ.2 

1111 
0.5 , 
1 
2 

l'Ir 
103 VCE (V) 104 

(Zones l, Il, III, établies en caractéristiques directes). 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu. 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 

III - Utilisation possible pour le fonctionnement en commu-
tation avec tp < 0,6 fls, et RBE < 100 il. 

III - Utilisation possible en impulsions avec VBE < a et 

tp < 2 ms. 
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100 

90 -,------
1 

1% 1 1 

1 , 
1 
, 

1 , 
1 1 

10 _~---------J 

VCE{t]) (valeur maximale admissible après t] 

quand t 2 > 0,7 fl s) max 500 V 
0,5 fls et 

T]: noyau EI25 n]: 350 spires, 100 mH 
n 2 : 32 spires 

inductance de fuite au secondaire: 3 fl H 

Zth(j-mb) 
(OC/W) 

JO 

~c 
~. 
1-- -

1--

t=' 

~ 

1 

10-2 
10- 2 

0.5 

0.75 

i 

F- . 1-'--.- le=-
-=- 1= - -
- -

,~ 

6 l.U 
0.75 
o.:) 
n.33 
0.2 

~.l 
~O.O5 

0.02 
0.01 

1 
10-1 10 

10- 1 

~~-

JlJl...-
-t!;J ~ =~ 

T 

-+-
:-S 4:>1 t~l 

1 TI Ir;-' 
,1 . ~ .. 

1 

1 

. 
ft, 

1 
1 

10 tp (ms) 102 

10 tp (ms) 102 



-j-t--+-

10 

~ 1 +~-.-I-ft t- -1-L t-N = 

- -

! t-- -H-
1 -t+-

l.S 

t 1--t\H- ~ --- \ -

~# -f\ f- " --l-
I 1 \ 1 . 

Il 
~\A +-l ~ 1 

-, f ,1\'-' ~\l\ 
t;---t- + 

-t 1 - 2\ _ +-'IJ -~ r--kl---t 

2 _5 

Q 
0.25 0.5 

ri ~W~-
1--+ 

V - ~ ïSOV E CE 
V BE OV :---

10 

1- ~ l + t V 
1 1 

II 

F$=:~f- -t=- I-:::f= f--+-t±= . , 
~----+1 -fr-f-;- - -T ./ tvp 

t- T h~T .11' 
.-

_l_ \ r' ' 1 r-: I/! 

~Y ~ f-f-- --+c== t= 

1-- , I-f- -

-l ~H--...(..-
- I-f- -

Il j 
1 

1 

50 
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t .. 1+ M 
t\- e- _ valeurs typ'Ques 

1- T 1=2S ne _ 

\ 

tHt , 
!-

f- IC = SA f--I-

+~ T --

t - i1\ , :Ti= 
j f'...['" 1'- ,-

-r--~ -( 
1 

0.7::. 

i 
1 

t-.. 

1.2::. lB (A) 1.5 

VBE:-;at 
(V) 

0.5 

o 
o 0.5 l lB (A) 1.5 

195 



Réf.3345-12-1972. 
196 

-5h'--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLiC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TÉLÉPHONE: (1) 355.44.99 
----

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES: CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 

S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.e PARIS B 672 042 470 

BU 126 - Page 4/4 

Composition Paris Photocomposition Impression LM.E. 25-Besancon 



transistor de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN BU 132 

Le transistor de puissance, au silicium, N PN, en boîtier 
métallique TO-3 est principalement destiné aux étages de 
sortie de balayage vertical des récepteurs de télévision en 
noir et blanc et en couleur. 

Caractéristiques principales 

VCESM··· .(VBE=O) ........... .. 
VCERM· ... (RBE = 220U) ........ . 

IC ............................. . 

Ptot .... (T mb ~ 97 OC) ............ . 

Tj ............................. . 

hFE .... (VCE= 10V; IC= 250 mA) 

max 800 V 

max 700 V 

max 1 A 

max 15 W 

max 135 oC 

min 25 
max 80 

Brochage (dimensions en mm) 

Boîtier TO-3 

9.5 ma. 

1--- 3.15 

ï 

~ ~~t 

13 
11 

Collecteur relié au fond du boîtier 
Accessoire: 56339 

56352 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
VCESM .... (VBE = 0) ............ . max 800V 

VCEO ......................... . max 600V 

VCERM .... (RBE = 220 il) ....... . max 700V 

VEBO ......................... . max 5V 

IC ............................ . max 1 A 

max 250mA 

Ptot .... (T mb ~ 97 OC) max 15W 

Tstg .......................... . -65 à + 135 oC 

Tj ............................ . 135 oC 

Résistance thermique 

Rth j-mb ....................... . 2,5°C/W 

Caractéristiques (Tj = 25° C) 
Sauf spécifications contraires 

ICES· ... (VCE =800 V; VBE = 0) ..... . 

ICES .... (VCE = 800 V; VBE = 0; 
Tj = 125 OC) .................... . 

VCE sat··· .(IC= 250 mA; lB = 25 mA) 

VBE sat· ... (lC= 250 mA; lB = 25 mA) 

VCEO sust··· ·(lB = O,IC= 100 mA; 
L= 100 mH) .................... . 

VCER su st (lC= 150 mA; L= 100 mH; 
RBE=220U) .................. . 

Circuit de mesure de VCEO sust 

max 250 

max 2 

max 5 

max 1,2 

min 600 

min 700 

OSCilloscope 

30-60Hz 

Mesure de VCEO sust 
à l'oscilloscope 

vert. 

1fi 

250r-----________ __ 

le 
(mA) 

100 

:JA 

mA 

V 

V 

V 

V 

o '----------......:::::i---
VCEO (V) 600 

On admet VCEO su st quand VCE > 600 V à IC = 100 mA 

Circuit de mesure de VCER sust 

19 
30-60Hz 

~ 
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1 

10' 

10 

198 

Mesure de VCER sust 
à l'oscilloscope 

250r-__________________ _ 

le 
(mA) 

150 

OL-----------------~~ 
VeER (V) 700 
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On admet VCER sust quand VCE > 700 V à IC = 150 mA 

hFE (VCE= 10V; IC= 250 mA) 

fr(VCE=10V;lc=100mA;àf=1 MHz) typ 8MHz 

Facteur multiplicateur du second claquage ttttttt -JLR 
MSBIVI I---+--+-+-+++-t+l----+--t-++~-++++-

à VCEO max • tpl. 1 t 
---=- • T .' bOT 

Courbes caractéristiques 

Icmax 

le 
lAI 

10 
., 

10 
., 

10 .; 

, 10· 
10 

1 

en impulsions 

~ " r\ ~ "" ,,' 
!'\: 

l 

II 1 

1 

r i 1 

10' 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

fi (101 - . 

t p " Tmb ::S:97°C 
10~s 
'0 
50 
100 

21101 
, 500 

'II 
1m' 

, 
5 

10 

1 

m 
1 

l'l -

(Dans les régions 1 et Il le transistor est branché en direct) 

- Aire de fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement 
en impulsions. 

III - Le fonctionnement en impulsions est autorisé pendant 
le temps de retour dans les circuits de balayage ver­
tical. 

iV - Le fonctionnement en impulsions est permis avec 
VBE<OV. 

Facteur multiplicateur du second claquage ,3 IC max J1Jl~ 
1 .. t p :. 1 t p 

:. T - 5=r 

-

"'" 6 00.01 
--~ --- 1---- -'-
-......:: 

fF~ 
-- 1---- _. 

-_. --

--= ~5 t--.... -- -

-......;:: 
~~ 0.1 :-- i -== . r~1s 

t---- 0.2 . 
--

-
0.33 ......... 

~ ... -
_.-

0.5 _-..:. 
0.75 -..;~ 

10 t p (ms) 10' 

10' 

la 

1 

la' 

la 

10-, 

, 

1 

~00.01 ._-- t-=-(-- t----- -c- T 

~~-~ -- - -- -- (---
----

1"'-- - .... . -- 1- -
.--- - 1- 1--

oo~ ~ ---+ 
1 ..... -

':: 
0.1 -- ........ ~ 1 

1--5= --=- ~± ~ -- 0.2 

-
0.33 ~ -

~ r -

0.5 -- :::::... + 0.75 r--::::t:: 
~::- i 

10-' 10-1 10 t p (ms) 

JLR 
-]t p l ... 1 t p 

I __ T - O=T 

1--
601 

0.75 
0.5 ==---
0.33 
0.2 

0.1 

0.05 ~ . 
~ 
002 
0.01 

10 

Valeurs typiques: VcE ol0V -1--

le 
(A) 

0.75 

0.5 

0.25 

o 
o 

'-' 
0 

'" ~ 
" ,::: 

1 
II 

0.5 

1 

'-' 
0 

'" '" 

1 VSE (V) 1.5 

1 , 

10' 



10 

VCEsat 

(VI 

7.5 

2.5 

o 

0.9 

VSEsot 
(VI 

0.8 

o 

1\ 
\ 
J 

;;~~-~ 3 

~,: 

1 \ 
\ -

1 \ 

\ 

\ 
\ 

of' 

~ r- 3". 

~ 

50 

..... 1-

\ 

\ 

\ 
.... 
"" 1\. -00 

0 

\J \?v 
I\%, 

1\ 
1---". 

"\ 
1\. '\ 

1"-...... 
100 150 

le,1000mA 

f-
500mA 

,/ _f-- 2S0mA 

/ ..... _1-- 1 

1':.'....- 1- 100mA 

" 1...- ..... 0.7 

1-

0.6 

0.5 
o 50 100 150 

TJ =125°C 

25°C 

:-----l-
r-

10 

1 
1 10 

10 

f----
--

7.5 
1/ 

/' 

- / 
/ 

--
-

i --

25 
-~ ;;/'-t---

....-
L 
--

10 
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1 1 1 
Valeurs typiques: 

f-Tl =2Soc 

'\ 

200 250 18 (mAI 300 

1 

-l Valeurs typiques r 
Î TJ=2SoC -

, , 

L t--1--

-l- --1-
t--1-

200 250 IB(mAI 300 

VCE '10V 

1\ 

10' le (mAI 

1 j 
VeE ,10V 
f,1MHz 
Tj=25°C 

typ ""'" 
:'\. 

" \ 
1\ 
\ 

10' le (mAI 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN BU 133 

Le BU 133 est un transistor de puissance N PN, haute ten­
sion, à usage général. 

Caractéristiques principales 
VCESM (VBE = 0) ................... max 750 V 

ICM ............................... max 6 A 

Ptot (T mb ~ 50 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 30 W 

VCE sat (lC= 2,5 A; lB = 0,25 A) ....... max 10V 

tf (lCM = 2,5 A; lB 1 = - IB2 = 0,5 A; 

VCC = 125 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typ 0,5 p.s 

Brochage (Dimensions en mm) 

Boîtier TO-3. 
Collecteur relié au boîtier. 
Accessoire: 56339 

56352 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
VCESM (VBE = 0) .................... . max 750V 

VCEXM (- VBE = 1,5 V) ............... . max 750V 

VCEO .............................. . max 250V 

IC ................................. . max 3A 

ICM··:····························· . max 6A 

-ICM .............................. . max 3A 

lB ................................. . max 2A 

IBM································ . max 2A 

-IB(AV) ............................ . max 100 mA 

-IBMl') ............................ . max 1,5 A 

Ptot (T mb ~ 50 OC) .................. , max 30 W 

T stg ............................... - 65 à + 1 25°C 

Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 125 oC 

(1) Courant inverse à la coupure. 

RESISTANCES THERMIQUES 

Rth j-mb ......................... . 

Rth mb-h (avec rondelles de mica et de 

plomb 56201) ................... . 
Rth mb-h(avec rondelle de plomb) ..... . 

2,5 °C/W 

0,75°C/W 
0,5 °C/W 

Caractéristiques (Tj = 25 0 C) 
(sauf spécifications contraires) 

ICES (VCEM = 750 v; VBE = 0) ....... max 0,5 

ICES (VCEM = 750 V; VBE = 0; 
Tj = 125 OC) ..................... max 2 

IEBO (VEB = 6 V; IC= 0) ............ max 5 

hFE (VCE = 5 V; IC = 1 A) ............ 15 à 80 

VCE sat (lC = 2,5 A; lB = 0,25 A) ...... max 10 

VB E sat (1 C = 4 A ; 1 B = 1 A) .......... max 1,5 

VCEO sust (lC= 100 mA; lB = 0; 
L=25mH) ...................... min 250 

Circuit de mesure du VCEO sust 

hor. 

oscilloscope 

19+ vert. 

3D-60Hz Hl 

250 r-------~ 
200 
lc 

(mA) 

100 

mA 

mA 

mA 

V 

V 

V 

oL-.-------..q.-
VCEO (V) 

fT(VCE=10V;IC=0,2A;f=1 MHz). typ 8 MHz 

Cc (VCB=10V;IE=le =0;f=lMHz).typ 85 pF 

Ce (VEB = 2 V ; IC = Ic = 0 ; f = 1 kHz) .. typ 1,4 nF 

Temps de commutation 
(lCM = 2,5 A; lB 1 = - IB2 = 0,5 A; VCC = 125 V) 

t s ............................... typ 2 P. s 

tf ................................ typ 0,5 p.s 

tf(Tmb=95°C) .................... max 2 p.s 
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Circuit de mesure 

Dl.S 

T=1ms 
tp=2D~. 

1) Transistor 8 U 133 en mesure 

Dt. -sv 

D à-sv :r; 'DD~F 

20DIt 

Courbes caractéristiques 

SOIl 

oscilloscope 
V, 

11 

lC 
(A) 

Tmb < 50 oc 

102 

10 
lCMmax 

~n 171~;~'ms; 0 1= °l·~; = 

10-1 

10-2 

10- 3 
1 

lCmax ... 
1\. II \ 
\ ~ 

1 

10 

1\" 
\ 

\ 
\\ 

102 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

:~~ 
O.Olms 
0.02 
0.-05 

Il 
0.1 

~'121 
0.5 
1 

1 

2 

III 

103 VCE (V) 104 

(Zones l, Il établies en caractéristiques directes) 
, - Région admise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. 
III - Utilisation possible en impulsions avec VBE ,,:;;; 0 et 

t p ":;;; 2 ms. 
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onde 
d'entrée 

~ ~':~I----
12SY 

Z'h(j-mb 
(OC;W) 

ID 

)~ 

f--

1 

10-2 
10-2 

0 

- -

1.0 
0.75 
0.5 
0.33 
0.2 

~.I 
1::":0.0 

0.02 
0.01 

1 
10-1 

onde 
de sortie 

---- - ta.,. 

F-=- JLfL 
t!;j 0=+ 

, 

Il 

10 102 103 'p (ms) 104 

Facteur multiplicateur du second claquage à le max. 

MSB(!) 
-.-~H4~--+-~H+W 

102 

---"--+- -
t-=---= ~ 

~ f-

~ 
f--- -~-- t--

----- -- [---
0.02 

--f-

~ ,~ 
--f---

0.1 1 1 ID .r-:: ~ -0.1...:. - j- r---: ~~ -----~ 
0 .. 33 -r-.-

-+ 
~ 0.5 

~ 0.7.:; 

1 
10-2 10- 1 10 'p (ms) 102 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEOmax. 

MSB(V) 1 
102 ~ ·0, 

~o.? 
~O.O5 

~l l"-
l ~ ~ --v 

:;;;;'0.33 
10 

'-0.5 

r-O. +5 
~ 

1 r-::::: ~~ t::-
1 10-2 

10 'P (ms) 



100 

valeurs typIques 

75 

=- -............ r--
"f.-VCE =5V; T j = 125 Oc 

VCE=IV;Tj=125 O~ 
""- " VCE = 5V;Tj 25 Oc ""- " '- "'" " 

50 

~ 

25 
--

o 
10-1 

ICES 
(flA) 

10 

VBEsat 
(V) 

0.75 

0.5 

0.25 

o 

......... \. 
;:::: ,,\. 

" " VCE = IV;Tj =25 oè'- " '-" ......... , ...... 
1 Il ;--....:--- :"'::::: 

r-::: iS;: 
1 Il T 

lC (A) 

VCE 750V = 
-

VBE =OV -

1/ 
1 

/ 

typ 

Il 

1 

50 

- ' ~51:tb -+~- -> :::::::::t:"I 4A 

~~J ~---2A~ t-~t+F 1 f-+-lA 1 

! l ' 
If 1 

W-+--'- 1 Il! 1 
i , 

-1 , 
, 

, 
1 1 1 

1 1 

1 1 ! 
, 

, j 
1 1 1 1 

1 valeurs typr,Ques 
I-I 

Tj = 25 Oc f-

I 

1 l , 

o 0.5 lB (A) 1.5 

10 
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15 

fT 

(Mllz) 

10 

o 

f-------

1-----

t-------
t-----

'--------
~ 

7" 

10 2 

-

-~ -

-- -

-- ,,- , 
L 

H -

- -
VCE IOVf-1-

-~ 

T) 25 Oc ,+ 
1+ 

-1 -1-

typ 1----' 

- - ", ~ 
--

--- .-

-' 
f- -

+ 
10- 1 IC (A) 10 

10 

VCE",at 

(V) 

1 1 -- f--
1 f\- f-+-t- 1 • ,1 ;-i-

J_LU_l :~-. ,-
- '\ , valeurs typiques 

~F 1 
Tj=,2S 0 C 

~ -r-~-
\ -t-f-- -++ I~>-

L i -+-r---+ ' " 1~=5A --if -+--t---t--
t- +- 1 • 

, 

7.5 

',[-- \. , 1\ 1 j LI-
JI -;---1 

l , 4t 1 

T 
1 +-H c 

'\ 
\ NA \. l\. , 

If-'-
1 ~, ''-. 

--t+ lt-l- f\ ' 
f---j\. lA'-"': f H '1'-- J:~ C- f'!- f-t '.'-1 f-l-.l , 

2.5 

0.25 0.5 (1.75 1.25 lB (A) 1.5 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 
~ 
BU 204 - BU 205 

BU 206 

Ces transistors de puissance N PN, au silicium en boîtier 
métallique TO-3 sont destinés aux circuits de déviation hori­
zontale des récepteurs de télévision. 

Caractéristiques 
BU 

VCESM (VBE = 0) ....... max 

IC··················· . max 

Ptot (T mb < 90 OC) ...... max 

hFE (VCE = 5 V; IC = 2 A) . min 

tf(lC=2A;IB=lA) typ 

Brochage 

c 

Boîtier TO-3. 

princ~pales 

204 205 206 

1 300 1 500 1 700 V 

2,5 2,5 2,5 A 

10 10 10 W 

2 2 1,8 

0,75 0,75 0,75 iJ.s 

~ 
E 

8 
N 

(dimensions en mm) 

9.5 ma' 

1--- 3.15 

,...., 

~ -~~t 

13 
11 

i 

Collecteur relié au boîtier. 
Accessoire: 56339 

56352 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

VCESM (VBE = 0) ........ . 

V CE R M (R B E < 1 00 U ) .... . 

VCEO .................. . 

IC····················· . 
ICM ................... . 

IBM··················· . 
- IB(AV) (courant continu ou 

courant moyen pour une pé­
riode supérieure à 20 ms) .. 

-IBM·················· . 
Ptot (T mb < 90 OC) ....... . 

Tstg ................... . 

Tj ..................... . 

Résistance thermique 

BU 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 
max 

max 

max 

Rth j-mb . . . . . . . . . . . . . . . .. max 

204 205 206 

1 300 1 500 1 700 V 

1 300 1 500 1700V 

600 700 800V 

2,5 2,5 2,5 A 

3 3 3 A 

2,5 2,5 2,5 A 

100 mA 
1,5 A 

10 W 

- 65 à + 115 oC 

115 oC 

2,5 °C/W 

Caractéristiques (T· - 25° C) J 

sauf spécifications contraires 

ICES(VBE=5V; 

VCE = VCESM max) ...... 1 mA 

BU 204 205 206 

hFE(VCE=5V;IC =2A) .. min 2 2 1,8 

VEBO (lC= 0; lE = 10 mA) .. min 5 5 5 V 

VEBO (lC= 0; lE = 100 mA). typ 7 7 7 V 

VCEsat(IC=2A;IB=lA) . max 5 5 V 

VCE sat (lC = 2 A; lB = l,lA) max 5 V 

VBEsat(lC=2A;IB= 1 A). max 1,5 1,5 V 

VBEsat(lC=2A;IB= 1,1 A) max 1,5 V 

VCEO sust (lB = 0; 
IC= 100 mA; L= 25 mH) . min 600 700 800 V 

Circuit de mesure du VCEO su st (tension de maintien) 

+6V 

oscilloscope 

vert. 

111 

250 r------_ 
200 
le 

(mA) 

100 --------------+ 
min VCEO sust : 

1 
1 

o ~--------------~~--
VCEO (V) 

fT (V CE = 5 V ; 1 C = 0,1 A ; 

àf= 5 MHz) ............ typ 7,5 MHz 

Cc (VCB = 10 V; lE = le= 0 

à f= 1 MHz) ............ typ 65 pF 

tf(lC=2A;IB=1 A; 

LB=25flH) ............ typ 0,75 lJ.s 
t s (lC=2A;IB= 1 A; 

LB=25flH) ............ typ 10 fls 
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206 

ie 

1 
t. 

- -90°/0 

temps 

1 
1---\---T---1BI.nd) 

1 
1 

temps 

Courbes caractéristiques 
10 3 

le 
(A) 

10 

BU204 

! 

ICMmax ~6 0,01 

ICmax 
~[\ 

1 

1 I ! 

! r:~' 
! 

IIII!! 1 1 ii 
10 

Tm~<" 

I! i: 1 , 

, 
1 

-tp -

~ 
-} ils 

2 

.r§ 
'20-

If',~ 
-50= 
clOO 
-200 '..\J~ ~500 

1 ms 

.~ 
:~:= 
-lO-

1'1: 
-d.c. 

mT 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

Il 1 - Extension permise en impulsions avec RB E < 100 U ; 

tp < 20 :J.S ; i) < 0,25 

le 
(A) 

BU205 

1 

j-

1 

Tmb < ':>0 oc 

-
, 

MSB(I) 

10 
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BU206 F ~- I~ "-i, !cô~ ; 'mh 
-, 

, c-
, 

10 

leMma r- i =0. 

,~ 

-:~: ."" ~'- ~~ 

~l~ '20-
1"- i\ -!go 

1 ~ 200 

=\l""i 
1 

5= 
1 1 

_i.L 

10- 3 : 1 1 III 1 

10 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu_ 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

III - Extension permise en impulsions avec RBE < 100 

t p < 20 [.Ls i) < 0,25 

Facteur multiplicateur du second claquage IC max. 

1 1 

o JOli 

-0.02 

1 1 
0.05 ~ 

Loi ~ ~ 
-0.20 

0.33 

0.50 ~ 
0.75 -.::::: ~ 

1 
1 la 

~f;:: 

Facteur multiplicateur du second claquage à VCEO max. 

10 MSB(V) 1 1 

ICMmax -6 0.01 

ICmax 
,~ t p 

0-"- ~~ IlJs 

~~ 
20-

'1'-11'> 
50-
100 

1 ~ "" 
'L 

200 
:;00 

~F 
ft 
d.c. 

1 

, 

1 Iii i 1 
ml 

10 

AIRE DE FONCTIONNEMENT 

1 - Région admise pour le fonctionnement en continu 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

III - Extension permise en impulsions avec RBE < 100 U; 

t < 20 :.LS; i) < 0,25 

0= !.üll 
,---0.02 

........ 
0.05 

"""" Loi r--~~ la 

r--0.20 

1---0.33 -' 
0.50 ,,~ 

0.75 r--r::::: §t::: 

10 



10 
Zthj-mb 

(OC/W) 

10 

~ 
r= ~~:: 
E f= tg~ ,n 
-

.0.02. 

=~ 

1.=0" 

10 102 

~ 

~ 

JLJL 
t!;J 6=* 

103 104 105 t (ilS) p 10 6 

VCE SV 
T j -2S Oc 

"7;- i" 

" -, 

IC(A) 10 
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750 

VeEsat 
(mV) 

500 

250 

t---

t---

Il U 
Tj=25 0 e 
le 
-=2 
lB 

1 
J 

typL 

V 

t'" 

~ V 

1250 

VBEsat 
(mV) 

1000 

t---

t----

11 
T j =25 0 e 
le 
-=2 
lB 

typ 

LV 

750 ....... V 
V 

500 
10- 1 

/ 
/ 

' ; 

1 ! 

le (A) 10 

V 

le (A) 10 

207 



Réf. 3321-11-1972 
208 

BU 204/205/206 - Page 4/4 

·=h'--R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 
SEMICONDUCTEURS ET MICRQELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBliC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TÉLÉPHONE: (1) 355.44.99 
--------------------

CENTRES INDUSTRIE.LS ET LABORATOIRES CAEN - DREUX - EVREUX - JOUÉ-lES-TOURS - SURESNES - TOURS 

S.A AU CAPITAL DE 300000.000 DE F - Re PARIS B 672 042 470 

Composition Paris-Photocomposition Impression I.M.E. 25-Besancon 



transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 
~ 

BU 207 
BU 208 
BU 209 

209 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 
~ 

BU 207 A 
BU 208A 

Transistors de puissance, NPN, haute tension, à commutation rapide, en boîtier T03, destinés aux circuits de déviation hori­
zontale des récepteurs de télévision couleur. 

Caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) ..................... . 

Tension collecteur-émetteur (RBE = 100 U) ................. . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................. . 

Courant collecteur (continu) .............................. . 

Courant collecteur (crête) ................................ . 

Puissance totale dissipée (T mb < 95 OC) .................... . 

Tension de saturation collecteur-émetteur (lc = 4,5 A ; 1 B = 2 A) . 

Temps de décroissance (lCM = 4,5 A; 'B 1 = 1,8 A) .......... . 

Données mécaniques 
Dimensions en mm 

Boîtier TO-3 

collecteur relié au boîtier 

Accessoires: 56.339 
56.352 

--26,6 max -------

r 
16,9 

39.5 301 ~ 
max ~j 

--10,9 .... 

VCESM max 

VCERM max 

VCEO max 

IC max 

ICM max 

Ptot max 

VCEsat < 
tf typ 

-- 9,5max r 
-l --3,15 

r-1 • 

- -4,2 

...----+r---f,- -t 4,0 

r 
20.3 
max 

1_,---

Valeurs à ne pas dépasser (Limites absolues) 

Tensions 

Tension collecteur-émetteur crête (VBE = 0) 

Tension collect€"ur-émetteur (RBE < 100 U) 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................... . 

VCESM 

VCERM 

VCEO 

max 

max 

max 

BU 207 A 

1500 

1500 

600 

5 

7,5 

12,5 

5 

0,9 

BU 207 A 

1500 

1500 

600 

BU 208 A 

1500 V 

1500 V 

700 V 

5 A 

7,5 A 

12,5 W 

V 

0.7 J.I. S 

BU 208 A 

1500 V 

1500 V 

700 V 

211 
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Valeurs à ne pas dépasser (Limites absolues) (suite) 

Courants 
Courant collecteur (continu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 C 

Courant collecteur crête. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . ... ICM 

Courant base crête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 BM 

Courant base inverse (continu ou moyen sur une période de 20 ms) ........... ~ IB(AV) 

Courant base inverse durant la coupure (crête) ............................ ~ IBM 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (T mb ~ 95 OC) Ptot 

Températures 
Température de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T stg 

Température de jonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tj 

Résistance thermique 
De la jonction au fond de boîtier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-mb 

Caractéristiques (Tj 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

VCE = VCESM max; VBE = 0 ............................... . ICES 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

5 A 

7,5 A 

4 A 

100 mA 

3,5 A 

12,5 W 

~ 60 à + 115 oC 

115 oC 

1,6 °C/w 

mA 

BU 207 A BU 208 A 

Gain en courant continu 

IC=4,5A;VCE= 5V 

Tension émetteur-base 

1 C = 0 ; 1 E = 10 mA ....................................... . 

1 C = 0 ; 1 F = 1 00 mA ...................................... . 

Tension de saturation 

IC=4,5A;IB = 2A 

Tension de maintien collecteur-émetteur 

1 C = 1 00 mA ; 1 B = 0 ; L = 25 m H 

Temps de commutation 

LB = 10 H ; ICM = 4,5 A; lB 1 = 1,8 A 

Temps de descente 

Temps de stockage 

Fréquence de transition à f = 5 MHz 

VCE sat 

VBE sat 

VCEO sust 

IC = 0,1 A; VCE = 5 V ............................................. fT 

Capacité du collecteur à f = 1 MHz 

IE=le =D;VCB=10V) ........................................... Cc 

min 

max 

typ 

max 

max 

min 

typ 

typ 

typ 

typ 

+6V ie 

250 r------~ 
200 
le 

(mA) 

100 --~-----~--~~-+ 
min VCEO sust : , , 

o'----------~i--
VeEO (V) 

Oscillogramme pour V CEG sus!. 

ose i 11 ose ope 

vert. 

3D-60Hz Hl. 

Circuit d'essai pour VCEG sust. 

2,25 

5 

7 

5 

1,5 

600 

0,9 

10 

7 

125 

2,5 

5 V 

7 V 

V 

1,5 V 

700 V 

0,7 fL s 
10 fL s 

MHz 

pF 

temps de commutation 



Courbes caractéristiques 

Aires de fonctionnement de sécurité 

Transistors polarisés en direct 

1 Aire permise pour le fonctionnement en continu 
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions 

répétitives 
III Aire de fonctionnement en impulsions répétitives avec 
RBE ~ 100 U 
tp~ 20[J-s 

o '" 0,25 
11 Indépendant de la température. 

10,1 

IC 

(A) 

10 

BU207A H= 
'---f- f 1-- -r 

+ 1--r-- [- -

1 
1 

[--

ICMmax , {, ~ 0,01 

ICmax 1". ['\, ,,", 

1 1 .:\ 1'\11' ~ ~ i== Ptot max 

-1' t, 
'\. 1'\ , 

Î '" 
1 

"'''r '\~ 1'\.\ 
ü-? 

,0-. c: ;;':"'>~ 
1 H-t[ ""r? ' 

1 1 
/ 1 ~ 

1 1 

--,-

1 Il 1 

i 

10 

7 Z6273" 

Tmb<9~ 
r 

t p 

11-ls 
2 
511 
10 
1111 

20. 

50 
100 
200 

?,9P 
1 ms 

2 

5 i 1 
10 
d,co 

il 

III 1 1 

103 V CE (V) 104 

-.Fi-- BU 207A/BU 208A - Page 3/6 

7Z62734 

I3U208A --
Tmb < 95 Oc 

--

--

ICMmax {, ~ 0,01 
tp 

10 

11-l s 

"' "' 2 

ICmax .". ~ -'"' '51 

~ \Ii' ~ ~~ " 1 1 10 
=Ptot max 

20 

50 , 
100 , 

'\. '\ 1'\ 200 

"'" '\ ~ 1\.\ III 
°0 500 

'>0' 
o~ 1 ms 

+,9ç, , ~ N 2 
"0 " III 

1 
. :/ ,"1 51 

10 
d.c. 

r---1-- -

III 1 

10 103 V CE (V) 104 

213 



214 

.-Fi-- BU 207A!BU 208A· Page 4/6 

Courbes caractéristiques (suite) 

750 

t 
) 

VeEsa 

(mV 

500 

250 

-
a 
0,1 

1250 

VBEs 

(mV 
at 
) 

1000 

750 

500 
0,1 

,/ ~ 

.!f. = 2 
lB 
Tj = 25°C 

1/ 

V tyv 
/ 

Ie (A) 10 

.!f. = 2 
Ie Il TJ =25°C 

1 
1 

J 

V 
/ 

Vtyp 

1 

Ie(A) 10 

1 ~)o_ S1SL -1 t p 1- 1 

a 

1 

10 
-, 

-2 

MSB(I) 

MSB(V) 

la 

10 

-T- 0= tE 

·0 =1 

iiII -o,'r 
~ ~~ 

..-:::;.. 
,1 ~ "'"" 
~ ~~,oi 

~ ~;;. 

- 4°'71 

....... 1-" 

10 

Facteur multiplicateur du courant et de la tension de second 

claquage à 1 C max et V CEO max. 

11111 

._- . ,- i 
-'--f-- . - . 

1 
i 1 

6 - 0,01 i' 

... - _. 1- -r t-

tl 

!-
---- 1- . 0,02- .- -'1-- - -

1-

~ 
--- -- ---1--

_. -" ntt-·---
--

1-- -- ~ ~ 
,,-

~-t 0,05 
1---. ~ ~~ 

_. - -

~1,11O r--r-. 1 ....... ~ 
_. 

--1--- . 

0,20 ""' -

~ 
, - .- f- '0','33 -- 1 , l .. - ............ 

0,50 --t-....... ~ 1 

0,75 -1--~ --{: ~ III 
tp,(ms) la 

----. J::-rtt 

~ 
1---1--. .. . 

f-- 1-----. .- V CE = 5 V .--- - _. ---1--' 1-' -

t---- . --c--- ==rB~2;CC , 
, 

-- _._--

1 
, 

----- -- - ~ -t ~ J-
- -- typ 

1 

1 

1---1--- 1 

i r-
_.- r- -'\: t=t-. th: -- .. _._ .. -

--1----1 
j J. _.-

++-
._--

\ H+ --+--- \ ----- ;--. 

-J -r+ _._-+-_. ----+-- 1--- ---- ' 1 

1 +-1--
, , 

" -ll+L ._-

-1 i 1 Il' 

1 1 

! 

1 

IC (A) 10 
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Circuit de déviation horizontale avec BU 208 A 

Sous peine de dépasser les valeurs absolues maximales, l'étude et la réalisation d'un circuit de déviation horizontale doivent 
être l'objet de soins particuliers. Une analyse détaillée montre qu'en ce qui concerne le courant collecteur crête et la tension 
collecteur-émetteur du transistor de sortie, il est inutile de se fixer des marges de sécurité de plus de 25 %. Les conditions 
recommandées ci-après, relatives à la commande de base et à la dissipation, tiennent compte de cette remarque. 
Pour simplifier la présentation, les courbes ci-dessous, se réfèrent aux conditions nominales. Dans le cas où le courant collec­
teur crête est modulé par un circuit de correction EST-OUEST, et si, la modulation ne dépasse pas ± 10 %, on prendra en 
compte la valeur moyenne des crêtes du courant collecteur. 
Pour obtenir un faible temps de descente (tf ) avec un transistor haute tension, le temps de stockage devra être suffisamment 
long, et, lors de la coupure, la tension négative base-émetteur devra être suffisamment élevée. 
Ces deux conditions peuvent être obtenues par une inductance mise en série avec la base du transistor de sortie. Une résistance 
RB réduira les variations du courant base, et, aux bornes de cette résistance, une diode et/ou un condensateur pallieront 

les risques éventuels d'insuffisance d'énergie lors de la coupure. Plutôt que de donner différents circuits de base détaillés, 
la figure 3 spécifie le diB/dt recommandé. 

TRl 
driver 

+ 

I[ 
BY223 01 

1 1 Ldev 

L-Q-J 
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7Z73468 

Fig. 1 Circuit de déviation horizontale. 

Fig. 2. Formes d'onde fondamentales. 
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Fig. 6 

FI G. 3 - Valeur finale de courant de base 1 B 1, et sa vitesse de chute lors de la coupure, en fonction du courant collecteur crête, 

permettant d'obtenir, avec un transistor typique, la valeur recommandée de 6,5)J. s de temps de stockage, (durant le 

temps de stockage et le temps de décroissance du courant collecteur, la tension négative de commande - VIM doit 

être supérieure à 4 V). 

FIG.4 - Dissipation totale d'un transistor en cas limite sous des conditions de fonctionnement optimales, en 625 et 819 lignes, 
T mb = 100 oC). 

La ligne en pointillé donne la dissipation totale d'un transistor typique sous des conditions nominales (T mb = 50 OC). 

FIG. 5 - Résistance thermique maximale permise pour le radiateur assurant la stabilité thermique du transistor de sortie. 

FIG.6 - Tension collecteur-émetteur maximale permise au temps t1 durant la coupure. t2 = 0,5)J. s à partir de 90 % de la valeur 
crête du courant collecteur. 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 
~ 

introduction 

BU 326 
BU 326 A 

Transistors de puissance N PN haute tension, à commutation rapide, en boîtier TO-3, utilisés dans les alimentations à commu -
tation des récepteurs de télévision couleur 90° et 1100. 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) ................ . 

Tension collecteur-émetteur (R BE = 100 Q) ...................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ........................ . 

Courant collecteur (continu) .................................... . 

Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ....................... . 

F uissance totale dissipée (T mb";; 50 OC) ......................... . 

Tension de saturation collecteur-émetteur (lC = 2,5 A; lB = 0,5 A) 

Temps de décroissance (lC on = 2,5 A ; lB on = 0,5 A ; ~ lB off = 1 A) ... 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

huitier 10-3 

Collecteur relié 
au boîtier 

VCESM max 

VCER max 

VCEO max 

IC max 

ICM max 

Ptot max 

VCE sat max 

tf typo 

Accessoires: 56339 
56352 ------- 26,6 max ---- J 95 :~. - ';" 

- -4,2 
__ 4,0 

t t 

-10,9 __ 

20.3 
max 

_1 

_'2,B_ 
'1,2 

BU 326 BU 326 A 

800 900 V 
500 500 V 
375 400 V 

6 A 

8 A 

60 W 
1,5 V 

0,3 fls 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) .............. . VCESM 
Tension collecteur-émetteur (RBE = 100 il) .................... . VCER 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................... . VCEO 
Tension base-émetteur (collecteur ouvert) ....................... . VEBO 

courants 

Courant collecteur (continu) .................................. . IC 
Courant collecteur (valeur crête; tp = 2 ms) ..................... . ICM 
Courant base (continu) ...................................... . lB 
Courant base (valeur crête) ................................... . IBM 
Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms) ......... . -lB (AV) 
Courant base inverse (valeur crête, au blocage) ................... . -IBM 

puissance dissipée 

Puissance totale dissipée (T mb < 50 OC) 

températures 

Température de stockage ........... " ........................ . 

Température de jonction .................................... . 

résistance thermique 
Jonction - fond de boîtier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rth j-mb 

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-émetteur (1) 

VCEM = VCESM max; VBE = 0 .............................. . 

VCEM = VCESM max; VBE = 0; Tj = 125 oC ................... . 

gain en courant continu 

IC = 0,6 A ; VCE = 5 V ..................................... . 

courant résiduel émetteur-base 

IC = 0 ; VEB = 10 V 

tensions de saturation 

IC = 2,5 A ; lB = 0,5 A ..................................... . 

IC=4A;IB=l,25A ...................................... . 

IC = 2,5 A ; lB = 0,5 A ..................................... . 

IC = 4 A ; lB = 1,25 A ...................................... . 

tensions de maintien collecteur-émetteur 

1 C = 1 00 mA ; 1 B off = 0 ; L = 25 m H .......................... . 
1 C = 100 mA ; RB E = 1 00 il ; L = 1 5 m H ...................... . 

fréquence de transition à f = 1 MHz 

IC = 0,2 A ; VCE = 10 V .................................... . 

temps de commutation 

Temps d'établissement 
IC on = 2,5 A; VCC = 250 V; lB on = O,!3 A; - lB off = 1 A 

Temps de stockage 
IC on= 2,5A; VCC= 250V; lB on=O,5 A; -lB off = 1 A 

Temps de décroissance ..................................... . 

Temps de décroissance (T mb = 95 OC) ......................... . 

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoïdale. 

ICES 

ICES 

VCE sat 

'v CE sat 

VBE sat 
VBE sat 

VCEO sust 

VCER sust 

fT 

ton 

ts 

tf 
tf 

max 

max 

max 

max 

max 

max 
max 

max 
max 

max 

max 

max 

max 

max 

typo 

max 

max 

max 

max 
max 

min 

min 

typo 

typo 

max 

typo 

max 
typo 

max 

BU 326 BU 326 A 

800 900 V 
500 500V 
375 400 V 

10 10 V 

6 A 
8 A 
2 A 
3 A 

100 mA 
3 A 

60 W 

- 65 à + 150 

150 

1,65 °C/w 

1 mA 
2 mA 

30 

10 mA 

1,5 V 
3 V 
1,4 V 
1,6 V 

BU 326 BU 326 A 

375 400 V 
500 500 V 

6 MHz 

0,3 fLS 
0,5 fLs 

2 fL s 
3,5 fL s 
0,3 fLS 

fLS 
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Oscillogramme des tensions de maintien. 
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courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 

- Aire permise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

III - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d'établissement dans les convertisseurs 
n'utilisant qu'un transistor si : 

RBE ~ 100U 
t p ~ 0,6 P. s 

IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si : 

VBE< 0 
t p ~ 2 ms 
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application 
Dans une alimentation à découpage, les paramètres importants sont: 

les pertes du transistor de sortie, 
- la détermination du radiateur adapté au transistor de sortie, 
- les conditions de commande de base à la coupure. 

Dans les alimentations pour télévision le rapport cyclique du courant collecteur varie entre 0,35 et 0,60. 

La fréquence de fonctionnement se situe entre 15 et 35 kHz et la forme du courant collecteur varie d'un créneau, dans une 
alimentation de type série, à une dent de scie dans une alimentation de type parallèle. 

Les figures 3 à 5 nous donnent la commande de base optimale et la dissipation du transistor. Sur ces figures, Icm représente le 

plus grand courant collecteur crête répétitif qui puisse apparaître dans le circuit représenté au cours d'une surcharge. 

La puissance totale pour un transistor limite est donné par la figure 5. 

La résistance thermique associée au radiateur se calcule par la formule suivante: 

100-Tamb 
Rth mb-a = . 

Ptot 

Pour assurer la stabilité thermique, cette valeur ne doit pas être supérieure à celle représentée en figure 5. 

Un exemple pratique de circuit de sortie d'alimentation à découpage est représenté en figure 1. Dans ce circuit pour un courant 
collecteur de 2,5 A et un courant de base de 0,25 A, les temps de commutation sont les suivants: 

Temps de stockage 

Temps de décroissance 

Circuit de mesure 
+ 290 V 

5,6 nF 

~ 

BAX12 

1501'F 22 Ul 

, 

Fig. 1. 

TRl : BU 326 ou BU 326 A 
Tl : noyau U20 ; n 1 = 400 spires 

n2 = 25 spires 

1,6 nF 

BY208 

inductance de fu te au secondaire: 4,5 1'- H 
T2 : inductance primaire = 6 mH ; VCE (tl) < 500 V 

'''J 
lB 

i 
I B1 
~ 

typ 

typ 

-v commande 

VBElP 

Tm b=25°C 

1,4 

0,15 

Oscillogrammes 

r 

< 2 l'-s 

< 0,51'-s 

- 0.9 leM 

I~s 
1 

=-tt 1 B(clld) 

i 
1 

F -=--- cr= 
Fig. 2. 
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Fig. 3. - Valeur recommandée du courant base en fin 
de conduction lB end en fonction du courant collecteur 

Fig. 4. - Valeur minimale de l'inductance de base 
LB et tension mégative de commande de base 

(-Vcommande) en fonction du courant collecteur 
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Fig. 5. - Dissipation totale d'un transistor limite si le 
courant base est choisi dans les conditions de la fig, 3. 

Fig. 6. - Résistance thermique Rth (mb-a) maximale 

permise pour assurer la stabilité thermique du transis­
tor de puissance. 

Note: Pour toutes ces courbes le rapport cyclique 0 = 0,5 comme indiqué fig, 2. 
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transistor de puissance 
haute tension - au silicum 

NPN 

introduction 

BU 426 

Transistors de puissance NPN haute tension à commutation rapide, en boîtier plastique SOT 93 utilisé dans les alimentations 
à découpage des récepteurs de télévision couleur 90 ° et 1100 . 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) o •• • ••••• • ••••••• 

Tension collecteur-émetteur (RBE = 100 n ) o.·· ..... · ............. 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ......................... 

Courant collecteur (continu) ..................................... 

Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ........................ 
Puissance totale dissipée (T mb';;;; 73 OC) .......................... 
Tension de saturation collecteur-émetteur (lC = 2,5 A; lB = 0,5 A) 

Temps de décroissance (lC on = 2,5 A ; lB on = 0,5 A; - lB off = 1 A) ... 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

huitier SOT 93 

Collecteur relié 
au boîtier 

Accessoires: 56368 
1

---- 15,2 __ • 
max 

----14-1 

__ 14 ,25[__ 1 

4,15[ i , 
.~-

4,4 

t 

• 4,6 __ 
max 

-- 21--

VCESM 

VCER 

VCEO 
IC 

ICM 
Ptot 

VCE sat 
tf 

1 
t 21 

max 

~à~ j 
:- -=--~-

2 •• 
1 

1 

1 

13,6 
min 

1 

b . C 1 e 

-1 ~ I--JI:--1;'~ @I 
1 

1,15 
0,95 

.--[ill-_I 

max 800 V 
max 500 V 
max 375 V 
max 6 A 
max 8 A 
max 70 W 
max 1,5 V 
typo 0,3 fIs 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) .............. . 

Tension collecteur-émetteur (RBE = 100 U) .................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................... . 

Tension base-émetteur (collecteur ouvert) ....................... . 

courants 

Courant collecteur (continu) .................................. . 

Courant collecteur (valeur crête; tp = 2 ms) ..................... . 
Courant base (continu) ...................................... . 

Courant base (valeur crête) ................................... . 

Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms) ......... . 

Courant base inverse (valeur crête, au blocage) ................... . 

puissance dissipée 

Puissance totale dissipée (T mb;( 73 OC) 

températures 

Température de stockage .................................... . 

Température de jonction .................................... . 

résistance thermique 
jonction - fond de boîtier. 

VCESM 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 
lB 

IBM 

-lB (AV) 
-IBM 

Ptot 

Tstg 
T-l 

Rth j-mb 

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-émetteur (1) 

VCEM = VCESM max; VBE = 0 .............................. . 

VCEM = VCESM max; VBE = 0; Tj = 125 oC ................... . 

gain en courant continu 

IC = 0,6 A ; VCE = 5 V ..................................... . 

courant résiduel émetteur-base 

tensions de saturation 

IC=2,5A;IB=0,5A 

IC = 4 A; lB = 1,25 A 

IC=2,5A;IB=0,5A 

IC=4A; IB= 1,25A 

tensions de maintien collecteur-émetteur 

1 C = 1 00 mA ; 1 B off = 0 ; L = 25 m H .......................... . 

1 C = 1 00 mA ; RB E = 1 00 U ; L = 1 5 m H ...................... . 

fréquence de transition à f = 1 MHz 

IC = 0,2 A ; vCE = 10 V .................................... . 

temps de commutation 

Temps d'établissement 
IC on = 2,5 A; VCC = 250 V; lB on = 0,5 A; - lB off = 1 A 

Temps de stockage 
IC on = 2,5 A; VCC = 250 V; lB on = 0,5 A; -lB off = 1 A 

Temps de décroissance ..................................... . 

Temps de décroissance (T mb = 95 OC) ......................... . 

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoïdale. 
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Oscillogramme des tensions de maintien. 
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Circuit de mesure de VCEO sust Circuit de mesure de VCER sust 
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Circuit de mesure des temps de commutation 
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courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 

- Aire permise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

III - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d'établissement dans les convertisseurs 
n'utilisant qu'un transistor si : 

RBE::;; 1000 
t p ::;;0,6[1-s 

IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si : 

I CMma 

ICmax 

1) Courbe de Ptot max et Pcrête max 

VBE::;; 0 
t p ::;; 2 ms 

<1 ~ 0,01 

10 
, 

x 

"'- ,",- "'-
IC 

..... , ~" ,!,- , 
0- 1

) 
~ S0 t"\' ""'-lA) , 
~ l'\ ~" 
\~~ ,~~ 1 

1 

\\\ \ _. 
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10- 1 
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T mb <;; 73 Oc 

10- 3 Il ~ 
10 
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Facteur multiplicateur de la tension de 
second claquage à le max 
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Puissance totale dissipée permise 
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application 

Dans une alimentation à découpage, les paramètres importants sont: 
les pertes du transistor de sortie, 

- la détermination du radiateur adapté au transistor de sortie, 
- les conditions de commande de base à la coupure. 

Dans les alimentations pour télévision le rapport cyclique du courant collecteur varie entre 0,35 et 0,60. 

La fréquence de fonctionnement se situe entre 15 et 35 kHz et la forme du courant collecteur varie d'un créneau, dans une 
alimentation de type série, à une dent de scie dans une alimentation de type parallèle. 

Les figures 3 à 5 nous donnent la commande de base optimale et la dissipation du transistor. Sur ces figures, Icm représente le 

plus grand courant collecteur crête répétitif qui puisse apparaître dans le circuit représenté au cours d'une surcharge. 

La puissance totale pour un transistor limite est donné par la figure 6. 

La résistance thermique associée au radiateur se calcule par la formule suivante: 

100-Tam b 
Rth mb-a = ----

Ptot 

Pour assurer la stabilité thermique, cette valeur ne doit pas être supérieure à celle représentée en figure 5. 

Un exemple pratique de circuit de sortie d'alimentation à découpage est représenté en figure 1. Dans ce circuit pour un courant 
collecteur de 2,5 A et un courant de base de 0,25 A, les temps de commutation sont les suivants: 

Temps de stockage 

Temps de décroissance 

Circuit de mesure 

+ 290 v 

lOOH2 

5,6 nF 

%l----l 

BAX12 

15°11F 22kH 

~ 

Fig. 1. 

TRl : BU 426 
Tl : noyau U20; n1 = 400 spires 

n2 = 25 spires 

1,6 nF 

BY208 

inductance de fuite au secondaire: 4,5 p. H 
T2 : inductance primaire = 6 mH ; VCE (t1) < 500 V 

typ 

typ 

Tmb=25°C 

1,4 

0,15 

Oscillogrammes 

'''J 
t 

1 B 
1~1 
~ 

-v commande 

.. ~ 

lB(end) 

t 
i 

Fig. 2. 

< 2 iJ-s 
< 0,5 p.s 
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800 
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Fig. 3. - Valeur recommandée du courant base en fin 
de conduction 1 B end en fonction du courant'collecteur 

crête leM 

12 
Ptot 
(W) 10 
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6'B(end) = ± 20% 

T mb < 100 Oc 
T = 32 et 64 J.1S 
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Fig. 5. - Dissipation totale d'un transistor limite si le 
courant base est choisi dans les conditions de la fig. 3. 
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Fig. 4. - Valeur minimale de l'inductance de base 
LB et tension mégative de commande de base 

(-Vcommande) en fonction du courant collecteur 

crête leM 
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Fig. 6. - Résistance thermique Rth (mb-a) maximale 

permise pour assurer la stabilité thermique du transis­
tor de puissance. 

Note: Pour toUtes ces courbes le rapport cyclique 0 = 0,5 comme indiqué fig. 2. 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 
~ 

introduction 

BUX 80 
BUX 81 

Transistors de puissance NPN haute tension, à commutation rapide, en boîtier TO-3, utilisés dans les convertisseurs, les 
les onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations à découpage-fonctionnant directement sur le secteur. 

caractéristiques principales 
BUX80 BUX81 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; V BE = 0) .................... . 

Tension collecteur-émetteur (RB E = 50 il) .......................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......................... . 

Courant collecteur (continu) .................................... . 

Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ......................... . 

Puissance totale dissipée (Tm b ~ 40 OC) ............................ . 

Tension de saturation collecteur-émetteur (I c = 5 A; lB = 1 A) ............. . 

Temps de décroissance (lc on = 5 A; lB on = 1 A; - lB off = 2 A) ......... . 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

boîtier TO-3 
Collecteur relié 
au boîtier 

Accessoires: 56339 
56352 

-26,6max--

t r 
1 16,9 

VCESM max 800 

VCER max 500 

VCEO max 400 

Ic max 

ICM max 

Ptot max 

VCEsat max 

tf typo 

J95:;' ~3;" 
- ~4,2 
_~4.0 

t t 
39.5 301 

mo. J-,------' 

20.3 
max 

-~ 

.... 10,9 .... 

1000 V 

500 V 

450 V 

10 A 

15 A 

100 W 

1,5 V 

0,3 ilS 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; V BE = 0) .................... . 

Tension collecteur-émetteur (RB E = 50 n) 

T"ension collecteur-émetteur (base ouverte) .......................... . 

Tension base-émetteur (collecteur ouvert) ........................... . 

courants 

Courant collecteur (continu) .................................... . 

Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ......................... . 

Courant base (continu) ....................................... . 

Courant base (valeur crête) ..................................... . 

Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms) ............... . 

Courant base inverse (valeur crête, au blocage) 

puissance dissipée 

Puissance totale dissipée (T mb .;;; 40 OC) 

températures 

Température de stockage 

Température de jonction 

résistance thermique 
de la jonction au fond du boîtier 

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire) 
courant résiduel collecteur-émetteur (1) 
VCEM =VCESM max ;VBE =0 ................................. . 

VCEM = VCESM max; V BE = 0; T j = 125 Oc ........................ . 

gain en courant continu 
Ic =1,2A;VcE =5V ....................................... . 

courant résiduel émetteur-base 
IC =0;VEB =10V ......................................... . 

tensions de saturation 
Ic = 5 A; lB = 1 A .......................................... . 

Ic = 8 A; lB = 2,5 A ......................................... . 

Ic = 5 A ; lB = 1 A .......................................... . 

Ic = 8 A; lB = 2,5 A ......................................... . 

tensions de maintien collecteur-émetteur 
Ic = 100 mA ; lB off = 0; L = 25 mH .............................. . 

Ic =100mA;R BE =50n;L=15mH ............................ . 

fréquence de transition à f = 1 MHz 

··Fi __ 

VCESM max 

VCER max 

VCEO max 

V EBO max 

Ic max 

ICM max 

lB max 

IBM max 

-IB(AV) max 

-IBM max 

Ptot max 

Tstg 

T j max 

Rth j·mb 

IcEs max 

IcES max 

hFE typo 

IEBO max 

V CEsat max 

V CEsat max 

V BEsat max 

V BEsat max 

V CEOsust min 

VCERsustmin 

Ic =0,2A;VcE =10V ....................................... fT typo 

temps de commutation 
Temps d'établissement 

1 Con = 5"A ; V cc = 250 V ; 1 Bon = 1 A 

Temps de stockage 

1 Con = 5 A ; V cc = 250 V ; 1 Bon = 1 A ; - 1 B 0 ff = 2 A 

typo 
max 

typo 
max 

Temps de décroissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tf typo 

Temps de décroissance (Tm b = 95 OC) .............................. tf max 

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoïdale. 
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BUX80 BUX 81 
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hor. 

vert. 

Circuit de mesure de VCEOsust Circuit de mesure de V CE R su st 

Circuit de mesure des temps de commutation 
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courbes caractéristiques 4-Fi" BUX 80/81 - Page 4/6 

aires de fonctionnement de sécurité 

1 - Aire permise pour le fonctionnement en continu. 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 
III - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d'établissement dans les convertisseurs 

n'utilisant qu'un transistor si : 
RBE < 100 il 
t p < 0,6 J1.s 

IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si : 

BUX80 

IC 
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10 

I-ICMmax 

ICmax 

IC 
(A) 

10 3 i 
VCE (V) 10 
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1.5 
Valeurs typo 

TJ = 25 Oc 

VBEsat 
IV) 

1 

0,5 

lj = 25 Oc 
--- Valeurs max 
__ Valeurs typo 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 
~ 

introduction 

BUX 82 
BUX 83 

Transistors de puissance NPN haute tension, à commutation rapide, en boîtier TO-3, utilisés dans les convertisseurs, les 
les onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations à découpage fonctionnant directement sur le secteur. 

caractéristiques principales 
Tension collecteur-émetteur (valeur crête; V BE = 0) ................... . 

Tension collecteur-émetteur (R BE = 100.Q) ........................ . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ......................... . 

Courant collecteur (continu) ................................... . 

Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ........................ . 

Puissance totale dissipée (Tm b ,;;; 50 OC) ........................... . 

Tension de saturation collecteur-émetteur (I c = 2,5 A ; 1 B = 0,5 A) ......... . 

Temps de décroissance (I c on = 2,5 A; lB on = 0,5 A; - lB off = 1 A) ...... . 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

boîtier TO-3 
Collecteur relié 
au boîtier 

Accessoires: 56339 
56352 

-26,6max-

\1 
39.5 30' 

max] -'----

-10,9--

BUX82 

VCESM max 800 

VCER max 500 

VCEO max 400 

Ic max 6 

ICM max 8 

Ptot max 60 

V CE sat max 1,5 

tf typo 0,3 

-[9,5 max r--

[ -l [-+-3,'5 

i + 
1 - -4,2 
1 __ 4,0 r t 

20,3 
max 

_1 

BUX83 

1000 V 

500 V 

450 V 

A 

A 

W 

V 

MS 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) .·Fi __ BUX 82/83 - Page 2/6 

tensions 
Tension collecteur-émetteur (valeur crête; V BE = 0) .................... . 

Tension collecteur-émetteur (R BE = 100 il) ......................... . 

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......................... . 

Tension base-émetteur (collecteur ouvert) ........................... . 

courants 
Courant collecteur (continu) .................................... . 

Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ......................... . 

Courant base (continu) ....................................... . 

Courant base (valeur crête) ..................................... . 

Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms) ............... . 

Courant base inverse (valeur crête, au blocage) 

puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (T mb ,.;;; 50 OC) 

températures 
Température de stockage 

Température de jonction 

résistance thermique 

V CESM max 

VCER max 

VCEO max 

VEBO max 

Ic max 

ICM max 

lB max 

IBM max 

-IB(AV) max 

-IBM max 

Ptot max 

Tstg 

T j max 

de la jonction au fond de boîtier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-m b 

caractéristiques (Ti = 25° C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-émetteur (1) 
V CEM =VCESM max ;VBE =0 . - ................................ IcES max 

V CEM = VCESM max; V BE = 0; T j = 125 oC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IcES max 

gain en courant continu 
Ic =O,6A;VcE =5V ........................................ hFE typo 

courant résiduel émetteur-base 
Ic=O;VEB =10V .......................................... IEBo max 

tensions de saturation 
Ic = 2,5 A; lB = 0,5 A ....................................... . VCEsat max 

1 C = 4 A ; 1 B = 1,25 A ........................................ . VCEsat max 

Ic = 2,5 A ; 1 B = 0,5 A ....................................... . VBEsat max 

Ic =4 A; lB = 1,25 A ........................................ . VBEsat max 

tensions de maintien collecteur-émetteur 

Ic = 100 mA; lB off = 0; L = 25 mH .............................. . VCEOsust min 
Ic =100mA;R BE =100il;L=15mH ........................... . VCERsustmin 

fréquence de transition à f = 1 MHz 
Ic =O,2A;VcE =10V ....................................... fT typo 

temps de commutation 
Temps d'établissement 

Ic on = 2,5 A; Vcc = 250 V ; lB on = 0,5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ton typo 

max 
Temps de stockage 

Ic on = 2,5 A ; V cc = 250 V ; lB on = 0,5 A ; - lB off = 1 A typo 

max 
Temps de décroissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tf typo 

Temps de décroissance (T mb = 95 OC) .............................. tf max 

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoïdale. 
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courbes caractéristiques -.Fi'+ BUX 82/83 - Page 4/6 

aires de fonctionnement de sécurité 

1 - Aire permise pour le fonctionnement en continu. 
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 
III - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d'établissement dans les convertisseurs 

n'utilisant qu'un transistor si : 
RB E ~ 100,st 
tp ~ 0,6 ilS 

1 V - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si : 

BUX82 
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1,5 
Valeurs typo 

VBEsat 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 

CiIïïIs-

introduction 

BUX 84 
BUX 85 

Transistors de puissance NPN haute tension, à commutation rapide, en boîtier TO 220 utilisés dans les convertisseurs, les 
onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations à découpage fonctionnant directement sur le secteur. 

caractéristiques principales 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) ............... . VCESM max 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...................... . VCEO max 
Courant collecteur (continu) .................................. . IC max 
Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ...................... . ICM max 
Puissance totale dissipée (T mb ~ 50 OC) ......................... . Ptot max 

Tension de saturation collecteur-émetteur (lC = 1 A ; 1 B = 0,2 A) ...... . VCEsat max 

Temps de décroissance (lCon = 1 A; IBon = 0,2 A; -IBoff= 0,4 A) ... . tf typo 

données mécaniques 
Dimensions en mm 

1_ ~oà~ --1 
1 -[ 3,6 1- , .. -.1 

boîtier TO-220 

Collecteur relié 
au boîtier 

Accessoires: 

56359 (mica + canon isolant) 
3,5 max 

non étamé 

1 2,8 

, 
----- -. 

5,1 1 

max 1 

--. 12,7 t 1,3...1 
1 

b' cl. __ --.l 
! 1~I'il: b,9max 

-.' li+--
2,54 2,54 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 
Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) ........................ . VCESM 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............................... . VCEO 
courants 
Courant collecteur (continu) ........................................... . IC 
Courant collecteur (valeur crête; tp = 2 ms) .............................. . ICM 
Courant base (continu) ............................................... . lB 
Courant base (valeur crête) ............................................ . IBM 
Courant base inverse (valeur crête, au blocage) ............................ . -IBM 
puissance disSipée 
Puissance totale dissipée (T mb « 50 OC) ................................. . Ptot 
températures 
Température de stockage ............................................. . 

Température de jonction .............................................. . 
Tstg 
T' J 

résistance thermique 

jonction - fond de boîtier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-mb 

jonction - air ambiant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rth j-a 

caractéristiques (Tj = 25°C sauf spécification contraire) 

courant résiduel collecteur-émetteur (1) 
VCEM = VCESM max; VBE = o ........................................ . 
VCEM = VCESM max; VBE = 0 ; Tj = 125 oC ............................. . 

gain en courant continu 
IC = 0,1 A; VCE = 5 V ............................................... . 

courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; VEB = 5 V .................................................. . 

tensions de saturation 
IC = 0,3 A; lB = 30 mA ......................................... " ... . 

IC = 1 A: lB = 0,2 A .............................................. . 

IC = 1 A; lB = 0,2 A .............................................. . 

tensions de maintien collecteur-émetteur 
1 C = 1 00 mA ; 1 B off = 0 ; L = 25 m H ................................... . 

fréquence de transition à f = 1 MHz 
IC = 0,2 A ; VCE = 10 V ............................................... . 

temps de commutation 
Temps d'établissement 
IC on = 1 A; VCC = 250 V; lB on = 0,2 A; -lB off = 0,4 A ................... . 

Temps de stockage .................................................. . 

Temps de décroissance .............................................. . 

Temps de décroissance (T mb = 95 OC) ................................... . 

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoïdale. 
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circuit de mesure des temps de commutation 
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courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 

1 - Aire permise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

III - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d'établissement dans les convertisseurs 
n'utilisant qu'un transistor si : 

RBE::;;; 100 U 

t p ::;;; 0,6 fJ. s 

IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si : 
VBE::;;;O 
t p ::;;; 2 ms 
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12) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 

10- 3 
la 

BUX85 

leMmax li - 0,01 t p -
/ 2p.s 

lema~ ~ ~"\ ~ 5 

not~ ~~ ~ '" ~ la 
~ 20 

50 
100 

l\c \c '\. 
\. \ 200 

1 l\\ i\" 
t\\ \ ~ 500 

note 2 
1 ms 

\\\ \ 2 
\~ 

~ 5 

~ la 
d.C. 

"" 
Tmb';;; 50 0 e 

Il Il IV 



Facteur multiplicateur de la tension 
de second claquage à ICmax 
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courbes caractéristiques (suite) 
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transistors de puissance 
haute tension - au silicium 

NPN 

introduction 

~ 
BUX 86 
BUI87 

Transistors de puissance NPN haute tension, à commutation rapide, en boîtier TG 126 utilisés dans les convertisseurs, les 
onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations à découpage fonctionnant directement sur le secteur. 

caractéristiques principales 
BUX 86 BUX 87 

Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) ................ . VCESM max 800 1000 V 
Tension collecteur-émetteur (base ou~erte) ....................... . VCEO max 400 450 V 
Courant collecteur (continu) ................................... . IC max 0,5A 
Courant collecteur (valeur crête; t p = 2 ms) ....................... . ICM max 1 A 
Puissance totale dissipée (T mb ~ 60 OC) .......................... . Ptot max 20 W 
Tension de saturation collecteur-émetteur (lC = 0,2 A ; lB = 20 mA) .... . VCEsat max 3 V 
Temps de décroissance (lCon = 0,2 A; IBon = 20 mA; -IBoft = 40 mA) . tf typo 0.4 fi- s 
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valeurs à ne pas dépasser (limites absolues) 

tensions 
Tension collecteur-émetteur (valeur crête; VBE = 0) ..................... . 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............................ . 
courants 

Courant collecteur (continu) ........................................ . 

Courant collecteur (valeur crête; tp = 2 ms) ........................... . 

Courant base (continu) ............................................ . 

Courant base (valeur crête) ......................................... . 

Courant base inverse (valeur crête, au blocage) ......................... . 

puissance dissipée 
Puissance totale dissipée (T mb < 60 OC) .............................. . 
températures 
Température de stockage .......................................... . 

Température de jonction ........................................... . 

résistance thermique 
jonction - fond de boîtier 

jonction - air ambiant 
.. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............................................................... 

caractéristiques (Ti = 25°C sauf spéCification contraire) 

courant résiduel collecteur-émetteur.(1) 
VCEM = VCESM max; VBE = 0 ..................................... . 

VCEM = VCESM max; VBE = 0; Tj = 125 oC .......................... . 

gain en courant continu 
IC = 50 mA; VCE = 5 V ........................................... . 

courant résiduel émetteur-base 
IC = 0 ; vEB = 5 V ............................................... . 

tensions de saturation 
IC=O,lA;IB= 10mA ........................................... . 

IC = 0,2 A; lB = 20 mA ..... " .................. " ................ . 

IC = 0,2 A; lB = 20 mA ........................................... . 

tensions de maintien collecteur-émetteur 
1 C = 1 00 mA ; 1 B off = 0 ; L = 25 m H ................................ . 

fréquence de transition à f = 1 MHz 
IC = 50 mA; VCE = 10 V .......................................... . 

temps de commutation 
Temps d'établissement 

IC on = 0,2 A; VCC = 250 V; lB on = 20 mA; -lB off = 40 mA ........... . 

Temps de stockage ............................................... . 

Temps de décroissance ........................................... . 

Temps de décroissance (T mb = 95 OC) ................................. . 

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi.sinusoïdale. 
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IC 
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lB 
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Tj 
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VBE sat 
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max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

typo 

max 

max 

max 

max 

VCEO sust min 

fT typo 

ton typo 

max 
ts typo 

max 
tf typo 

tf max 

BUX86 BUX 87 

800 1000 V 
400 450 V 

0,5 A 
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0,3 A 

20 W 
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150 

4,5 
100 
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50 

1,5 

3 

BUX 86 
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20 

0,25 

0,5 
2 
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0,4 

1,3 

oC 
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mA 

mA 

V 

V 

V 

BUX 87 
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f'S 

f'S 
p.s 

f'S 
f's 
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courbes caractéristiques (suite) 

oscillogramme des tensions de maintien 

250ï--__ _ 

200 
le 

(mil) 

100 

o '----------="-t----
min VCE (V) 

VCEOslJst 

circuit de mesure de VCEO sust 

{ cP-+sov 
L 100-200ft 

~
l hor. 

~ l-' -- OSCil~:~:ope 

1 ~T ::L 
30-60Hz 6V ~~ 

circuit de mesure des temps de commutation 

t p = 20 folS 
T = 2 ms 

VIM= 15V 

+ 25V ----~--r---, 

1 
v, 

1 

90 

ie 
1%1 

10 
o 

100 
n 

-- - - - - - - - - I San 

+ vCC 100 
"F 250V 
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courbes caractéristiques 

aires de fonctionnement de sécurité 

- Aire permise pour le fonctionnement en continu. 

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives. 

111 Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d'établissement dans les convertisseurs 
n'utilisant qu'un transistor si : 

RBE';;;; 1000 

t p ,;;;; 0,6 fols 

IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si : 
VBE';;;;O 
t p ,;;;; 2 ms 

10 10 
T mb <Ç 60 0 C BUX86 Tmb ~60oC 

) 

IC IC 
(A (A) 

1 

1 

Il =0,01 t = 
ICMmax 

p 

1 1 5 ilS 

1 
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~1 10 r-- note 1 
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(1) Courbe de Ptot max et Pcrête max 
(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température). 
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Facteur multiplicateur de 
second claquage à le max 
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courbes caractéristiques (suite) 
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val. typo 
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IC-

O,2A 
d:l 
O,lA 

50mA 

10 lB (mA) 20 

Ti = 25 Oc 
_. val. max. 

-- val. typo 

IB(mA) 60 



--Fi-- BUX 86/87 - Page 7/8 

JlJL 
---[ tpl ___ 1 t p 

0=-_T ___ I 
T 

10 

~ 0 1 

~ F 0.75 

1==- 0.50 
t-- 0.33 

1---f- ~ 
1,---:-0 0.20 

~ 0.10 
E:::; ~0.05 --" 

-~ 
1~ 1'002 

èl' 
~ ~0.01 
~ r O 

2 
10- 1 10 

259 



Réf. 4382-09/77 
260 

·5Fa--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE: (1) 355.44.99 
------

CENTRES INDUSTR"ELS ET LABORATOIRES CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S A AU CAPITAL DE 300 OOO.ODO DE F - Re PARIS B 672 042 470 

BUX 86/87 - Page 8/8 

Composition Paris-Photocomposition Impression 1 M E 25-Besancon 



56201 C 

56201 G 

56201 0 

56352 

56339 

accessoires T03 

canon isolant 
isolement ~ 500 V 

T03 semelle 3,15 

canon isolant 

isolement;;:' 500 V 

T03 semelle 1,6 

mica isolant 

isolement ~ 500 V 

support isolant 

isolement;;:' 500 V 

mica isolant 

isolement;;:' 500 V 

~103.81~ 

J:1:+ 
~103.11~ 

n~l 

~3 
1~07.5~ 

H~ 
L!' 7,S--l t 

---+--!-="=-. .. - -
1 i 1.85mo, 

------+----i_. __ _ 

_ 1 1-+ 4 ,85 

il li 3,8 

11 if 3,1 . 

~ . 5 , 
1 §b 1 + 

3 + Il 

.. 1 1 .. t 1,5 

04,85 

... -+4,85 1 
1 

. -16,9 ........ 1 

30,1 • .. 42 . 
.. 46 • 

• 30,1 • 
__ 16,9 ___ 

• 
+ 

5,3 

t t 
2,3 

-~------==--'=1! 0,075±0,025 
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2 canons isolants 

56203 + 

1 mica isolant 

2 canons isolants 

56368 + 

1 mica isolant 

56326 rondelle métallique 

rondelle métallique 

+ 
56333 mica isolant 

+ 
canon isolant 
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accessoires S019 

J"EJ }"E' ~ 
~7.5-.J 

1" 
32 

23 

1 13.1 
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"'1 
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~~VU" 
75±2~ 
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~, 
6 1 
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canon isolant 

56338 
isolement ~ 500 V 

canon isolant 

56346 
isolement ~ 500 V 

mica isolant 

56325 
isolement ~ 500 V 

canon isolant 

isolement;?; 500 V 

56359 + 

mica isolant 

isolement;?; 500 V 
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~---

~ . . ~ 
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